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Typeniibersicht
Standard-Transistoren
Piot
Anwendung T Ucso fr MHz tamb = 45°C | Seite
Application ype v (fskHz) | (tcase=45°C) |Page
mW
Rauscharme NF-Stufen AC 150 —30 (15) 60 73
Low noise AF-stages AC 160 —-15 > 2 30 81
BC 107 32 > 50 260 121
Vor- und Treiberstufen AC 116 —-30 (15) (225) 33
Small signal and driver stages AC 122 —30 (15) 90 49
AC 122/30 —45 (15) 90 49
AC 123 —45 (15) (225) 33
AC 170 —-32 17 90 89
AC 17N —32 23 90 93
Kleinleistungs-Endstufen AC 117 —30 (10) (900) 41
Small power output stages AC 124 —45 (1) (900) 57
AC 131 -30 (10) (750) 65
AC 131/30 —45 (10) (750) 65
Leistungs-Endstufen AD 138 —40 (5,5) (30 W) 97
Power output stages AD 138/50 —70 (5,5) (30 W) 97
AD 152 —45 (11) 6W) 105
AD 155 ~25 (1) 6W) 113
W OD 603 —40 6W) 123
& OD 603/50 —60 (6W) 131
Schalter fir Biltzlichtgerdte VAD 160 —40 (8) W) 119
For electronic flush lighs
HF- und ZF-Stufen AF 136 —25 40 60 169
RF- and IF-stages AF 137 —25 35 60 177
AF 138 —25 40 60 185
UKW-Stufen AF 134 —25 55 40 153
USW-stages AF 135 —25 50 60 161
VHF-Stufen AF 106 —25 220 60 141
VHF-stages AF 178 —25 180 75 205
BF 115 50 230 145 217
UHF-Stufen AF 139 —20 500 60 193
UHF-stages
Video-Endstufen BF 114 135 > 80 (1,2) 213
Miniaturgerdte
NF-Verstarker, AF-amplifiers mAC 129 -9 (> 25 12 223
HF-Verstdrker, RF-amplifiers W AF 128 -9 é 12 231
V¥V Never Typ
B Nicht fir Neventwicklungen verwenden.
<D
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Typenibersicht

Transistoren fiir industrielle Anwendung

Prot
Anwendung Tyoe Ucso fr MHz tamb = 45°C | Seite
Application P v (fskHz) | (tcase=45°C) | Page
mwW
NF-Transistoren ACY 16 —45 (10) (800) 24
AF-transistors ACY 24 -70 9 (530) 249
HF-Verstérker, Oszillatoren AFY 12 —25 230 60 261
RF-amplifiers, oscillators BAFY 13 —25 50 60 273
BAFY 14 —40 60 (200) 277
AFY 15 -22 16 65 279
V AFY 16 -30 500 60 283
HAFY 29 -25 35 60 295
BFY 27 70 > 250 320 301
BFY 65 100 565 307
VBFY 66 30 > 600 200 3
Schalt-Transistoren BASY 24 —50 22 é5 315
Switching transistors HASY 24B -35 22 65 315
ASY 26 -30 > 4 100 319
ASY 27 —-25 > 6 100 325
ASY 28 30 > 4 75 331
ASY 29 25 > 6 75 335
W ASY 30 —50 22 (200) 339
Leistungs-Schalter AUY 28 —90 0,25 (30 W) 343
Power switching transistors BAUZ 1 —50 35 4W) 351
BAUZ 1D —50 25 (4W) 351
Epitaxial-Planar BSY 19 40 > 300 320 355
HF- und Schalt-Transistoren BSY 21 40 > 300 320 359
RF- and switching transistors BSY 46 80 > 50 700 385
BSY 70 25 > 200 260 397
Planar-HF- und VBSX 25 40 > 50 320 409
Schali-Transistoren BSY 44 75 > 60 700 367
Planar-RF- and BSY 45 120 > 50 700 381
switching transistors BSY 71 75 > 70 700 399
BSY 91 40 > 50 700 409
BSY 92 60 > 50 700 413
BSY 93 60 > 50 320 413
V¥V Never Typ
I Nicht fir N twicklungen verwend
A
4>
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Typeniibersicht
Transistoren, die nicht mehr in der Fertigung sind
alte Typen neve Typen
AC 105 - AC 117
AC 106 - AC 117
AF 101 - AFY 15
AF 105 - AF 137
OC 602 - AC 122
OC 602spez. — AC 117
OC 603 - AC 150
OC 604 - AC 122
OC 604 spez. - AC 117
OC 612 - AFY 15
OC 613 - AFY 15
OC 614 - AF 136
OC6I5M - AF 135
OC 615V - AF 134

n
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Strome und Spannungen

Is Basisgleichstrom

iB ib Bo_siswechselstrom

lem Basisspitzenstrom

lc Collectorgleichstrom
ic Collectorwechselstrom
lcm Collectorspitzenstrom

lebo lceo Collectorreststrom bei offenem Emitter

lceo Iceo Collectorreststrom bei offener Basis

lcer Icer Collectorrestsirom, gemessen bei einem
Widerstand Rge zwischen Basis und

Emitter

Ik Ices Collectorreststrom bei Kurzschluf3
zwischen Basis und Emitter

I Emittergleichstrom

iE Emitterwechselstrom

lebo leBo Emitterreststrom bei offenem Collector

Uge Spannung zwischen Basis und Emitter

Currents and voltages

base DC current

base AC current

peak base current
collector DC current
collector AC current
peak collector current

collector cutoff current, emitter open
collector cutoff current, base open

collector cutoff current measured at
a resistance Rge between
base and emitter

collector cutoff current at short
circuit between base and emitter

emitter DC current

emitter AC current

emitter cutoff current, collector open

voltage between base and emitter

Courants et tensions

Courant continu de base
Courant alterndtif de base
Courant de base créte

Courant continu de collecteur
Courant alternatif de collecteur
Courant collecteur créte

Courant résiduel du collecteur avec
le=0

Courant résidual du collecteur avec
Ig=0

Courant résidual du collecteur,
mesuré avec une résistance Rpg
entre base et émetteur

Courant résidual du collecteur avec
courtcircuit entre base et émetteur

Courant continu d'émetteur

Courant alternatif d'émetteur

Courant résidval de I'émetteur avec
Ic=0

Tension entre base et émetteur

NINNMN4d311l

sjoquikg
uaypIazziny|

A



9l

Ucs Spannung zwischen Collector und Basis

Ucgo UceoSpannung zwischen Collector und
Basis bei offenem Emitter

Uce Spannung zwischen Collector
und Emitter

Uceo Uceo Spannung zwischen Collector
und Emitter bei offener Basis

Ucer Spannung zwischen Collector und
Emitter bei einem Widerstand Rgg
zwischen Basis und Emitter

Restspannung fiir die Collector-
aussteuverung

UcErest

Uck Uces Spannung zwischen Collector
und Emitter bei kurzgeschlossener
Basis-Emitter-Strecke

Ues Spannung zwischen Emitter und Basis

Ueso Ueso Spannung zwischen Emitter und Basis
bei offenem Collector

Leistungen
Nc¢ Wechselstromleistung am Ausgang
NE Wechselstromleistung am Eingang

Pc+E Piot Collector- + Emitter-Verlustleistung

voltage between collector and base

voltage between collector and
base, emitter open

voltage between collector
and emitter

voltage between collector and
emitter, base open

voltage between collector and
emitter at a resistance Rge between
base and emitter

collector cutoff voltage

voltage between collector and
emitter at short circuit base and
emitter

voltage between emitter and base

voltage between emitter and base,
collector open

Powers
AC power output
AC power input

collector- + emitter dissipation

Tension entre collecteur et base

Tension collecteur et base
aveclg=0

Tension entre collecteur et émetteur

Tension entre collecteur et émetteur
aveclg =0

Tension entre collecteur et émetteur
avec une résistance Rge entre base
et émetteur

Tension de saturation
collecteur—émetteur

Tension entre collecteur et émetteur
avec Uge = 0

Tension entre émetteur et base

Tension entre émetteur et base
aveclc =0

Puissances
Puissance alternatif de sortie
Puissance alternatif d’entrée

Puissance dissipée
collecteur + émetteur

sjoquAg
uayYIoZZIN)Y|
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Frequenzen Frequencies Fréquences
f Frequenz frequency Fréquence
f, a-Grenzfrequenz, d. h. diejenige Be- a cutoff frequency,i.e.the operating  Fréquence & laquelle le module du
triebsfrequenz, bei welcher der Strom-  frequency at which the current am-  rapport de transfert direct du cou-
verstérkungsfaktor o in Basisschaltung  plification factor ain base grounded  rant, en montage base commune,
auf das 07fache seines Wertes bei drops to 0.7 of its magnitude at  pour de petits signaux a diminuve
1 kHz abgesunken ist 1ke/s jusqu’ & 0,7fois de sa valeur pour
1 kHz -
fa B-Grenzfrequenz, d.h. diejenige Be-  f-cutoff frequency, i.e. the operat-  Fréquence & laquelle le module du m
triebsfrequenz, bei welcher der Strom-  ing frequency at which the current  rapport de transfert direct du cou-
verstdrkungsfaktor B in Emitterschaltung ~ amplification factor § in emitter  rant, en montage émetteur com- ~
auvf das 0,7fache seines Wertes bei  grounded drops to 0.7 of its mag- mune, pour de petits signaux a m
1 kHz abgesunken ist nitude at 1 kefs diminue jusqu’d 0,7fois de sa valeur -
AN pour 1 kHz
ED . y c
N7 fafr Transitfrequenz, B,-Grenzfrequenz,d.h.  transit frequency, B;-cutoff frequen-  Fréquence de transition. Produit de
diejenige Betriebsfrequenz, bei welcher ¢y, i.e. the operating frequency at B par la fréquence de mesure lors- =
der Betrag des Stromverstarkungs-  which the magnitude of amplifica-  que celle-ci est suffisamment élevée
faktors §8 in Emitterschaltung gleich 1  tion factor B in emitter grounded  pour que p décroisse sensiblement x
geworden ist is equal 1 d raison de 6 dB par octave. m
fe Eingangsfrequenz input frequency Fréquence d’entrée =
Sonstige GroBen Other values Autres valeurs
B Gleichstromverstérkung DC current gain, Valeur statique du rapport
emitter grounded de transfer direct du courant §
B Stromverstarkungsfaktor bei 1 kHz current amplification factor for Rapport de transfert direct du 9 N
1 kc/s, emitter grounded courant pour 1 kHz ~ g
3 5
o>
o 0
» 3
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Collectorkapazitdt
Rauschzahl
Leistungsverstdrkung

Basiswiderstand, d.h. Widerstand
zwischen Basisanschluf3 und
Basis-Emitter-Sperrschicht

Widerstand zwischen Basis und Emitter

Rgen Re Generatorinnenwiderstand

Ritherm Rihg Wdrme-Innenwiderstand zwischen

Rtherm Rihu

tamb

tCOSQ

t¢

tr
ts

fL "slg

Sperrschicht und Gehé&use bzw.
Kihlfahne

Wdrmewiderstand zwischen Sperr-
schicht und umgebender ruhender
Luft

Umgebungs-Temperatur
Gehduse-Temperatur

Abfallzeit

Sperrschicht-Temperatur
Anstiegszeit
Speicherzeit

Lager-Temperatur

collector capacitance
noise figure
power gain

base resistance, i. e. the resistance
between base connection and
base-emitter-junction

resistance between base and emitter
generator resistance

thermal resistance between junction
and case (cooling fin)

thermal resistance between junction
and ambient air

ambient temperature
case temperature

fall time

junction temperature
rise time
storage time

storage temperature

Capacité de collecteur
Facteur de bruit
Gain en courant

Résistance de base, c'est-a-dire la
résistance enire la connexion de
base et la jonction base-émetteur

Résistance entre base et émetteur
Résistance de générateur

Résistance thermique entre jonction
et boitier (oreille de refroidissement)

Résistance thermique entre jonction
et air ambiant

Température ambiante
Température de boitier

Temps de décroissance
d'une impulsion

Température de jonction
Temps de croissance d'une impulsion
Retard & la décroissance

Température de stockage

sjoquig
uayplozziny
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Vierpolparameter

Four-pole parameter

Fir die Definition der Vierpolparameter gelten fir Strome und Spannungen die im Bild

dargestellten Zahlpfeile.

For the definition of the four-pole parameters refer to the figure.

/s ¥
- - vy =hj-i; + he-u
U] uz 1 ] .‘l r°v2
' iz =ht-iy + ho-uy
v .
hi =hy = i: @ u7; b :I U=
u I l @
hf = hn = U; L7‘=0 UI ”2
i . N -
ht = hn = —# Ly Ly U2=0
ho = hu = :': [7=0 UZ [2
i >
Yi =Yu= 011 Ul i U=0
i
Yr =Y = u'z ur=084 UZE @
= = i’ ~) U [ =0
Y =Yn U 7 28 42
i .y P
Yo =Yn = u: U;—()I: b I”z@

7N

h=Yicutyr-u
2=Yf U+ Yoruy

Kurzschluf3-Eingangswiderstand
input impedance
output short circuited

Leerlauf-Spannungs-Riickwirkung

reverse voltage transfer ratio
input open circuited

Kurzschlu3-Stromverstérkungsfaktor

forward current transfer ratio
output short circuited

Leerlauf-Ausgangsleitwert

output admittance
input open circuited

Kurzschlu3-Eingangsleitwert

input admittance
output short circuited

Kurzschlu3-Riicksteitheit

reverse transfer admittance
input short circuited

Kurzschluf3-Yorwdartssteilheit

forward transfer admittance
output short circuited

KurzschluB3-Ausgangsleitwert

output admittance
input short circuited

<)

A
F
"V

T



Vierpolparameter

Four-pole parameter

TELEFUNKEN

1) Leitwerts (y)-Matrix

yi =gi +joci Komplexer Eingangsleitwert,
Ausgang kurzgeschlossen
Reyi=gi Realteil des Eingangsleitwertes
Re 1)y; = R; Realteil des
Eingangswiderstandes
Ci=c¢; Eingangskapazitat
—Yr=gr + joc, Komplexer Wert der
Ricksteilheit,
Eingang kurzgeschlossen
Re yr = gr Realteil der Riicksteilheit
Relly, = R, Realteil des
Rickwirkungswiderstandes
Cr=c¢+ Rickwirkungskapazitét

ve = | yi | eivs Komplexer Wert der
Yorwdrtssteilheit,
Ausgang kurzgeschlossen

lyel Betrag der Vorwéartssteilheit
of Phase der Yorwdrtssteilheit

Yo = go 1+ joco Komplexer Ausgangsleitwert,
Eingang kurzgeschlossen

Re yo = go Realteil des Ausgangsleitwertes
Re 1]y, = Ro  Redailteil des
Ausgangswiderstandes

Co = ¢o Ausgangskapazitdt

2) Hybrid (h)-Matrix

hi Eingangswiderstand,
Ausgang kurzgeschlossen

he Spannungsriickwirkung,
Eingang offen

h¢ Stromverstdrkungsfaktor,

Ausgang kurzgeschlossen

ho Ausgangsleitwert,
Eingang offen

20

1) Admittance (y)-matrix

complex input admittance,
output short circuited

real part of input admittance

real part of input resistance

input capacitance

complex value of reverse transfer
admittance
input short circvited

real part of reverse transfer admittance

real part of reverse transfer
resistance

feedback capacitance

complex value of forward transfer
admittance
output short circuited

amount of forward mutual conductance
phase of forward transfer admittance

complex output admittance,
input short circuited

real part of output admittance

real part of output resistance

output capacitance

2) Hybrid (h)-matrix
input impedance,
output short circuited

reverse voltage transfer ratio,
input open circuited

forward current transfer ratio,
output short circuited

output admittance,
input open circuited
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Die in den Datenbl&ttern angegebenen
h-Parameter sind bei so niedriger Fre-
quenz gemessen, dafl keine Phasen-
drehungen auftreten, d. h. die Werte
sind reell.

Der zweite Index bei allen oben an-
gefithrten Kurzzeichen fiir Vierpolpara-
meter bezieht sich auf die Grundschal-
tung des Transistors. Wird der Transistor
in Basisschaltung betrieben, so ist der
zweite Index b, wird er in Emitterschal-
tung betrieben, so ist der zweite Index e.

Beispiel:

hib Stromverstdrkungsfaktor
in Basisschaltung

hte Stromverstarkungsfaktor

in Emitterschaltung

Bemerkungen zu den
Streu- und Grenzwerten

Die in den Datenbléttern angegebenen
Grenzwerte fir Spannungen, Rest-
stréme und Rauschzahlen stellen Ga-
rantiewerte dar. Dagegen sind die
Streuwerte, die fir Vierpolparameter
angegeben werden, sowie die Streu-
kurven so aufzufassen, daf3 mindestens
95% der Lieferung innerhalb der je-
weiligen oberen bzw. unteren Grenze
liegen. Teilweise werden auch die ge-
brauchlichen 2 o-Werte verwendet.

The h-parameters, stated in the data
sheets are real, because the measuring
frequency is low enough, that the phase
is not shifted.

The second index of all symbols given
above for four-pole parameters refers
to the basic transistor circuit. The index
b means common base circuit, e means
common emitter circuit.

Example:

htp current amplification factor
base grounded

hte current amplification factor

emitter grounded

Remarks on spread and
maximum ratings

The maximum ratings, stated for volt-
ages, reverse currents and noise figures,
are guaranted values. On the other
hand, at least 95 % of a shipment con-
form with the maximum and minimum
ratings indicated for four-pole para-
meters and for the spread curves. Parti-
ally we are using the 2 ¢ limits.

21
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Neves Bezeichnungs-

system fiir Halbleiter

TELEFUNKEN

1. Fir Typen, die vornehmlich in Rund-
funk-, Fernseh- und Magnetton-Geré-
ten angewendet werden, besteht die
Typenbezeichnung aus:

2 Buchstaben und 3 Ziffern.

2. Fir Typen, die vornehmlich fir andere
Aufgaben als die unter 1. angegebe-
nen eingesetzt werden, besteht die
Typenbezeichnung aus:

3 Buchstaben und 2 Ziffern.

Es bedeuten
als erster Buchstabe:
A Germanium-Dioden und
Germanium-Transistoren
B Silizium-Dioden und Silizium-
Transistoren

als zweiter Buchstabe:

A Dioden, einschl. Kapazitéts-
Variations-Diode

C Transistor fir Anwendung im
Tonfrequenzbereich

D Leistungstransistor fir Anwen-

dung im Tonfrequenzbereich

Tunneldiode

HF-Transistor

HF-Leistungstransistor

~=Tm

-

Photohalbleiter (Photodiode,
Phototransistor)
Vierschicht-Diode
Schalttransistor

gesteuerte Gleichrichter
Leistungstransistor

fir Schaltbetrieb
Leistungsdiode (Gleichrichter)
Referenz-, Zenerdiode

Die Zahlen 100...999 bei den Rundfunk-
und FS-Verstarkertypen sind Laufzah-
len. Die Buchstaben- und Zahlengrup-
pen A10..A99 bis Z10..Z99 dienen
ebenfalls nur der laufenden Kennzeich-
nung der nicht fir Rundfunk- und FS-
Verstérker verwendeten Typen.

N < cH »vx

2

1. Types which are especially used in
radio, television and tape recorder
applications are identified by

2 letters and 3 numbers.

2. Types used for other purposes than
mentioned above (in number 1) are
identified by

3 letters and 2 numbers
The first letter means

A  Germanium

B Silicon

The second letter means

A diodes, including voltage
variable capacitor diode
C transistor for audio frequency

D power transistor for audio
frequency

tunnel diode

transistor for high frequency
power transistor for high
frequency

photo semiconductor

~Tm

0

pnpn diode

transistor for switching
application

controlled rectifier
power transistor

for switching application
rectifier

Zener-diode

(7. 0~

N < c-

The numbers from 100to 999 are current
numbers for entertainment types. The
letters and numbers groups from A10
fo A99 till Z10 to Z 99 identify the
current types not used for entertainment.
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Lotvorschrift

Allgemeine Hinweise fiir den Einbau

Der Einbau der Transistoren in die Schaltung darf nicht in der NGhe von wdrme-
erzeugenden Bauelementen erfolgen. Es empfiehlt sich, die Anschlufidréhte der Tran-
sistoren mdglichst lang zu lassen und die Létstellen an das Ende der Dréhte zu legen.
Die Anschluf3drdhte disrfen erst in einem Abstand von > 1,5 mm vom Gehé&useboden
entfernt gebogen werden. Transistoren miissen auch beim Einldten in die Schaltung
gegen thermische Uberlastung geschiitzt werden. Es miissen gegebenenfalls Maf3-
nahmen fir eine ausreichende Warmeableitung getroffen werden, Die Gehduse-
temperatur des Transistors darf beim Léten die maximal zul&ssige Sperrschichttempe-
ratur nur kurzzeitig (max. 2 Minuten) Gberschreiten. Die angegebenen Létkolben und
Létbadtemperaturen sowie Lotzeiten sind Maximalwerte, die in keinem Fall Uber-
schritten werden dirfen.

Kolbenlétung

Es empfiehlt sich, den Létkolben zu erden. Der Transistor kann sonst durch die Netz-
spannung - infolge schlechter Isolation des Létkolbens ~ zerstért werden.

- Lotstelle vom Geh&useboden ..
Temperatur des Lotkolbens . Lotzeit
des Transistors entfernt

245°C min. 1,5 mm max. 5s

245°C min.5 mm max.10s

245...400°C min.5 mm max. 5s
Tauchlétung

Létbad-Temperatur < 245 °C
Lotzeit < 5 s

Transistor-Anschluf3drdhte mit weniger als 0,5 mm Durchmesser diirffen abgeknickt
werden, jedoch darf die Knickstelle nicht n&her als 1,5 mm an die Einschmelzstelle
bzw. Gehdusekante herankommen. Der Minimalabstand zwischen Lbtstelle und Ge-
hdusekante muf3 1,5 mm betragen. Die einzige Ausnahme bilden die Transistoren im
Glasgehause. Hier muf3 der Abstand von Létstelle zur Gehdusekante mindestens
5 mm sein.
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TELEF“"KE“ Zubehor-

Verzeichnis
Lager- behs fir di .
Nummer Zubehor Ur die Transistoren
30503 Kihlschelle, verzinkt AC122, AC122/30, ACI13],
AC131/30
30 506 Befestigungsschelle OC 602 spez. mit Metallhilse
30 507 Befestigungsschelle AC116, AC117, AC123, AC124,
ACY 16, ACY24, AFY14, ASY30

30 508 Isolierscheibe (Oval) OD 603, OD 603/50, ALZ10,
Glimmer 50 um, Ry, < 0,6°C/W AUZ11, AUZ11D

30 509 Isolierscheibe AD 138, AD 138/50, AUY 28
Glimmer 50 um, Ry, < 0,3°C/W

30510 Isolierbuchse AD 138, AD 138/50, AUY 28

3051 Befestigungsflansch OD 603, OD 603/50, ALZ10, AUZ11,
(Metall) AUZN D

30512 Isolier-Ring OD 603, OD 603/50, ALZ10, AUZ11,
zugehdrig zv 30 511 AUZ11D

30513 Befestigungsflansch OD 603, OD 603/50, ALZ10, AUZ1I,
(Kunststoff) AUZ11D

30514 Isolierscheibe (Rund) OD 603, OD 603/50, ALZ10, AUZ1],
Glimmer 50 pm, Ry, < 0,6 °C/W AUZ11D

010165 < "&ua >
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TELEFUNKEN

Zubehor-
Verzeichnis
Lager- - . .
Nummer Zubehdr fiir die Transistoren
30522 Zwischensockel AC122, AC150, AC160, AF106,
AF134, AF135, AF136, AF137,
AF 138, AF139, AFY13, AFY15,
AFY 29, ASY24, ASY24B
30546 Kiihischelle AC117R, AC124R
30578 Isolierkappe AC122, AC122/30, AC150, AC160,
AC170, AC171, AF134, AF135,
AF 136, AF137, AF138, AFY13,
AFY 15, AFY29, ASY24, ASY24B
30581 Isolierbuchse AD 152, AD 155
30 582 Isolierscheibe AD 152, AD 155
Glimmer 50 um, Ry, <0,6°C/W
<>
26 A\ 4




TELEFUNKEN

MaBskizzen
vom Zubehor
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Dicke: 50 um
Lager-Nr. 30508

Lager-Nr. 30510
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MaBskizzen TE I-E F u " K E “

vom Zubehor
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- 20—
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TELEFUNKEN

MaBskizzen
vom Zubehor

206

Dicke: 50 um
Lager-Nr. 30 582

Lager-Nr. 30546
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e 2+
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*371.
o 4%
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Lager-Nr. 30 581
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Standard-Typen

NF-Transistoren }
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Germanium TELEF““KE“

pnp-
Flachentransistor

AC116

AC123

NF-Transistor

Fir NF-Treiberstufen.

Abmessungen
Mafle in mm

i_..ls'zlf_ f?ﬁbpunkl'

05%

-

—r;t‘:
77
Zubehér

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507

-]
"B} -

min. 375 ——w

AC116

30
30
18
12
200

100

145

225

90
—55..+75

0,45
0,2

AC123

45
45
32
12
200

100

145

225

90
—55..+75

0,45
0,2

Gewicht: max.4g

<K< <<

mwW
mW
mwW
°C
°C

°C/mW
°ClmW

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso
Collector-Emitter-Spannung —Uces
Collector-Emitter-Spannung —Uceo
Emitter-Basis-Spannung —Ueso
Collectorstrom —lc
Verlustleistung
bei tamb = 45°C Piot
bei tamb = 25°C Piot
bei "coge = 45 °C Ptot
Sperrschichttemperatur t
Lagertemperatur tstg
Wérmewiderstand Rihv
Waérme-Innenwiderstand RihG
010165
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ACT16 TELEFUNKEN

AC123

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucpg = 30V, fir AC 123
Emitter-Reststrom, —Ugpp =10V

Arbeitspunkt —Uceg =6V, —lc = 4mA
Basisspannung
Basisstrom

Arbeitspunkt —Uce =1V, —lc=20mA
Basisspannung
Basisstrom
Collector-Basis-Sperrspannung, fir AC 116
—lc = 20 pA
Collector-Emitter-Sperrspannung, fiir AC116
—lc=25mA

Collector-Emitter-Sperrspannung, fir AC 123
—lc =25mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Stromverstarkungsfaktor
—Uce=6V, —Ilc=4mA, f=1kHz
gekennzeichnet mit Farbpunkt
an der Collectorseite

Grenzfrequenz

—Uce=6V, —lc=4mA
Collectorkapazitét

—Ucs=6V, g =0, f=470kHz

Basis-Bahnwiderstand
—Ucg =6V, —Ic=4, f =470kHz

34

—lcso
—lceo

—leBo

—Use
—Ig

~—UBE
—Ig
—Ucso

—Uceo

—Uceo

hfe (13)

gelb
grion

Cob

rbb’

Min.

30

18

32

55

55
85

Typ.

4,5
55
3,5

180
40

260
310

85

15

21

100

Max.

8 A

16 pA

15 upA
mV
pA

380 mv

420 pA
\'
\'
v

140

95

140
kHz
pF
Q




TELEFUNKEN ACTI6

AC123
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—Uge = Parameter
fomb = 25 °C
AN\
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ACT6 TELEFUNKEN
AC123
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TELEFUNKEN AC16

AC123
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—Uce = Parameter
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AC116 TELEFUNKEN
AC123

1000 TELEFUNKEN)
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TELEFUNKEN ACTI6

AC123
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Germanium TELEFUNKEN

Transistor NF-Transistor

Fiir NF-Endstufen mittlerer Leistung.

Fiir Gegentakt-Endstufen konnen die Transistoren paarweise ausgesucht
geliefert werden.

Mit dem npn-Transistor AC 175 gepaart kann ein Komplementiir-Pérchen
geliefert werden

Abmessungen
Mafle in mm 32

T h
ACIY7 3 _

sl i
min. 37,5 Gewicht: max.4 g

059’

L%

‘I“I*

ACN7R 8 . -

L»I 5-—]—— min. 375 HJ Gewicht: max.2g

-1575?-—

Zubehor
AC117  Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507
AC117R Kihlischelle Lager-Nr. 30546
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —-Ucso 32 \"
Collector-Emitter-Spannung, Rge = 500 Q —Ucer 32 \'
Collector-Emitter-Spannung —Ucko 18 v
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 \"
Collectorstrom —lc 1 A
Collectorspitzenstrom —lem 2 A
Verlustleistung
bei tamb = 45°C Piot 180 mW
bei tqmb = 25 °C P]ot 260 mw
bei tcnsa = 45 °C Pfot 1,1 W
Sperrschichttemperatur t 90 °C
Lagertemperatur tstg —55..+75 °C
Waérmewiderstand Rihu 0,25 °C/mW
Wdirme-Innenwiderstand Rihg 40 °C/W

010165 @ 41
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucg = 30V
Collector-Reststrom, —Ucg = 6V, tj=75°C
Emitter-Reststrom, —Ug =10V
Arbeitspunkt —Ucg =6V, —Ic = 5mA

Basisspannung
Arbeitspunkt —Ucg = 6V, —Ic = 50 mA

Basisspannung

Basisstrom
Arbeitspunkt —Ucg =6V, —Ic = 300 mA

Basisspannung

Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhaltnis

—Uce =6V, —lc= 50mA

—Uce =1V, —Ic =300mA
B-Verhdéltnis

zwischen —Ic = 50mA, —Ucg =46V

und —Ic =300mA, —Uce=1V

Collector-Emitter-Sperrspannung

—Ilc = 1 mA, Rge = 500Q
Collector-Emitter-Sperrspannung

—lc = 12mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Grenzfrequenz
—Uce =2V, —lc=10mA

Fir paarweise Lieferung ist:
Basisspannung

bei —Uce =6V, —Ic= 5mA
Basisstrom

bei —Uce =6V, ~Ic = 50mA

bei —~Uce =1V, —lc = 300mA

42

—IcBo
—lcso
—lcBo
—leso

—Uge

—Use
—Ig

—Uge
—18

—Ucer

—Uceo

AUge

Alg

Min. Typ. Max.

6 18
8 30
02 04
55 30
150
235
0,6
400 500
375 75
83,5
40 80
13
32
18
10
=10
<25

pA
mA
pA
my

mY
mA

mVY
mA

kHz

mVY

%




TELEFUNKEN

020164

500 |
mA f,'- —U,9£=450'ml/%
/
400 2
]
400 mV—|
300 f—
/
- 1
‘ [/ 350
200 —HF mV—
i / 300 my_|
o 2 :
700 250mv-]
ps 200im|/—
9 05 10 15V
g ————» —lc = f(~Uce
—Uge = Parameter
tqmb = 25 °C
__P J =:900”;W R3/V-8 1581 R|
500 |k
mA
A
400 T
\
“ —Ugf"'—' 400mV-
300 K
4 \
- - 350 mV-
200 T
~N L .
— B — ?UUmI/l
100 Sy [ ]
=~ —— = —250mV
T==200mV—|
=F 1
0 5 10 15 0V
_ —lc = f(—Ucg)
Uee —Upe = Parameter
fqmb = 25 °C
AN\
<&

Y



TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN
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Germanium
pnp-
Transistor

TELEFUNKEN

AC122
AC122/30

Fir NF-Vorstufen.

Abmessungen
MaBle in mm

Farbpunkt
@

Zubehor

Kihlschelle Lager-Nr. 30503
Zwischensockel Lager-Nr. 30522

AC122

30
30
18
12
200

AC122/30
45 VvV
45 VvV
32 V
12V
200 mA
90 mwW
130 mW
225 mW
90 °C
—55...+75 °C
0,5 °C/mW
0,2 °C/lmW

Gewicht: max.1,2g

Isolierkappe  Lager-Nr. 30578
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso
Collector-Emitter-Spannung —Uces
Collector-Emitter-Spannung —Uceo
Emitter-Basis-Spannung —Ueso
Collectorstrom —lc
Verlustleistung
bei tamb = 45 OC Plol
bei tamb = 25°C Prot
bei Kihischelle = 45°C Prot
Sperrschichttemperatur t
Lagertemperatur tstg
Waérmewiderstand Rihu
Waérme-Ilnnenwiderstand Rihe
i
QUEUN] >
010165 \ ¥

49

V2



AC122 TELEFUNKEN

AC122/30

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Min. Typ. Max.
Collector-Reststrom, —Ucg = 6V —lcBo 4,5 8
Collector-Reststrom, —Ucp = 30V —lcBo 55 15
Collector-Reststrom, —Ucg = 68V, tj =75°C ~IcBo 170 350
Emitter-Reststrom, —Ugs =12V —IeBO 3,5 15
Collector-Emitter-Sperrspannung —Uceo 18
fur AC122 —lc=25mA
Collector-Emitter-Sperrspannung —Uceo 32
fir AC122/30 —Ic =25mA
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tgmb = 25°C
Stromverstéirkungsfaktor hte (B) 40 100 300
—Uce=6V, —lc=2mA, f=1kHz
gekennzeichnet mit Farbpunkt rot 40 65
an der Collectorseite gelb 55 95
grin 85 140
violett 130 200
weif3*) 170 300
Grenzfrequenz fa 15
—Uce =6V, —lc=4mA
Rauschmaf in Emitterschaltung F 4,5 12
—Uce=46V, —Ic=02mA, Rg = 800Q
f = 40...2500 Hz
Collectorkapazit&t Cob 21
—Ucg =6V, [e=0, f = 470kHz
Basisbahnwiderstand rbb’ 100
—Ucs =6V, —Ic =2mA, f=470kHz
Kleinsignal-Parameter, Emitterschaltung
—Uce =6V, —lc=2mA, f=1kHz
Eingangswiderstand hie 20
Spannungsrickwirkung hre 55-10+4
Stromverstarkungsfaktor hte 100
Ausgangsleitwert hee 52
Eingangsleitwert Yie 0,5
Rickwértssteilheit Yre 03
Vorwdartssteilheit Yie 48
Ausgangsleitwert Yoe 25

*} Die AC 122 weifl werden mit geringfiigig abweichenden Daten geliefert.

7

kHz

dB

pF

kQ

uS
m$S
uS
m$
uS

<
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TELEFUNKEN 331
AC 122/30
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AC122 TELEFUNKEN
AC 122/30
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TELEFUNKEN AC122
AC 122/30
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AC122

AC 122/30

TELEFUNKEN
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Germanium TELEFUNKEN

Transistor NF-Transistor

Fir NF-Endstufen mittlerer Leistung.

Fiir Gegentakt-Endstufen kdnnen die Transistoren paarweise ausgesucht
geliefert werden.

Abmessungen
Mafle in mm 2z
32 0,59'
y 1
acn o @)% I-
T—
3
min. 37,5 Gewicht: max.4g
95%

I

ACI14R & . ‘

qu5 min. 375 ——J Gewicht: max.2g

Zubehor
AC124 Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507
AC124R Kijhischelle Lager-Nr. 30546

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 45 \"
Collector-Emitter-Spannung, Rge = 500 Q —Ucer 45 A
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 32 \'
Emitter-Basis-Spannung ~Ueso 10 \
Collectorstrom —le 1 A
Collectorspitzenstrom —lem 2 A

Verlustleistung

bei tamb = 45 °C Pioi ]80 mW
bei "amb = 25 °C Pioi 260 mW
bei fcgse = 45 °C Pfof ],1 W
Sperrschichttemperatur 4 90 °C
Lagertemperatur tstg —55..+75 °C
Warmewiderstand Rihu 0,25 °C/mW
Wérme-Innenwiderstand R 40 °C/W
AN\

010165 ﬁli

Y



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucp = 45V
Collector-Reststrom, —Ucp = 6V, tj =75°C
Emitter-Reststrom, —Ug =10V

Arbeitspunkt —Ucg =6V, —Ic= 5mA
Basisspannung
Arbeitspunkt —Ucg =6V, —Ic = 50mA
Basisspannung
Basisstrom
Arbeitspunkt —Uceg = 1V, —Ic = 300 mA
Basisspannung
Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhdltnis
—Uce=6V, —lc= 50mA
—Uce =1V, —lc =300mA
B-Verhaltnis
zwischen —lc = 50mA, —Uce =6V
und —lc =300mA, —Ucge=1V
Collector-Emitter-Sperrspannung
—lc =0,8mA, Rge = 500 Q

Collector-Emitter-Sperrspannung
—ic = 10mA

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Grenzfrequenz

—Ucg =2V, —lc=10mA
Fir paarweise Lieferung ist:
Basisspannung

bei —Uce =6V, —lc= 5mA
Basisstrom

bei —Uce =46V, —Ilc = 50mA

bei —Uce =1V, —Ic = 300 mA

58 &

—leso
—lceo
—lcso
—leso

—Use

—Uge
—lg

—Uge
—Ig

—Ucer

—Uceo

AUgg

Alg

Min.

40

45

32

bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Typ. Max.
6 18
8 30
02 04
55 30
160
235
038
400 500
5 75
62,5
60
13
1
<10
<25

uA

mA
uA

myY

mY
mA

mY
mA

kHz

mY

%




TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN
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Germanium TELEFUNKEN

pnp-
Transistor

AC 131

AC131/30

NF=-Transistor

Fir Endstufen kleiner Leistung.

geliefert werden.

Abmessungen
Mafle in mm

¢
v
B“ﬁ%_

£

Zubehér
Kihlischelle Lager-Nr. 30503

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Collectorstrom
Collectorspitzenstrom

Yerlustleistung

bei tamb = 45°C

bei tamb = 25°C

bei tkihischelle = 45°C
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand

1) mit Kihischelle Lager-Nr. 30 503.

Y
8

Fir Gegentaki-Endstufen konnen die Transistoren paarweise ausgesucht

95%

(4

/

=

s

d

—Ucso
—Uces

—Uceo
—Ueso

—lem

I'."I‘ot
Piot

Ptot)

tstg

Rthu

010165

e min. 375 ———>

AC131

30
30
18
10

110
160
750

90

—55...+75 °C

0.4

Gewicht: max.1,2g

AC131/30
45 Vv
45 Vv
32 V
10 V
1T A
2 A
mW
mW
mwW
°C

°C/mW

&

T



Ac131 TELEFUNKEN

AC131/30

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucg = 30V
Collector-Reststrom, —Ucg = 8V, tj =75°C
Emitter-Reststrom, —Ugg =10V
Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ilc =15mA
Basisspannung
Arbeitspunkt —Uce =4V, —Ic = 15mA
Basisspannung
Basisstrom
Arbeitspunkt —Uce =1V, —Ic = 50 mA
Basisspannung
Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhadltnis
—Uce =4V, —lc=15mA
—~Uce=1V, —lc =50mA
B-Verhaltnis
zwischen —Ic = 15mA, —~Uce =4V
und —lc=50mA, —Uce=1V

Collector-Basis-Sperrspannung  fir AC 131

—Ic = 30pA
Collector-Basis-Sperrspannung  fir AC 131/30
—lc = 30pA
Collector-Emitter-Sperrspannung fiisr AC 131
—lc=25mA
Collector-Emitter-Sperrspannung fiir AC 131/30
—lc=25mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Grenzfrequenz
—Uce=2V, —lc=10mA
Fir paarweise Lieferung ist:
Basisspannung
bei —Uce =6V, —lc =15mA

Basisstrom
bei —Uce =4V, —Ic = 15mA
bei —Uce=1V, —Ic = 50mA

—lcso
—lcso
—lceo
—leso

—Use

—UBEe
—Ig

—Use
—Ig

—Ucso
—Ucso
—Uceo

—Uceo

fg

AUgg

Alg

Min.

88

30

45

18

32

Typ.

é
8

0,2
5,5

120

190
0,22

250
075

67
1,0

10

10

A

25

A

Max.

18
30
0.4
30

0,3

300

1,2

i35

nA
mVY

mY
mA

mY
mA

kHz

my

%




TELEFUNKEN AC131
AC131/30
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AC131 TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN

N
»

_I'

*

N
N TS

b S

\

a3
‘\“
‘\\‘\

o =

a0

100 200 300 400mV

—lpg ——— —lsg = f(—Usg
—Uce = Parameter

tamb = 25°C

70

b5k2

80

Urer 1?00 14

AC 131]30

~Uen

30

AC131

20

10

10

¢ gl 2 4 58l 2 4 6ot 2 4§ 8pio

» —Ucer = f (Reg)
famb = 25°C

70




TELEFUNKEN

AC 131

AC131/30

@

90

TELEFUNKEN
RG/V-B1710R]

80

70

60

50

10°

4

58 g 2 N T
—IC—>

s=',—§=f(—lc)

—Uce = Parameter

tamb = 25°C

2 ;g

Al

4






Germanium
pnp-
Transistor

TELEFUNKEN

NF-=Transistor

Fiir rauscharme NF-Anfangsstufen.

Abmessungen

Mafle in mm

Farbpunkt -

95%

8 ©

NP &
ml .

~

m @)

Zubehér
Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe Lager-Nr. 30578
Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Collectorstrom

Verlustleistung
bei tamb = 45°C
bei tamb = 25°C
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand

e
95 min. 375 ——

—Ucso
—Ucks

—Uceo
—Ueso
— IC

Ptot

Ptot

istg

Rihu

30
30
18
12

60

100

75
—55...+75

0,5

Gewicht: max.1,2g

<K < <<

mW
mwW
°C
°C

°C/mW

010165

73
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Typ. Max.

6 8

55 15

170 350

35 15

36 5

32

29

100 140
95
140

15

21

100

02 mA

12,5

9,2.10-4

84

84

76

0.1

68

28

pA

pA

dB
dB
dB

kHz

pF

kQ

uS
uS
uS
m$S
uS

Min.
Collector-Reststrom, —Ucg = 4V -lcso
Collector-Reststrom, —Ucg =30V —lcso
Collector-Reststrom, —Ucs = 6V, tj =75°C —lIceo
Emitter-Reststrom, —Ugs = 12V —leso
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 25mA —Uceo 18
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Rauschmaf in Emitterschaltung
~Uce=6V, —lc =0,2mA, R = 800Q
f=40.. 2500 Hz F
f = 30...10000 Hz F
f = 30...15000 Hz F
Stromverstarkungsfaktor hte (B) 55
—Uce =46V, —lc=2mA, f=1kHz
gekennzeichnet mit Farbpunkt gelb 55
an der Collectorseite grin 85
Grenzfrequenz fa
—Uce =6V, —lc = 4mA
Collectorkapazitat Cob
—Ucg =6V, le=0, f=470kHz
Basis-Bahnwiderstand rbb’
—Ucs =6V, —lc=2mA, f=470kHz
Kleinsignal-Parameter, Emitterschaltung
f=1kHz, —Uce=6V —lIc 2 mA
Eingangswiderstand hie 20
Spannungsriickwirkung hre 55-10-4
Stromverstdrkungsfaktor hte 100
Ausgangsleitwert hoe 52
Eingangsleitwert Yie 500
Rickwaértssteilheit Yre 0,3
Yorwaértssteilheit Yie 48
Ausgangsleitwert Yoe 25
<t
74 AV 4




TELEFUNKEN
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mA Y Fobe=060mW - i)
\u = T~ 26Tm
20 =
A
\
) L 240 mV.
15 —_
A Y
\
_I >
c N\t 220 mV.
10
d — -200mV
5 . e
= 180 mV ]
o — |
160mV 7
1%0mV ]
120my
/] 5 10 15 2V
—lpg ———> ~lc = f(—Uce
—Uge = Parameter
tqmb = 25°C
AN
020163 <>

A\ V4

75

/2



TELEFUNKEN

25
mA

20

10

25
mA
20

15

10

76

<JH
\ ¥~

T ! =Ty = 4004
]
|
£~ 350uA ]
]
#=—300I uA
]
'l £ .’50;4144—
17 }
i zaaiM_
,’ AP :=_750:ll£
117 i
' 10044 -
|54 i
=== 504A
] 7 J{l .
/4 Zal ]
Jl, ¢
[ L ] | | ] | | ! | |
o5 10 15V
~lpg ———— —lc = f(—Ucg)
—Is = Parameter
tamb = 25°C
‘ﬁ =60, W. | l TECERUNREN
Ve o, =0
\ —4
\ = =300 uA
- = 25044
\ [
Y —— — 200,01
—— — '
A |
> i S E———— 150,(14
LY
- -F e s G S S—— — 100ﬂA
- “ —
. = 50 A
I
]
10 15 20V
—Uge L —|C = f (_UCE)
—lg = Parameter
tamb = 25°C
A\




TELEFUNK

EN

460
aA s /
400
—lpe=10Y f1V—
/
/4
300 4
I/
7/
T
100 -7
I'
-
0 100 200 300my
S —lg = f(—Usgeg
—Uce = Parameter
tamb = 25°C
30 L . RS/V-B 1552
v S~
™N
\
20 ~--.
“Ugen
65 k2
10 -
he Urer 2007
o+
0
W 2 4 82 2 4 S8 2 4 6apt 2 4 FapSg
Rg————> —Ucer = f (Reg)
fumb = 25°C
G
QJEURL >
030163 7 77

A



TELEFUNKEN

100004z) >

Fra ...

25

a8

20

15

i

78

I o202
/
l'
/
-7 1kQ
—~ 5000
77
/ 1/
77
//
.
-~ -
—
001 2 & 5 ag1 b4 5 81 2 4 & 8 10mA
—lp ——
F (30..10000 Hz) = f (—I¢)
—Uce =6V
RGen = Parameter
tqmb = 25 OC
<H
AV 4




£910v0

O
10 5/V-
R6v.5 1615 R
— hge |
'/
h,’e N Y]
"re \\\ //
/
\\ / A \\\ b
- fe 1 A ~as KK —
! 7 —— hre, hoe —
”I/e 7
hre —
h = AN
/A\ oe N
& \
7 \\
N hie
o 01
901 Qs g g2 g5 1 mA 1 2 ‘& 6 8 1v
-l ——— /' E—
h.e = f("C) h.e = f("UCE)
~Uce = 6V —Ilc = 02mA
tamp = 25°C tamb = 25°C
3

v

NINNd373l



08

10 TELEFUNKEN.

R&/V-B1817 R Yoo [
Yie
e [
Yre
!
Jre & ll
[
i
YiesIte
Joe
g1
901 005 g1 92 05 2mA
_/C ————
y.e = f(=lc)
—Uce = 6V
tamb = 25°C

10

01

[TELEFUNKEN.

R5/V-B 1818 R

<Lk

Yie N

\

[ Jfe

1 2 4 6 810V

—lgg ——

y.e = f(—Ucg
—lc = 02 mA
fqmb = 25 OC

NIdNMNd3131



Sermanivm TELEFUNKEN
Flachentransistor NF-Transistor, rauscharm

Fiir rauscharme Eingangsstufen in Tonbandgerdten und NF-Verstarkern.
Der Transistor hat sehr geringe Reststrome.

Abmessungen
Mafle in mm

c Farbpunkt . 05%
R Ay
» @ T IE

i “15 min, '3;/5 » se'“dlt' max. Ilzg

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe  Lager-Nr. 30578

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung —Ucso 15 v
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 10 A
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 \')
Collectorstrom —l¢ 10 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 30 mW
Sperrschichttemperatur ti 75 °C
Lagertemperatur tsig —40...+75 °C
Wéarmewiderstand Rthu <1 °C/mW

60 TELEFUNKEN|

mw R&/V-8 2118 R|

N
w0 N
N
N
Pt N
AN
20 \
N
\\ Zuléssige Verlustleistung
0 0 20 0 4w & 60 W 8T Piot = f (tamb)
tgmp ————
AN

010165 <>
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucp = 4,5V
Collector-Reststrom, —Ucg = 12V

Collector-Reststrom, —Ucp = 4,5V, tamb = 60°C —Icso

Emitter-Restsirom, —Ugs =45V

Collector-Emitter-Sperrspannung, —Ic = 1 mA

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur togmp = 25°C

Rauschmaf in Emitterschaltung

—Uce =6V, —Ic = 02mA, R = 800Q

f=230.. 2500 Hz
f =30...10000 Hz

Stromverstarkungsfaktor

—Uce =45V, —lc =03mA, f=1kHz

gekennzeichnet mit Farbpunkt
an der Collectorseite

Transit-Frequenz
—Uce=45YV, —lc =03mA

Eingangskapazitét

—Uce =45V, —lc =03mA, f=470kHz

Ausgangskapazitat

—Uce =45V, —lc =03mA, f=470kHz

Basis-Bahnwiderstand

—Uce=4,5Y, —lc = 0,3mA, f = 470kHz

Kleinsignal-Parameter in Emitterschaltung
—Uce =45V, —Ic =03mA, f=1kHz

Eingangswiderstand
Spannungsriickwirkung
Stromverstdrkungsfaktor
Ausgangsleitwert
Eingangsleitwert
Rickwartssteilheit
Yorwartssteilheit
Ausgangsleitwert

82

hie
hre
hte
hee
Yie
Yre
Yfe
Yoe

Min. Typ. Max.
—lcso 0,5 1.5
—lceo 08 2
5 15
~leso 05 15
—Uceo 10
F 3 5
F 25 4
hte (B) 35 90 250
rot 35 65
gelb 55 100
grin 80 150
violett 120 250
fr 2
Cie 170 350
Coe 9 15
bb’ 100
AC160 AC160
rot und gelb griin und violett
65 12,5
48104 59-104
65 135
11,8 18
155 80
0,16 0,13
10,7 1
6,25 133

pA
nA
uA

dB
dB

MHz
pF

pF

kQ

uS

uS
m$
uS
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N =
6‘ - ) — | |
~Ip | ~ —r1" G0u ]
4 et ~ o - l
il
™ —
2 20uA
/) 5 10 114
~UYpp Ausgangskennlinien
~lc = f(~Ucg
—Ilg = Parameter
*amb = 25°C
i
120 — /
MA
/
100 /1
E B
_UCE =6V
40 |/
/]
2 - ~
S
0
100 150 200 250mv
“Upg —— I Eingangskennlinie
—ls = f(—Ugg)
—Uce =6V
tqmb = 25°C
di;
>
020165
Y 83



TELEFUNKEN

/4 — TELEFUNKEN]
R&/V-BN22R
mA
0 e
i
8 /
7
/]
A
_IC ) /' =Upe =6V
4
2
]
/
0 2 40 60 8 100 1204
Strom-Steuerkennlinie
—lc = f(—Is)
—Uce = 6V
tgmb = 25 OC
10" preveroee >
MA {Ra/V-8 123R. —
5
4
4
2
_UEE'SV
0
5 " —
5
4
2 Va o
v
10-7 p.
100 150 200 250my
Uy Spannungs-Steverkennlinie
—lc = f (—Ugg)
—Uce = 6V
tamb = 25°C
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Stromabhéngigkeit der Rauschzahl

F = f(-Ic)
Rec = Parameter
—Uce = 6V
f = 30...10000 Hz
tamb = 25°C

P

—Ucs = 45V
— — — - Streuwerte
——— Mittelwerte
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Stromabhéngigkeit der h-Parameter

h.g = f(_lc)
—Uce = 45V
f = 1kHz

tamb = 25°C

70 TELEFUNKEN]
Ro/ 26 R|
h
h: L o e
\ hoe
7 \ ‘ "hie-hfe
hie
e
a1
o1 02 04 06081 2 4 £ 81 20

g ———»

Spannungsabhdéngigkeit der h-Parameter

h.e = f(—UCE)

—lc = 0,3 mA
f = 1kHz

tamb = 25°C

L4

NINNMNd3T731



TELEFUNKEN

Spannungsabhéangigkeit
der y-Parameter

y.e = f(—Ucg)
—lc = 03 mA
f = 1kHz
tqmb = 25°C
Stromabhéngigkeit
der y-Parameter
Y.e = f(—lc)
—Uce = 45V
f = 1kHz
tamb = 25°C
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e
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Zulassige Collectorspannung
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Germanium

Pnp-

Fléichentransistor

TELEFUNKEN

NF-Transistor

Abmessungen

Mafle in mm

[\
w\
c . L —_{0

Fir die Verwendung in NF-Vorstufen und Treiberstufen.

957

/

©

Zubehor

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30503
Zwischensockel Lager-Nr. 30522

Isolierkappe Lager-Nr. 30578

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung bei Rge = 1kQ
Collector-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Collectorstrom

Verlustleistung bei tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Wérmewiderstand

010165

min.375

‘ rlo7o,5

—Uceo
—Ucer

—Uceo
—Ueso
—lc

Ptot
ti

ts!g

Rthu

32
32
15
10
200

90
—55...+75

IA

0,5

—.I Gewicht: max. 1,29

°C/mW

89

VI



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Arbeitspunkt —Uce=5V, —lc =2mA
Basisspannung —Uge
Basisstrom —lg
Arbeitspunkt —Ucg =0, —lc = 50mA

Basisstrom —Ig

Arbeitspunkt —Ucg = 0, —lc = 100 mA

Basisspannung —Use

Basisstrom —Is
Stromverstarkung II—‘;

—Uce=5Y, ~lc= 2mA B

—Ucg=0, —lc= 50mA B

~Ucs =0, —lc=100mA B
Collector-Reststrom, —Ucg = 10V —lcso

—Ucs = 10V, tamb=75°C —Icso
Emitter-Reststrom, —Ugg = 5V, tamb = 75°C —leso
Collector-Emitter-Sperrspannung, —Ices=0,5mA —Uces

Emitter-Basis-Sperrspannung, —lgg = 15pA —Ueso

165
16 <

625

1,33

125 >

75

vV A IA IA

v

40

50

10

550
32
10

mV

pA

mVY
mA

pA
nA

pA

90




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tamb = 25°C

Transit-Frequenz fr 17> 1.2 MHz
—Uce=2V, —lc =10mA

Grenzfrequenz fs 17> 10 kHz
—Uce=2V, —lc=10mA

Collectorkapazitét Cob 2] pF
—UcB =6V, lg=0, f =470kHz

Rauschfaktor F 5< 12 dB
—~Uce =46V, —lc =02mA, f=1kHz,
Rg = 800 Q
Vierpol-Parameter

Emitterschaltung, f = 1kHz, —Uce =6V, —Ic = 2mA

A

Eingangswiderstand hie 25 kQ
Spannungsriickwirkung hre 55-10+4
Stromverstérkungsfaktor hte 125 (80...170)
Ausgangsleitwert hoe 65 us
7AN
<>






Sermanium TELEFUNKEN

pnp-

Fléichentransistor NF-Transistor

Fiir die Verwendung in NF-Vorstufen und Treiberstufen.

Abmessungen
Mafle in mm
g95%

v

¢ __—{ /

f L I
795 min.375 Gewicht: max.1,2g

@

Zubehor

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30503
Zwischensockel Lager-Nr, 30522

Isolierkappe Lager-Nr. 30578
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 32 V'
Collector-Emitter-Spannung bei Rge = 1kQ —Ucer 32 \"
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 15 \')
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 A
Collectorstrom —-lc 200 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 90 mW
Sperrschichtemperatur t +90 °C
Lagertemperatur tsig —55.+75 ©°C
Warmewiderstand Rihu <05 °C/mW
>
QJEgN| >
010165 \ ¥ 93

V77224



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei 'umb = 25 OC

Arbeitspunkt, —Uce =5V, —lc =2mA

Basisspannung

Basisstrom

Arbeitspunkt, Ucg = 0, —Ic = 50 mA

Basisstrom

Arbeitspunkt, Ucg = 0, —Ic = 100 mA

Basisspannung

Basisstrom
Stromverstarkung _Il.(é.

—Uce=5Y, —lc= 2mA

—Ucg=0, —lc= 50mA

—Ucg =0, -—lc=100mA

Coliector-Reststrom, —Ucg = 10V

—Uge
—1Ig

—lcso

_UCB =10 v, tamb = 75°C —lcBo

Emitter-Reststrom, —Ugg = 5V, tamb = 75°C

Collector-Emitter-Sperrspannung,
—lces = 0,5 mA

Emitter-Basis-Sperrspannung, —Ilgg = 15 pA

94

~leso
—Uces

—Ueso

165
n

385

< 3

A A

550

v IA

[\
=)

mVY
pA

pA

mVY
mA

<333

<




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tgmb = 25 °C

Transit-Frequenz fr
—Uce=2V, —Ilc=10mA

Grenzfrequenz fs
—Uce=2V, —lc =10mA

Collectorkapazitét Cob
—Ucs =6V, le=0, f = 470kHz

Rauschfaktor F
—Uce =6V, —Ic =02mA, f =1kHz, Rg = 800Q
Vierpol-Parameter

Emitterschaltung, f = 1kHz, —Ucge =46V, —Ic = 2mA

23> 17
17> 10
21
5< 12
40

6-104

200 (130...300)
83

MHz

kHz

pF

dB

kQ

uS

Eingangswiderstand hie
Spannungsriickwirkung hre
Stromverstdrkungsfaktor hte
Ausgangsleitwert hoe
AN
020164 <>

95

WA






AD 138

Germanium TELEFUNKEN AD 138/50

pnp-

Fléchentransistor NF-Leistungstransistor

Fiir NF-Endstufen und Leistungsverstiirker. Fiir Gegentaktschaltungen
kdnnen die Transistoren auch paarweise ausgesucht geliefert werden.

Abmessungen
Mafle in mm

>

7%

/

’

¥

">
N
£ 8
—>i43 ‘I 85 172,5;%;5

<—-25,5 —

/4
30

Gewicht: max.22g
Normgehduse JEDEC TO 3
Zubehor

Isolierscheibe Lager-Nr. 30509
Isolierbuchse Lager-Nr. 30581

010165 <>

97

A



AD 138 TELEFUNKEN

AD 138/50
Grenzdaten AD138  AD 138/50

Collector-Basis-Spannung —Ucso 40 70V
Collector-Emitter-Spannung, —Ilc = 0,5A —Ucko 30 5 V
Collector-Emitter-Spannung, —Ilc = 10A —Ucko 25 35 V
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 2 Vv
Collectorstrom —lc 8 8 A
Collectorspitzenstrom —lem 15 15 A
Verlustleistung bei tease < 45°C Piot 30 w
Sperrschichttemperatur ti 90 °C
Lagertemperatur tstg —55..+75 °C
Waérme-Innenwiderstand RiG =15 °C/wW

30

W N\ R6v 205 R

20

\\R the
Ptor 3
N\
10 - AN
AN
0
g 50 100 °¢
legse ——m

Zuléassige Verlustleistung
Ptot = f("case)

% &



TELEFUNKEN AD 138
AD 138/50
Statische Kenndaten
bei tomb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Arbeitspunkt —Uce=1,5V, —lc =05A
Basisspannung —Use 03 < 0,5 \'4
Basisstrom —Is 8 <125 mA
Arbeitspunkt —Ucg = 1,5V, —Ic =5A
Basisspannung —Uge 07 < 1,1 v
Basisstrom —lg 120 < 200 mA
Stromverstéarkung :—:
~Uce= 15V, —Ic=0,5A B 62,5 > 40
—Uce=15Y, —Ic= 5A B 42 > 25
—Uce=15V, —Ic= 8A B 3> 2
Collector-Restspannung, —Ucg =0, —Ic =8A —UcErest 08 < 15 \'
Collector-Reststrom, AD 138 AD 138/50
—Ucs =30V . —Icso 01< 1 mA
—Ucg =50V —IcBo 012< 1 mA
—Uc =30V, tamb = 85°C —lcBo 5< 15 mA
—Ucg = 50V, tamb = 85°C —IcBo 5< 15mA
Emitter-Reststrom,
—Uegs =15V —leso 01 1 01< 1 mA
—Ues = 15V, tamp = 85°C —IleBO 4< 10 4< 10mA
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc =0,5A —Uceo =30 =50V
—lg=10A —Uceo =25 =35V
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ic= 5mA —Ucso = 40 =70V
Bedingungen fiir paarweise Lieferung
Arbeitspunkt —Ucg= 9V, —Ic = 50mA A Ugg = 10 mV
Basisspannung —Uge 140...180 mV
Arbeitspunkt —Uce= 15V, —lc =05A Alg < 25 %
Arbeitspunkt —Uce =15V, —Ic= 5A Alg < 25 %
AN
020164 <> 99

A



AD 138 TELEFUNKEN

AD 138/50

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Typ.
Grenzfrequenz, —Uce =6V, —lc =0,5A fs 55 kHz
Ausgangskapazitét Cob 300 pF
—Ucg =6V, —lg =0, f = 470 kHz
Basis-Bahnwiderstand bb’ 10 Q

—Uce =6V, —lc=1A.f=470kHz

100 NV 2



TELEFUNKEN

AD 138

AD 138/50
] b T ] TELEFUNKEN]
A Py ‘Ig=500’”4 R&/V-B 2146 R
1 500mA
-
—l:"—- 400mA
» =T s00m
] - 250mA
. — T
r— ke 200mA
_I p— —
c Ir L == 150mA
5 Fror =30 100ma
™ i - e [ 75 MA
\.#_ b == 5014
I\. — 25mA ]
0 i ! ] 70mA
10 20 30v
Ausgangskennlinien
Uy
ct —lc = f(—Ucg)
—Ig = Parameter
tqmb = 25°C
J
400
~Uge=15¢ F
I
300 [
-1 7
200
J
100
~
0
0 92 04 06 08 v
Eingangskennlinie
e — —~lg = f (—Use)
—Uce = 1,5V
tamb = 25°C

030164

101
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AD 138 TELEFUNKEN
AD 138/50
7 [
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Sermanivm TELEFUNKEN

pnp-
Flachentransistor Leistungs-Transistor

Fir NF-Endstufen und Leistungsverstarker. Fir Gegentakischaltungen
kdnnen die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden.

Abmessungen
Mafle in mm

Gewicht: max.10g

Zubehor
Isolierbuchse Lager-Nr. 30510

Isolierscheibe Lager-Nr. 30582

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung —Uceo 45 v
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 30 \'
Collector-Emitter-Spannung, mit Rge = 500 Q —Ucer 45 \"
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 12 v
Collectorstrom —lc 1 A
Collectorspitzenstrom —lcm 2 A
Verlustleistung tease < 45°C Prot é w
Sperrschichitemperatur ti 90 °C
Lagertemperatur tsig —55..+75 ©°C
Waérme-Innenwiderstand Ring 75 °CIwW

010165 <>

v 4 105

M



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei famb = 25°C
Arbeitspunkt, —Uce =6V, —Ic = 50mA

Basisspannung
Basisstrom
Arbeitspunkt, —Uce =1V, —Ic = 300 mA
Basisspannung
Basisstrom
Stromverstérkung %
B
—Uce =46V, —Ilc= 50mA
—Uce =1V, —lc =300 mA
Verhdlinis der Stromverstérkungen
—Uce =6V, —Ic= 50mA zv —lc = 300 mA
—Uce=1V, —lIc=03A zu—Ilc= 1A

Collector-Reststrom, —Ucg = 45V
—Ucs= 6V
—Uc =6V, tamb = 70°C
—Ucs =45V, —Uss =0V
Emitter-Reststrom, —Ugs =12V

Collector-Emitter-Sperrspannung, —l¢ = 11 mA
mit Rge = 500Q, —lc = 1TmA

—Use

—Uge
—Ig

—lceo
—Icso
—lceo
—lces

—leso

—Uceo
—Ucer

Min,

50

Typ. Max.

240
0,6
410

6
83

150

13

13

30

20

500

250

30

mY
mA

mY
mA

nA
pA
pA
pA

<

106




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tqmb = 25 °C
Grenzfrequenz
—Uce =2V, —Ilc=10mA

Bedingungen fiir paarweise Lieferung
Arbeitspunkt, —Uce =6V, —Ic = 10mA
Basisspannung
Arbeitspunkt

—Uce=46V, —lc= 50mA
—Uce =1V, —lc =300mA

020165

fs

AUge
—Use

Alg
Alg

<

11

10

155..215

IA IA

25
25

kHz

mV
mY

%
%

107
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TELEFUNKEN
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‘Ig =14mA TELEFUNKEN;
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i Ausgangkennlinien
CE —lc = f (—Ucg)
—lg = Parameter
tamb = 25°C
TELEFUNKEN
R&/V-B2315R
/
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e - Eingangkennlinie
—Ig = f (—Ugg)
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[aD152] TELEFUNKEN
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Germanivm TELEFUNKEN

pnp-

Flachentransistor NF-Leistungstransistor
Fiir NF-Endstufen und Leistungsverstirker. Fiir Gegentaktschaltungen
konnen die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden.
Abmessungen
Mafle in mm
/AN {
/YN 3
5 6+07 S f
RO
I ¥
“‘I E B }
427
- 79 — 85 Gewicht: max.10g
Zubehor
Isolierbuchse Lager-Nr. 30581
Isolierscheibe Lager-Nr. 30582
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Uceo 25 \'
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 16 \
Collector-Emitter-Spannung mit Rge = < 500Q —Ucer 25 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 12 \
Collectorstrom —lc 1 A
Collectorspitzenstrom —lcm 2 A
Verlustleistung, tcase < 45°C Piot 6 w
Sperrschichttemperatur t; 90 °C
Lagertemperatur tstg —=55..+75 °C
Wdérme-Innenwiderstand RihGg <75 °C/W
A\

010165 <@>

N 13

W



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Arbeitspunkt —Ucg =6V, —I¢c = 50mA
Basisspannung
Basisstrom
Arbeitspunkt —Uce = 1V, —Il¢c = 300 mA
Basisspannung
Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhaltnis
—Uce =6V, —Ilc= 50mA
—Uce =1V, —Ic =300mA
B-Verhaltnis
—Uce =6V, —lc = 50mA zu —Ic = 300 mA
—Uce=1V, —lc=03A zu—Ic=1A
Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucp = 25V

Min.

—Uge
_|B

—Uge
—Ig

—lcBo
—lcBo

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V, tamb =70°C —Ico

Collector-Reststrom, —Ucg =25V, —Ups =0V
Emitter-Reststrom, —Ugs = 12V
Collector-Emitter-Sperrspannung

—Ilc =12mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
—lc = 1mA, Rge = 500Q

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Grenzfrequenz
—Uce =2V, —lc =10mA
Fiir paarweise Lieferung ist:

Basisspannung
bei —Uce =6V, —lc = 5mA
Basistrom
bei —Uce =6V, —lc = 50mA
bei —Uce =1V, —lc = 300mA

—lces
—IeBO
—Uceo 16

Ucer 25

Min.

AUgg

Alg

Typ.

240
0,42

400

120

Typ.

11

Max.

7.5

1,3
13

20
30
500
250
30

Max.

10

25

mVY
mA

mY
mA

uA
uA
uA
uA
pA

kHz

mY

%
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TELEFUNKEN

7,0 —IB=70m’4 T TELEFUNKEN
9mA R&/V-B 2290 R
A prasossest ‘
8mA
7mA
6mA
5mA
_IC 0’5 4mA
A 3mA
ZmA
TmA
0,5mA
0 5 10 15 Yirls
- Ausgangskennlinien
Vet —lc = f(~Ucp)
—lg = Parameter
tamb = 25°C
m Rerv-BZMIR
/
10 /
T /
-1
5, /
//—UCE=1V
/
— /
0 01 02 03 04 05 06v
Eingangskennlinie
Y/ S— —lg = f (—Ugg)
—Ucg = 1V
tqmb = 25 OC

020165

2\
(T
AV 4

115

A



(AD155]

TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN

150 TELEFUNKEN]
R5/V-B 2294 R
V=
T 100 ——
B
50
0 05 104
~Ip ——— B =f(-l)
—Uce =1V
Collector-Basis-Stromverhdltnis tamb = 25°C
30 ELEFUNKEN]
v R6/V-8 2207 R
nL‘.‘
\\
T 20 ~
N
-
“Uper
180k2
1 -
R Yoer IZWV
o+
, | | |
702 2 4 6 8 103 2 4 5§ 8 104 2 4 6 8 1059
Reg — =
o —Ucer = f (Reg)
Zuléssige Collectorspannung tamb = 25°C
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Temperaturabhéngigkeit des Reststromes

—lceo = f (t)
—Ucg = 6V
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Germanivm TELEFUNKEN

pnp-
Flachentransistor

Leistungs=Schalttransistor

Besonders fiir die Verwendung als Schalter in Blitzlichtgerdten geeignet.

Vorléufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

Der Collector ist mit dem Gehéuse verbunden.

0852
< /
&
82 11 ~—l Gewicht: max.5g
Normgehd&use JEDEC TO 8

Zubehér
Isolierscheibe Lager-Nr. 30 594
Befestigungsflansch Lager-Nr. 30593
Isolierbuchse Lager-Nr. 30510

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 40 \'
Collector-Emitter-Spannung, +Upe =1V —Ucev 40 v
Collector-Emitter-Spannung, —lc = 2A —Uceo 30 v
Collector-Emitter-Spannung, —lc = 10 A —Uceo 22 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 \"
Collectorstrom —lc 10 A
Verlustleistung bei tcase = 45°C Prot 9 w
Sperrschichitemperatur 4 90 °C
Lagertemperatur tstg —55..+75 °C
Warme-Innenwiderstand Rihg 5 °C/W

010165 < keN >
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucg = 40V —lceo
Collector-Reststrom, —Ucey= 40V, +Uge =1V —lcey

Collector-Reststrom, —Ucey= 40V, tj =90°C  —lcev
Emitter-Reststrom, —Ugp = 10V —leBO
Emitter-Reststrom, —Ugg =10V, tj=90°C  —lego
Arbeitspunkt —Uce =0,5V, —Ilc=0,5A
Basisspannung —UBe
Basisstrom —ls

Arbeitspunkt —Uce =05V, —lc= 5A

Basisspannung —Use

Basisstrom —Is

Arbeitspunkt ~Ucg = 0,5V, —lc = 10A

Basisspannung —Use

Basisstrom —lIs

Collector-Basis-Stromverhadltnis

—Uce=05Y, —Ic=05A B

—Uce=05Y, —lc= 5A B

—Uce=05Y, —Ic= 10A B
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ic= 1mA —Ucso
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 2A —Uceo
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 10A —Uceo

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C

Grenzfrequenz, —Uce=6V, —lc=05A fs
Transit-Frequenz, —Uce =6V, —lc=05A fr

Min.

Typ.
0,8

03
6,6

0,55
m

07
300

75
45
33

300

Max.

1
1
10
1
10

250

14
750

mA
mA
mA
mA
mA

mA

mA

mA

kHz
kHz

120




Silizium TELEFUNKEN

Planar-Transistor

NF-Transistor

Vorléufige technische Daten

Fiir rauscharme Eingangsstufen.

Abmessungen
Mafle in mm

’

Gewicht: max.1g
Metallgehéuse TO 18

Der Collector ist mit dem Gehé&use verbunden.

32
32
5
30
5

260

300

175
—55...+175

0,5

<

mA
mA

mW
mW
°C
°C

°C/mW

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso
Collector-Emitter-Spannung Uceo
Emitter-Basis-Spannung Ueeo
Collectorstrom lc
Basisstrom Is
Verlustleistung bei tamp = 45°C Pior
bei fumb = 25 °C Pfo?
Sperrschichttemperatur ti
Lagertemperatur tstg
Wérmewiderstand Rihu
di>
QEUNIS
010165 \¥ %
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C {falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, Ucg = 10V
Collector-Reststrom, Ucs = 10V, tj = 175°C
Collector-Reststrom, Ucp = 32V, tj = 175°C

Emitter-Reststrom, Ugg = 5V
Collector-Sattigungsspannung
bei Ic = 10mA, Ig = 0,5mA

Arbeitspunkt, Ucg = 5V, —Ig = 10pA
Basisspannung
Basisstrom

Arbeitspunkt, Ucg = 5V, —Ilg = 10mA
Basisspannung

Arbeitspunkt, Ucg =5V, —lg= 2mA
Basisstrom

Collector-Emitter-Sperrspannung, Ic = 2 mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Rauschmaf3, f = 10... 10000 Hz
Uce=5Y, Ic = 10pA, R = 10kQ

Transit-Frequenz
Ucg =5V, —lg=0,5mA
Ucg =5V, —lg= 10mA

Stromverstérkungsfaktor
Ucg =5V, —le= 2mA

lcso
Iceo
lcso

leBo

Ucksat

fr
fr

Min.

470
30

32

50
150

100

Max.

10

20
10

550
250

800

25

600

nA
uA
nA

nA

mV
nA

mY

pA

dB

MHz
MHz
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Germanium TELEFUNKEN OD 603
pnp-
Fléichentransistor Leistungsstufen
Gleichstrom-MeBwerte, tqmp = 25°C
1. Arbeitspunkt —Uce =7V, —Ic =60 mA
Basisspannung —Uge 265 mV
2. Arbeitspunkt —Uce =1V, —Ic =200 mA
Basisstrom —Is 3 mA
Basisspannung —Uee 370 mVY
3. Arbeitspunkt —Uce =1V, —Ic = 1400 mA
Basisstrom —Ig 5 < 90 mA
Basisspannung —Uee 850 < 1100 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 10 < 25 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck =6 V —lek 3 < 80 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, ~Uce =6V —lceo 450 pA
Basis offen
Wiérme-Innenwiderstand Ritherm £ 75 °CIW
Wiérmewiderstand Riherm < 150 oC/W
Bedingungen fir paarweise Lieferung
Statische Werte
Arbeitspunkt: —Ilc = 1400mA, —Uce=1V
Spannung Basis-Emitter AUge < 50 myY
Stromverstarkungsfaktor = B = :—9 AB < 2 %
B
Arbeitspunkt: —lc =60mA, —Uce=7V
Unterschied zwischen beiden Transistoren:
AUge < 15 mV
>
QJEUN| >
oloted \ v 123
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko 30
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 40
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso 40
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UEBo 10
bei offenem Collector

Collectorspitzenstrom, —lesp 3
Impulsbreite < 1 ms

Collector- + Emitter-Verlustleistung,

tamb = 25°C in ruhender Luft Pc+E 430

tamb = 45°C in ruhender Luft Pc+E 300

tGehause < 45°C Pc+E 6

Sperrschichttemperatur f 90
max. Abmessungen

£ griipe Isolation
B gelbe Isolation
C blanker Draht

Collector mit Gehé&use verbunden

Gewicht: max.12¢g

Zubehor

Befestigungsflansch Lager-Nr. 30513
Isolierscheibe (Oval) Lager-Nr. 30 508
Isolierscheibe (Rund) Lager-Nr. 30514
Befestigungsflansch (Metall) Lager-Nr. 30511
Isolier-Ring Lager-Nr. 30512

124 N



TELEFUNKEN

2 e lgr =120 7Y |
,/ |
20 A 1100 mV |
/ I T
1000 mV —|
] |
900 my —
%5 1|
800 my ]
I & ——
700 my —
10 7 I
600 mV __|
D — 500 my —
05 ps [
Z TE
300 mV ]
% -
0 01 62 63 04 G5 06 07 08 09V
~lpg — > —lc = f(—Ucg
—Use = Parameter
tgmb = 25°C
48 | - ey
A Al =l =1200 MV o
——P“+“=6W [ + -
L —===—11700 MV
20 -
A _— 1000 mV.
\ |
15 —E=r==—g0nV
AR 800 mv
-l .
< 700 mvy
10 =TT
e
-
05 =500 MV
00 mV
300 mV
0 5 10 %5V
Upg — —lc = f(—Ucg
—Uge = Parameter
iqmb = 250C

020164 <>
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TELEFUNKEN

Ie

15

10

05

20

15

10

095

126

SR g = 100 mA _|
90 mA
80 mA | |
B g 70 mA
] 60 mA
/ 50 mA
/i Loma
/4 - 30 mA
T
V/ 1V 20 mA
/485 !
/}// 10 mA
/7 !
4 mA
1
/a 2 mA
'z [
05 7,0 7,5 4
~le - =lc = f(—Uce)
—lg = Parameter
tumb = 25°C
p£7£= W, i . 100 'm 4 REN b 990
' 90mA
K= =F—=+— 8014
A o e pm e =t 70 A
e | 5 MA
N |
\“_—— vt e = 50 A
N !,0/‘714
IS 30mA
‘. !;
P 20 mA
\N 4
~ -~
4 mA
2mA—|
|
5 10 15V
Uy > —lc = f(—Ucg
—Ig = Parameter
tamb = 25°C
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TELEFUNKEN

¢ [ =Y
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P 05V
100
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6 Z 0,25V
y/
7
2
-IC
1077
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2
1072
0 05 10 15V
-”Bf B ‘“'C = f (_UBE)
—Uce = Parameter
tamb = 25°C
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/,
P
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/
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77
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/
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0 50 100 150 mA
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—Uce = Parameter
AN\ tamb = 25°C
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TELEFUNKEN

70
TELEFUNKEN

mA | rev-s1m3R ‘UL‘EY" g5V v
f ]

100 /
80 / 1/

/
v 1/

40 /

20 /

[/} 05 10 1wV

~lUgg ——> —ls f (—Uee)
—Uce Parameter

tamb = 25°C

50 TELEFUNKEN
RS /V-B1294R

40

“Upep
20

k2

Y 200v
R eer
10 +

09! 2 4 6 8492 2 4 6 84p3 2 4 6apb 2 4 6895 g

| . —Ucer = f (Ree)
8 tomb = 25°C
/A\\

<
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1072
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—lc = f (Ugs)
—Ucs = Parameter
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Germanium
pnp-
Flachentransistor

TELEFUNKEN

| oD 603/50 |

Leistungstransistor mit

hoher Sperrspannung

Basisstrom

Basisspannung

Basisstrom

Basisspannung

Reststrome

Collectorreststrom, —Ucg =6V
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck = 6 V
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Ucg = 6 V
Basis offen

Wiéirme-Innenwiderstand

Waérmewiderstand

010164

Gleichstrom-MeBwerte, toms, = 25°C

1. Arbeitspunkt —Uce =1V, —lc =100 mA

—1g
—Use

2. Arbeitspunkt —Uce =1V, —lc = 500 mA

~Ig
—Use

~lebo

—lek

_Iceo

Ritherm

Rtherm

370

20
700

10

30

450

< 32
< 1100

A

7,5

A

150

mA
mVY

mA
mV

5

oC/W

oC/W

131
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| OD 603/50 |

TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter ~Uceo
bei offener Basis
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis ~Ucgo
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —UkBo
bei offenem Collector
Collectorspitzenstrom, —lcsp
Impulsbreite <1 ms
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C in ruhender Luft Pc+E
tamb = 45°C in ruhender Luft Pc+E
tGehause < 45°C Pc.E
Sperrschichttemperatur Ul
max. Abmessungen
I R E grineIsolation
8 ® B gelbe /solation
b N3 C blanker Draht
N~
‘“;
- 95 l—— 36 ‘J
Collector mit Geh&use verbunden
Gewicht: max. 12 g
Zubehor
Befestigungsflansch Lager-Nr. 30513
Isolierscheibe (Oval) Lager-Nr. 30 508
Isolierscheibe (Rund) Lager-Nr. 30514

Befestigungsflansch (Metall) Lager-Nr. 30511
Isolier-Ring Lager-Nr. 30512

132
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TELEFUNKEN [ OD 603/50 |

700 g
mA [T 1%
~Ugg = 800 mV r_§ 2
600 ! i 35
700 mV
500
400 [
500 mV
& a0
500 my
200 } !
400 my
1 ]
" 300 my
"200 mV
0 05 10 15 v
~lpp — =lc = f(-Ucs
—Uge = Parameter
tamb = 25°C
o0 [BESERE_ [T 1 T 1
Prp£ = 6W L
mA \ -UBE =800 mV
800 e
e e
700 L Nl
~N
600 - 700 my
500 s ~ —
- /L‘ -~ ~
400 600 mV
o 500m
200 ! !
4I00 mr—
100 st
200 my
0 § 10 %5V
~lpg ——» —lc = f(—Ucg)
—Uge = Parameter
famb = 25°C
A\

Y
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OD 603/50 | TELEFUNKEN

125 [fenarany ~Upg = 350 mV ]
mA
—
100 -
= 1300 mV
75 =
—’
-/C ] — -
50 § 250 mV
puner)
|
fumase)
pamnst
25 200 m
0 10 20 30 40 5 VvV
~lpp ———> —lc = f(—Uce)
—Uge = Parameter
tumb = 25°C
P ]
oy ~lg= 45mA_]
800 i
70 35 mAT
17
600 9 7 25 mA_]
-/L. 500 / 7
400 ' 15 mA—]
e e e e e —___ ———
200 J 74V 4
f
200 '/ 5mA |
A
100 74
0 g5 10 BV
~lUpg ——> —lc = f{—Ucg
—Ip = Parameter
tqmb = 25°C
\
D
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TELEFUNKEN

| OD 603/50 |

TELEFUNKEN T T T I
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[ OD 603/50 | TELEFUNKEN

1200 TELEFUNKEN
R8/V-B1303
mA
1000 ST - 05V
900 e
800 A
v -
700 e —
600 e T -
—-/ AV,
¢ 7 1A -
500 7 —
400 AT
300 ]
200 4
100 (HA-
0 10 20 30- 40 50 60 70 mA
~lc = f(~Ig)
-fp——
s —Uce = Parameter
tqmb = 25°C
[
RS /V-B 1304 R.
40 ~Upg=10V_
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// ,/
30 / / 015 V_
/
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0 i
100 200 300 400 500 600 700 600 mv
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fqmb = 25°C
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TELEFUNKEN | OD 603/50 |

TELEFUNKEN|
3/V-B1305 R
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Standard -Typen

HF-Transistoren }
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Germanium TELEF““KE“

pnp-Mesa-
Flachentransistor VHF-Transistor

Fir die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz.

s .
Abmessu.ngen s ~| 05 °
MaBle in mm "’_l_ i’

st \
& -
o F] 53 L 73 —-J Gewicht: max.0,5g

Normgehéuse JEDEC TO 18

48

Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522

Grenzdaten
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 18 \'
Collector-Basis-Spannung —Uceo 25 \
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 03 \'
Collectorstrom —lc 10 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 60 mW
Sperrschichttemperatur t 90 °C
Lagertemperatur tstg —30..+75 °C
Warmewiderstand Rihu £075 °C/mW
Waérme-Innenwiderstand Rinc < 04 °ClmW
o AT
mW N -
50 \\
N Reny
40
N
30 N
Prot N
20
N
10 N
N\
0
25 50 75 100°C
Zuldssige Verlustleistung
bamb Pfot = f(fﬂmb)

AN
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei "amb = 25 OC

Arbeitspunkt —Ucg = 12V, —Ic = 1 mA

Basisspannung —Use

Basisstrom —ls
Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic = 2mA

Basisspannung —Use

Basisstrom ~Is

Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic = 5mA

Basisspannung —Use
Basisstrom —Is
Stromverstarkung II—C

B
—Uce =12V, —=Ic = 1mA
—Uce= 6V, —lc=2mA
—Uce= 4V, —lc=5mA

325 (250...380)
20 < 100

340 (280...400)
29

360 (300...420)
42

50 > 10
70
120

05< 10

> 18

1\

25

v

03

myY

mY

mV
uA

<

Collector-Reststrom, —Ucg = 12V —lcBo
Collector-Emitter-Sperrspannung —Uceo
—Iceo = 0,5mA
Collector-Basis-Sperrspannung —Ucso
—lcso = 0,1 mA
Emitter-Basis-Sperrspannung , —Ueso
—leso = 0,1 mA
A\
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei *amb = 25 °C

Arbeitspunkt —Ucgbzw. —Ucp = 12V, —lc = 1 mA

Transit-Frequenz fr 220 > 170
Maximale Schwingfrequenz fmax 1,2(0,7...1,6)
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B 65 > 12
Rauschfaktor, f = 200 MHz, Rg = 60 Q F 55< 75
Rickwirkungskapazitét, f = 450 kHz Cre 0,5
Riickwirkungszeitkonstante, f = 100 MHz mb -Che 6< 15
Leistungsverstérkung Veb 14 (10...17)

Basisschaltung, f = 200 MHz

602 InF ¢
I o
N\,
6ontt 2% 40pF 2. 100F 00
nf
T
&]mm y
I
+ 73V —nv

74

AN\
=
\J

MHz
GHz

dB
pF
ps
dB

Der Kondensator C ist so zu wéhlen, dafl der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 1,6 kQ hat.
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TELEFUNKEN

Vierpol-Parameter
Basisschaltung, f = 200 MHz, —Ucp = 12V, —lc = 1 mA
Eingangsleitwert Re yib 31 m$
Im yib —12 m$S
Eingangskapazitdt Cib —-9,5 pF
Rickwartssteilheit Re yib ~0 m$S
Im yib —0,5 mS
Rickwirkungskapazitét Crb —0,4 pF
Vorwaértssteilheit N 27 mS
Pfb 115 o
Ausgangsleitwert Re yob 0,15 m$S
Im yob 1,9 mS
Ausgangskapazitat Cob 15 pF
Basisschaltung, f = 100 MHz, —Ucg =6V, —lc = 1mA
Eingangsleitwert Re yib 36 mS
Im yib ) m$
Eingangskapazitét Cib -9,5 pF
Rickwértssteilheit Re yrb —0,04 m$S
Im yrb —0,48 m$S
Rickwirkungskapazitét Cib —0,64 pF
Vorwértssteilheit | yéb | 335 mS
Pfb 42 °
Ausgangsleitwert Re yob 0,09 m$S
Im yob 1 m$S
Ausgangskapazit&t Cob 14 pF
Emitterschaltung, f = 35 MHz, —Uce = 12V, —lc = 1mA
Eingangsleitwert Re yie 1,5 m$
Im yie 5 mS
Eingangskapazitét Cie 23 pF
Riickwadrtssteilheit Re yre ~0 m$S
Im yre —0,14 mS
Rickwirkungskapazitat Cre —0,65 pF
Vorwaértssteilheit | yte 36 mS
Pfe —-12 °
Ausgangsleitwert Re yoe 0,01 m$
Im yoe 0,31 mS
Ausgangskapazitét Coe 14 pF
<&
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—lg = Parameter
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~Uge = Parameter
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Re Yos —l¢, f = Parameter
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Eingangsleitwert yie in Emiﬁerschdltung
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Vorwdrtssteilheit yse in Emitterschaltung
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Flachentransistor UKW-Vorstufe
Gleichstrom-MeBwerte, tams, = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc =1 mA
Basisstrom —lg 8 RA
Basisspannung —Use 220 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 25 < 10 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lcer < 50 17.3
Ree = 30kQ
Emitterreststrom, —Ugs = 0,7V —lebo 3 A

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 1 mA

Grenzfrequenz fr 55 MHz
Stromverstdrkungsfaktor, f = 1 kHz ] 110
Rickwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz rob * Cb'c 25.10-12 s
did
QD
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Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Ucg =6V, —lc = 1 mA

Basisschaltung, f =100 MHz

Eingangsleitwert yib = gib + jocib gib 31,2 m$
@Cib -1,89 m$
Eingangswiderstand g_jl-: 32 Q
Eingangskapazitat Cib -3 pF
Rucksteilheit —Yrb = Orb + jwCrb Orb —50 uS
wCrb 315 uS
Riickwirkungswiderstand §:—b -20 kQ
Rickwirkungskapazitdt Crb 0,5 pF
Vorwartssteilheit i = | yib | - ei®fb lyml 2 mA/V
%fb 8 °
Ausgangsleitwert  yob = gob + j®wCob Yob 0,285 m$
®Cob 176 m$S
Ausgangswiderstand L 35 kQ
Job
Ausgangskapazitét Cob 28 pF
4@»
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei Rge = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Basis
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur

Zubehor

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
lsolierkappe  Lager-Nr. 30578

020164 <>

—Ucer

—Ucso

—Ueso

PC+E

ti

max, Abmessungen

A3
©

A S |

) U 05 Dmm. 20 —>l

Gewicht: max.1g
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TELEFUNKEN

AF 134 fir UKW-Vorstufen

Die fir UKW-Vorstufen geeigneten Tran-
sistoren AF 134 werden in der unten

Fiir die nachstehenden

156

angegebenen Mef3schaltung bei einem Ge- Betriebswerte
nerator-Widerstand Rgen ca. 35Q (Rausch- Betriebsspannung Ub é
anpassung) auf ausreichende Leistungsver- Collectorstrom —lc ca. 1,4
stérkung Eingangsfrequenz fo 100
Pout Uout 2, RgGen ergeben sich folgende
Gv = PGen =( UGen ).4' Rout
MeBwerte
ausgemessen. Leistungsverstdrkung Gy 14,5 > 13
Rauschzahl F 75< 9
Ry = 2,1 kQ
300 oF AF134 _ out §
Fien X prosser
k17! 4 0,27uH
| =100 MHz 240 10 pF Ry Yout
1 n — 5k
Ef” 300 pF T 500 300\pF a 1
N o 3
)—o—o o - o ’e
L )
Up
5 +

v
mA
MHz

dB
dB

Rp ist so gewdhlt, daf3 der GesamtauBenwiderstand fiir den Transistor Rout = 2,1 kQ betrdgt
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TELEFUNKEN
R6/V-B1759 R
—lpg =280mV
260mV
I l 2401nl/~
220mv
200mV
7180 mV
05 1 15 18V
~lpp—— —lc = f(~Uce
—Uge = Parameter
fqmb = 25°C
N b pn TELEFUNKEN
\P£+E_ 6‘0 mWI | ‘ R6/V-B1760R
- '—”3£=ZHUMV
AN
A Y
\
N
-~
\\ .
< 260 mV —
-~ .\ .
T
240 my
1
220 mv
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—Uge = Parameter
tamb = 25°C
D
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Gormanium TELEFUNKEN [ari3s)

pnp-
Flachentransistor UKW-Mischstufe

Gleichstrom-MeBwerte, tomb, = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc =1 mA

Basisstrom —lg 8 pA
Basisspannung —Uge 220 mV
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lebo 3I<10 pA
Emitter offen

Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lcer < 50 pA
Ree = 30 kQ

Emitterreststrom, —Ugg = 0,7 V —lebo 3 HA

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Ucg =6V, —lc = 1 mA

Grenzfrequenz fr 50 MHz

Stromverstérkungsfaktor, f = 1 kHz B 100

Rickwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz tbb * Cb'c 25.10-12 s
AN\

010165 <@>
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucg =6V, —lc = 1 mA

Basisschaltung, f = 100 MHz

Eingangsleitwert Yib = gib + jocib dib 333

©Cib -25

Einga iderstand 1 30
ingangswiderstan 9

Eingangskapazitat Cib —4

Riicksteilheit =Yrb = grb + jocrb Orb —50

WCrb 315

Rickwirk iderstand L -20
tickwirkungswiderstan o

Rickwirkungskapazitdt b 0,5

Vorwdartssteilheit  ygb = | yin | - ei®ib lyml 21

Pib 80

Ausgangsleitwert  yob = gob + jwCob Gob 0,33

wCob ] ,76

A " d 1 3
usgangswiderstan gob

Ausgangskapazitét ' Cob 28

m$
mS

pF
nS
uS

kQ

pF
mA/vV

mS
mS

kQ

pF
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucgr
bei Rge = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UeBo
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur 4

max. Abmessungen

A=Y

el 059
¢ st Y/
AN =

: »»! L—
705 min. 20 -

Gewicht: max. 1g

Zubehor

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
\solierkappe Lager-Nr. 30578
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°C
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TELEFUNKEN

AF 135 fiir UKW-Mischstufen

Die fir UKW-Mischstufen geeigneten Tran-
sistoren AF 135 werden in der unten
angegebenen Mefischaltung bei einer Be-
triebsspannung Up = 6V auf ausreichende
Mischverstarkung ausgemessen.

. RGen

— ( Uout )2. 4
UGen Rout
Bei Up =4V und den Eingangsfrequenzen

fe = 87 MHz und fe = 100 MHz wird die
Schwingsicherheit kontrolliert.

Pou|
PGen

Gm =

Ferner erfolgt eine Messung der Frequenz-
konstanz des Oszillators bei Anderung
vonUp =6V aufUp = 4V.

AF 135

Fiir die nachstehenden

Betriebswerte

Betriebsspannung Up
Collectorstrom —lc
Eingangsfrequenz  f.
Zwischenfrequenz  ZF

6V
ca. 0,9 mA
100 MHz
10,7 MHz

9>7 dB

< 250 kHz

ergeben sich folgende
MeBwerte
Mischverstdrkung Gm
Frequenzabweichung des Oszillators
bei AUp =2V Afo

(Up = 6...4YV)
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Flachentransistor KW-Vor- u. Mischstufe

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Arbeitspunkt —Uce=6V, —lc =1 mA

Basisstrom —ls 10 nA
Basisspannung —Use 240 mVY
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucg =4V —lebo 3<10 A
Emitter offen

Collectorreststrom, —Ucg =8V —lcer < 50 pA
Rpe = 3CkQ

Emitterreststrom, —Ugs = 0,7V —lebo 3 pnA

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 1 mA

Grenzfrequenz fr 40 MHz
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B 80
Riickwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz rob’ * Cb'c 25.10-12 s

o @ 169
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Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —lc = 1 mA

Emitterschaltung, f =25 MHz

Eingangsleitwert Yie = gie + jwCie Gie 10
wCije ]7,3
. . 1
Eingangswiderstand — 100
Jie
Eingangskapazitat Cie 110
Ricksteilheit =Yre = Gre + jwCre Ore 66,7
WCre 252
I . 1
Rickwirkungswiderstand ore 15
Rickwirkungskapazitat Cre 1,6
Vorwartssteilheit Yie = | Yte | - ei®te lytel 36
Pfe —40
Ausgangsleitwert  yoe = goe + j®wCoe Joe 62,5
WCoe 550
A iderstand L 16
usgangswiderstan Goe
Ausgangskapazitat Coe 35
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucer
bei Rge = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichitemperatur t

max. Abmessungen

A%
052

oo
s@s 2 N
: U T

Gewicht: max. 1 g

Zubehor

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe  Lager-Nr. 30578
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—Uce = Parameter
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Germarium TELEFUNKEN

Fldchentransistor ZF-Verstérker 10,7 MHz

Gleichstrom-MeBwerte, toms, = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic =1mA

Basisstrom —lg 14 A
Basisspannung —Use 260 mVY
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lcbo 310 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lcer < 50 HA
Rpe = 30 kQ
Emitterreststrom, —Ugg = 0,7V —lebo 3 nA
Collector offen
Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 1 mA
Grenzfrequenz fr 35 MHz
Stromverstérkungsfaktor, f = 1 kHz g 60
Rickwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz rob - Cb'c 25.1012 s
4>
QEEL
010165 Y 4 77

D



TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —lc =1 mA

Emitterschaltung, f =107 MHz

Eingangsleitwert Yie = Gie T+ j0Cie Jie 3,33
@Cie 11,75

. . 1
Eingangswiderstand 9ie 300
Eingangskapazitat Cie 175
Riicksieilheii ~Yre = Qre + i(DC;g Jre ]4,3
WCre 121

1
Rickwirkungswiderstand are 70
Rickwirkungskapazitat Cre 18
Vorwdrtssteilheit Yie = | Yie | ei®fe | yiel 36
Pfe —18
Ausgangsleitwert  Yoe = Goe + jocoe Joe 12,5
wCoe 229
A id d 1 80

usgangswiderstan Joe

Ausgangskapazitat Coe 34

mS
mS

pF
uS
nS
kQ
pF

mA/vY

nS
uS

kQ

pF
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 1 mA

Emitterschaltung, f = 470 kHz

Eingangsleitwert Yie = Gie + j0Cie Jie 625 [T
WCie 547 usS
Eingangswiderstand g% 16 kQ
Eingangskapazitat Cie 185 pF
Ricksteilheit —Yre = gre + jwcre Ore 1 uS
©Cre 547 uS -
Riuckwirkungswiderstand 5:; 1 MQ
Riickwirkungskapazitét Cre 1,85 pF
Vorwdrissteilheit lyfel 38 mA/V
Ausgangsleitwert  yoe = goe + jwCoe Joe 0,5 nS
©Coe 10 Th)
Ausgangswiderstand Ele 2 MQ
Ausgangskapazitat Coe 34 pF
AN
020164 <@> 179
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucer

bei Rpe = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti

max. Abmessungen

Ay
el

Gewicht: max.1g

Zubehor

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe  Lager-Nr. 30578

‘. 1
T-YlR N ——

q\\
AL
95 min.20 —»

959

/

25

0,7

60

75

mW

°C

180 N
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—Uge = Parameter
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TELEFUNKEN
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Germanium
pnp-
Flachentransistor

TELEFUNKEN

geregelte ZF-Verstiirker 10,7 MHz

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Arbeitspunkt —Uce=6V, —Ic =1 mA

Basisstrom

Basisspannung —Uge

Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 8V —lebo
Emitter offen
Collectorreststrom, —~Uce =4V —lcer
Rge = 30 kQ
Emitterreststrom, —Ugs = 0,7V —lebo
Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 1 mA

10 pA
250 mV
15< 3 A
< 50 pA

3 rA

Grenzfrequenz fr 40 MHz
Stromverstdrkungsfaktor, f = 1 kHz B 100 > 60
Rickwirkungszeitkonstante, f = 30 MHz rob * Cp'e 25.10-12 s
@
QIEUNLS
N ¥
010165 \¥ % 185
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —lc = 1 mA

Emitterschaltung, f = 107 MHz

Eingangsleitwert Yie = Qie + j0Cie Jie 2,5 mS
WCie 10,1 m$S
Eingangswiderstand ET: 400 Q
Eingangskapazitét Cie 150 pF
Ricksteilheit —Yre = Gre + jCre Ore 13,3 usS
@Cre 121 )
1
Rickwirkungswiderstand Ore 75 kQ
Rickwirkungskapazitét Cre 18 pF
Vorwértssteilheit  yie = | yre |- ei®fe | yge| 36 mAJV
Pfe =175 °
Ausgangsleitwert  yoe = goe + jwCoe Joe 12,5 uS
WCoe 222 p,s
. 1
Ausgangswiderstand Gos 80 kQ
Ausgangskapazitdt Coe 33 pF
A\
<HD
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tam, = 25°C —Uce =6V, —lc = 1mA

Emitterschaltung, f = 470 kHz

Eingangsleitwert Yie = Gie * {wCie Uie 400 uS
©Cie 473 uS
Eingangswiderstand g.Le 25 kQ
Eingangskapazit&t Cie 160 pF
Ricksteilheit —Yre = Qre + j0Cre Ore 1 us
©Cre 547 ps
Rickwirkungswiderstand a:: 1 MQ
Rickwirkungskapazitét Cre 185 pF
Vorwdrtssteilheit | ytel 38 mA/V
Ausgangsleitwert  yoe = Joe + j0Coe Joe 0,555 uS
wCoe 975 nS
Ausgangswiderstand al.: 18 MQ
Ausgangskapazitéat Coe 33 pF

020164 <@>
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceg
bei Rge = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucpo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t

max. Abmessungen

®

ey
8 (;ls ,@I:] =

m

Gewicht: max. 1 g

Zubehor

Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe  Lager-Nr. 30578

25

0,7

952
/

in. 20 —»l

60

75

mW

°C
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TELEFUNKEN

_Ugf=310mV
300 mV
" //
-I [
c
i /
I / _ 280 mV
I
2
I{/f 260 mV
/ Ze0my
220mVY
b b L 15 2y
B/ E— ~lc = f(—Ucg
—Upe = Parameter
tamb = 25°C
0 Fee=aomN | | Fige=somv | ] T
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4 ’ S e t——1260 mV —|
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—Uge = Parameter
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Germanivm TELEFUNKEN

pnp-

UHF-Mesa-Transistor
Fir die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz.
Abmessungen = B
i cs | 93
Mafle in mm - o l \
¢ } x E
X
e T,
53 73 Gewichi: max.0,5g
Normgehéuse JEDEC TO 18
Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Grenzdaten
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 15 \'
Collector-Basis-Spannung —Ucso 20 v
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 03 \
Collectorstrom —lc 8 mA
Emitterstrom I 8 mA
Basisstrom —Ig 1. mA
Verlustleistung bei tamp = 45°C Prot e mW
Sperrschichttemperatur tj 90 °C
Lagertemperatur tstg —30...+75 °C
Warmewiderstand Rihu <075 °C/mW
Wérme-Innenwiderstand Rihg < 04 °C/mW
W TELEFUNKEN
m50 \\ Re/v.8 220 R
Reny
N
Preot
\\ Zulassige Verlustleistung
p Ptot = f (tamb)
20 50 100°C
Z amb >
i
010165 “a
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb

Arbeitspunkt: —Uce =12V, —lc=15mA
Basisspannung —Usge
Basisstrom ol |

Arbeitspunkt: —Uce=46V, —Ilc=2mA
Basisspannung —Use

Basisstrom —lg

Arbeitspunkt: —Uce=6V, —lc=5mA

25

380 (320...

3 <

380 (320...

36

405 (360...

66

50 >

55

75

07 <

2 <
=

430)
150

430)

450)

10

100
05

°C

mY

mV
pA

mY
pA

5

Basisspannung —Uge
Basisstrom —Ig
Stromverstérkung %
B
—Uce=12V, —lc=15mA B
—Uce= 6V, —lc= 2mA B
—Uce= 6V, —Ic= 5mA B
Collectorreststrom, —Ucpo = 20V —lcso
Emitter-Basis-Reststrom, —Uge = 0,3V —leso
Collector-Emitter-Reststrom, —Ucgo = 15V —Ilceo
<D
194 N4




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb 25
Arbeitspunkt, —Ucg = 12V, —Ilc = 1,5mA
Transit-Frequenz fr 500 > 250
Maximale Schwingfrequenz fmax 26
Rickwirkungszeitkonstante, f = 2,5 MHz rob - Co'c 3
Rickwirkungskapazitét, f = 450 kHz Cre -03
Rauschfaktor, f = 800 MHz, Rg = 60 Q F 75< 9
Rauschfaktor, f = 860 MHz, Rg = 60 Q F 8,0
Leistungsverstiarkung
Basisschaltung, f = 800 MHz Vpb 10 > 8.2
—Ucp =12V, —lc =1,5mA
Basisschaltung, f = 860 MHz Veb 93
—Ucg =12V, ~lc =1,5mA
Riickwirkungsdémpfung Vpbinv. 23
Basisschaltung, f = 800 MHz
—Uc =12V, —Ic=15mA
Priifling
200 pF
. Leitungskreis
h'_“ 0...20F mit Auskopplung
s0n 5 Wdg.
41/ €
1540 0 500
{Empfinger)
120 pF
2l gl
8 Wdg.
+ Uy
- Uy
Mef3schaltung

020165
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ti = 25°C ti = 25°C
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TELEFUNKEN

ms v
800 MHz
Lo
ycan dIREY%

N

In yeo /s

N

1200 MHz

100 MHz

0 42 g4 06 Q8 10 12 1% 16mS
Re yoo ————p»—

Ausgangsleitwert yob
(Basisschaltung)
—Ucs, f Parameter
I 1,5 mA
O I 0,5 mA
QI = 35 mA
Mef3ebene 5 mm unter Gehduseboden
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Germanivm TELEFUNKEN

PhP . VHF-Transistor
Flachentransistor

Diffusionslegierter VHF-Transistor fir die Verwendung in Vorstufen und in
Misch- und Oszillatorstufen bis 220 MHz.

Vorléufige technische Daten

Abmessungen -
Mafle in mm ;*; 0,5 ¢
c I
j. |
B s 2
E f ‘f J
508 66 min13 Gewicht: max.1,5¢g
Metallgehduse ahnlich TO 5
Die Abschirmung S ist mit dem Gehduse verbunden
Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung —Ucso 25 \
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 0,5 \'
Collectorstrom —lc 10 mA
Basisstrom —Ig 1 mA
Emitterstrom —Ie 1 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Prot 75 mwW

bei iqmb g 30 °C P'ot 110 mW
Sperrschichttemperatur ti 75 °C
Lagertemperatur tsig —55..+75 °C
Wdérmewiderstand Rihu 0,4 °C/mW

010165 lﬁ
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Max.

10

340

75

MHz

dB

pF

dB

Min.  Typ.
Collector-Reststrom, —Ucpg = 12V —IcBo
Collector-Reststrom, —Ucg = 25V —IcBo
Arbeitspunkt: ~Ucg = 12V, —Ic = 1mA
Basisspannung —Use 220
Basisstrom —lg
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ic = 50 pA —Ucso 25
Emitter-Basis-Sperrspannung, Ig = 50 pA ~Upo 05
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tqmp = 25°C
Transit-Frequenz, —Ucp = 12V, Ig = 1mA fr 180
Stromverstdarkungsfaktor hte (B) 20
—Uce =12V, —Ic=1mA, f = 1kHz
Rauschmaf3 F 6
—Uce =12V, —Ic = 1 mA, f = 200 MHz,
Rc =30Q
Rickwirkungskapazitét Cre -08
—Uce =12V, —Ic = 1 mA, f = 450 kHz
Rickwirkungsimpedanz | Zeb ] 10
—Ucg =12V, le = 1 mA, f = 2MHz
Leistungsverstérkung in Basisschaltung Veb 10 13
—Ucs = 12V, —Ic = 1 mA, f = 200 MHz
09 1nf 100pF
i
7
50nH 4. 40pf 50nt 1..70pfF [
180pF = 180pF =2
1
1 FXC-Drossel
[?7”"2 ;% VK 200 10/38
-12v
Mefischaltung
Der Widerstand R ist so zu wéhlen, daB der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 2 kQ hat.
/A\\
b
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TELEFUNKEN

Vierpol-Parameter
Basisschaltung, f = 200 MHz, —Ucg = 12V, g = 1 mA
Eingangsleitwert Re yib 30 m$
Im yipb 15 m$S
Eingangskapazité&t Cib 12 pF
Riickwartssteilheit lyeb | 04 m$
©Prb —90 °
Vorwartssteilheit lyib] 25 m$S
Pib 90 °
Ausgangsleitwert Re yob 03 m$S
Im yob 23 m$
Ausgangskapazitat Cob 18 pF
o
020165 Eﬁ
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TELEFUNKEN
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Reyjp ————»> (Basisschaltung)
—Ucs = 12V
lg, f = Parameter
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TELEFUNKEN
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e Tanar- TELEFUNKEN

Flachentransistor

Endstufen-Transistor

Fir Video-Endstufen in Fernseh-Empfangern.

Vorldufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

) e

Der Collector ist mit dem Gehéuse verbunden.

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 135
Collector-Emitter-Spannung mit Rge < 1kQ Ucer 135
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3
Collectorstrom Ic 40
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 565
bei tease < 60°C Piot 1,2
Sperrschichitemperatur ti 175
Lagertemperatur tstg —55..+175
Waérmewiderstand Rihu <023
Wérme-Innenwiderstand Rihg < 9%
AN\

010165 <@>

Gewicht: max. 1,5¢g
Normgehd&use JEDEC TO 5

<

mA
mW

°C

°C/mW
°C/W
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TELEFUNKEN
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Zuldssige Collectorspannung
Ucer = f (ReE)

Ilc = 1mA
ip = 0,1 ms
vV = 0,01
tqmb = 25 OC
AN

214 N



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Arbeitspunkt: Uce = 10V, Ic = 10mA
Basisspannung

Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhdltnis
Uce =10V, Ic = 10 mA
Collector-Reststrom, Ucs = 50 V
Collector-Reststrom, Ucg = 50V, t; = 150°C
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,5mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
lc = 1 mA, Rge = 1kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung, —Ig = 0,1 mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tgmb = 25°C
Transit-Frequenz, Uce = 10V, Ic = 10 mA
Ausgangskapazitét, Ucg = 10V
Rickwirkungs-Zeitkonstante
U =10V, Ic = 10 mA, f = 32 MHz

020165 <[§§>

Min.
Use
Is
B 20
Icso
Iceo
Ucso 135
Ucer 135
Uspo 3
fr 80
Cob
rob’ Chb'c

Typ.

0,75

Max.

05

0,1
50

35
150

MHz
pF
ps
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TELEFUNKEN
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Silizium TELEFUNKEN

npn-

Epitaxial-Planar-Transistor HF-Transistor

Vorldufige technische Daten

Abmessungen

Mafde in mm

AN
cs S 957
AR
©
ol
O ]
rilslal‘- 73 Gewicht: max. 1g

Metallgehduse &hnlich TO 18

Die Abschirmung S ist mit dem Gehduse verbunden.

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 50 \'%
Collector-Emitter-Spannung Uce 50 \'
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 A
Collectorstrom Ic 30 mA
Verlustleistung tamb < 45 °C Ptot 145 mW
Sperrschichttemperatur ti 175 °C
Lagertemperatur tstg —55..+175 ©°C
Wérmewiderstand Rihu 09 °C/mW

010165 <@>
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TELEFUNKE

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min.  Typ.
Collector-Reststrom, Ucs = 10V, t; = 175°C Icso 0,5
Arbeitspunkt: Ucg = 10V, —Ig = 1 mA
Basispannung Use 700
Basisstrom I 6
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 10 pA Ucso 50
Collector-Emitter-Sperrspannung, Ic = 2 mA Uceo 30
Emitter-Basis-Sperrspannung, —Ilg = 10pA Ueso 5
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Transit-Frequenz, Ucg = 10V, —Ilg = 1 mA fr 230
Rickwirkungskapazitét —Cre 0,55
Ucg =10V, —le=1mA, f = 470kHz
Rauschmaf} bei Ucg = 10V, —lg = 1mA
f =200kHz, Rg =300Q F 1,2
f= 1MHz, Rg= 50Q F 35
f= 1MHz Rg =300Q F 1,2
f = 100 MHz, Rg = 100Q F 36
Mischrauschmaf3 bei Ucg = 10V, —Ilg = TmA
f =200kHz, Rg = 500Q Fc 2,5
f = 1MHz, Rg =500Q Fc 25

Max.

mVY
21 pA

MHz

pF

dB
dB
dB
dB

dB
dB

218




TELEFUNKEN

Vierpolparameter

Emitterschaltung, f = 470kHz, Ucg = 10V, lc = TmA

Eingangsleitwert Re yie 04 mS
Eingangskapazitat Cie 25 pF
Rickwdrtssteilheit | Yrel 1,5 S
Qre -9 ©°
Yorwdartssteilheit lytel 35 mS
Pfe ~0
Ausgangsleitwert Re yoe 4 S
Ausgangskapazitat Coe 14 pF

Basisschaltung, f = 100 MHz, Ucg = 10V, —Ilg = T mA

Eingangsleitwert Re yib 33 mS
Eingangskapazitdt Cib —6 pF
Rickwaértssteilheit lyrbl 220 uS

Prb -8 ©°
Vorwdrtssteilheit [yl 3 mS

Pfb 150 o
Ausgangsleitwert Re yob 10 uS
Ausgangskapazitét Cob 15 pF

7N
<D
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Standard-Typen

Subminiatur-
Transistoren

4
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Gemariom  TELEFUMNKEN ACTZ
Gleichstrom-MeBwerte, toms = 25°C
Arbeitspunkt —Ucg =2V, —Ic = 0,25mA
Basisstrom —ls 6 < 15 nA
Basisspannung —Uge 160 < 200 mY
Reststréme
Collectorreststrom, —Ucg =2 V ~—lebo 07 < 3 pA
Emitter offen
Collectorrestsirom, —Ucg =2V —lceo 10 < 60 nA
Basis offen
bei AC129 schwarz —lceo 20 < 100 pA
,omb = 45°C
Collectorreststrom, —Ucg =2V —lceo 90 < 370 A
Basis offen
bei AC129 schwarz ~lceo < 500 nA
Emitterreststrom, —Ugg = 6V —lebo 07 < 6 pA

Collecior offen

Wechselstrom-MeBwerte, toms, = 25°C

Eingangswiderstand
Spannungsriickwirkung
Stromverstdrkungsfaktor
Ausgangsleitwert

Basisbahnwiderstand
Collectorkapazitdt
—Ucg =2V, —Ic=0, f = 470kHz
Rauschzahl § = 1kHz + 350 Hz
RGQn = 800 Q

8-Grenzfrequenz
=Uce =2V, —=Ic =025mA

010165 <>

hio
hre
hte

hoo

rBb
cc

Vierpolparameter, Emitterschaltung, f = 1 kHz, —Ucg = 2V, —Ic = 0,25 mA

4
5.104
> 40
125

90
13

25

v

kQ

nS

pF
dB

kHz
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Basis
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Emitter und Basis
bei offenem Collector

Collectorstrom

Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 45 °C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur

Die Transistoren sind mit einem Farbpunki am
Stromverstdrkungsfaktor § gekennzeichnet.

gelb
violett
schwarz

p
[3:
g >

farbpunkt

max35

224

—Uceo 6 v
—Ucgo 9 \4
—Uck 9 \"
—UeBo 5 v
—-le 10 mA
Pc.Ee 12 mW
f; 60 °C

Collectoranschluf3 in Gruppen nach dem

40...65
55..135
15

max. Abmessungen
min24

mm\ [::min.ﬂ :ﬂcg
. %P 8

Gewicht: max.0,5¢g




TELEFUNKEN
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12 TELEFUNKEN
mA [rorv-Biz24
0 ~Ig=180uA |
|
[
1 N
8 II// 601M
140uA
1/ UI,uA
V.4 12004 |
6 l, {
I — = 10014
/ ful
INi [ |
4 III B ——— 80uA -
1117 i
B /I ; 6‘0;=LA
2 H ,// et 40114
. .
20uA
]
g 05 10 15y
Uy ——— —lc = f(—Uce)
—Ip = Parameter
tamb = 25°C
2 ~TE(EFUNKEN]
mA Pc+5=7217IW R5/V-B 1725 R
|
10 I — >~ 1p=180uA
\ _J=70ul
"
P Rl —| 4JuA
- |
“\_ == T20pA
I3 L = 71001A
B =N a4
N == #
4 =T
R i
2 N - —JL.':_— = 40uA
L B T 20p4
R
0 5 10 %V
/R — —lc = f(=Ucg
—Ilg = Parameter
tamb = 25°C
AN\
<ED
226 AV 4




TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN

2
ﬂA o/V-
1750 =T 7
/
00 A
-IB > /
yd
/
50
P
0
00 150 200 250 mv
~lpp——— —lg = f(—Usg
—Uce = Parameter
tamb = 25°C
70 TELEFUNKEN]
V R5/V-B 1729 R|
—<{_
N
\\
5
~Ueee 180k2
L o=
R Yer 200v

LT

0
w2 4 68192 2 + a1 2 4« 68w+ 2 4 6 81059

Regg ———— —Ucer = f (Ree)
tamb = 25°C

228 V



TELEFUNKEN
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TELEFUNKEN

2 FELEFUNKEN
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Germanium TELEFUNKEN

pnp-
Flachentransistor Submin-HF-Transistor

Gleichstrom-MeBwerte, tamb = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =2V, —Ic = 0,25mA

Basisstrom —ls 75 < 20 nA
Basisspannung —Uge 160 < 200 mV
Reststrome

Collectorreststrom, —Ucg =2V —lebo 07 < 3 A
Emitter offen

Collectorreststrom, —Ucg =2V —lceo 15 nA
Basis offen

Emitterreststrom, —Ugs = 6V —lebo 0,7 < 6 A

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tams = 25°C, —Uce = 2V, —Ic = 0,25mA

Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz ] 70 > 25

Grenzfrequenz fr é6 > 32 MHz

Collectorkapazitat cc 13 < 2 pF
—Ucs =2V, l[g=0, f =470 kHz

Basis-Bahnwiderstand Bb 85 Q

Vierpolparameter, Emitterschaltung, f = 470 kHz, —Uce = 2V, —Ic = 0,25 mA

Eingangsleitwert Yie = Gie + j0Cie Qie 0,285 m$
@Cie 0,885 m$S
Eingangswiderstand 9—1— 35 kQ
1e
Eingangskapazitat Cie 300 pF
Ricksteilheit —Yre = Ore + i(l)Cre Jre ],67 ps
®WCre 4] ,3 [,l.s
Rickwirkungswiderstand é 600 kQ
Rickwirkungskapazitat Cre 14 pF
Vorwirtssteilheit lyfe | 88 mA/vV
Ausgangsleitwert Yoe = Uoe + jwCoe Qoe 1 uS
wCoe 74 u’s
Ausgangswiderstand . 90 kQ
Joe
Ausgangskapazitat Coe 25 pF

010165 <@>
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter =Uceo 6 \"
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 9 v
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 9 \)
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Emitter und Basis —Uego 5 \'
bei offenem Collector

Collectorstrom -lc 10 mA

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E 12 mW
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t 60 °C

7

Die Transistoren sind mit einem Farbpunkt am Collectoranschlu in Gruppen nach dem
Stromverstarkungsfakior f gekennzeichnet.

gelb B = 25.65
violeh B = 55..135
schwarz § > 115

max. Abmessungen

farbpqt ‘:: min24 -——‘
min22 —-+|
max3 PE"— £ 8

max35

Gewicht: max.0,5¢g

AN\

<
V
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I —Ucer = f (Rge)
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TELEFUNKEN

70

30

20

| [ ]

TELEFUNKEN

R

/V-B1730 R

—UCE =2V

4 3 4
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Typen fir industrielle
Anwendung

NF-Transistoren }






Germanivm TELEFUNKEN
Flachentransistor Klein-Leistungstransistor

Fiir NF-Endstufen und Leistungsverstirker. Fir Gegentakischaltungen
kdnnen die Transistoren paarweise ausgesucht geliefert werden.

Abmessungen
Mafle in mm

77 min. 375 Gewicht: max.4g

Zubehor
Befestigungsschelle Lager-Nr. 30 507

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Uceo 45 \"
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 30 \'%
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 \'
Collectorstrom -lc 400 mA
Collectorspitzenstrom —lcm 1 A
Basisstrom —Is 20 mA
Verlustleistung tcase < 45°C Piot 800 mW
Sperrschichttemperatur ki 85 °C
Lagertemperatur tsig —55.4+85 °C
Warmewiderstand Rinu <03 °ClmW
Waérme-Innenwiderstand Rinc < 5 °C/W

010165 <>
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TELEFUNKEN

1 TELEFUNKEN 710 TELEFUNKEN
W R&/V-B 2305 R A R&/V-B 2307 R
05 ns 05
Prar ' “Lppox '
0
20 50 90°c 0 10 20 a0V
L —lpg———>
Zuldssige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f(fcuse) —Icmax = f(—UCE)
704 Img ) N A S . T -TELEF! KEN]
m_W 5/V-B 2306 R]
OE I
4 N
» IN=001
b_y
10° bma =002 T
5 e
—V=0,05 -
4 T - ~d
] = mmatil N
6 [ RO TSNS
A =02 R
0
8
6
4
2
107
0% 2 4 68132 4 6581922 4 68172 4 6810 2 4 6815
lp_—‘—>
Zuléssige Impulshelastbarkeit
1
= f (tp)
RihG P
tp
V = = = Parameter
T
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc = 50 mA
Basisspannung —Uge 225

Basisstrom —ls 0,5

Arbeitspunkt —Uce =1V, —Ic = 300 mA

mY
mA

mY
mA

Basisspannung —Use 400 < 500
Basisstrom —lg 5< 75
Stromverstérkung %
B
—Uce=46V, —Ic = 50mA B 100
—Uce=1V, —lc = 300mA B 60 > 40
Collector-Reststrom, —Ucp = 6V —lcBo 6 < 20
—Ucg =30V —Icso 8 < 30
—Ucg = 6V, tamb=85°C —lIco £ 15
Emitter-Reststrom, —Ugs = 6V —Ileso 5< 25
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 1mA  —Uceo = 30
Collector-Emitter-Sperrspannung, ~—lc = 1A —Uceo =2 15
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ilc=1mA —Ucgo = 45
>
QUEUN >
020164 N
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tamb = 25°C
Grenzfrequenz, —Uce =2V, —Ic = 10mA
Stromverstarkungsfaktor
—Uce=2V, —Ic=10mA, f=1kHz
Collectorkapazitét

—Ucs=46VY, le=0, f = 470kHz

Basisbahnwiderstand
—Uce=46V, —Ic=1mA, f=470kHz

Bedingungen fiir paarweise Lieferung

Arbeitspunkt —Ucge =6V, —Ic = 5mA
Basisspannung
Arbeitspunkt
—Uce=46V, —lc= 50mA
"=—Uce=1V, —Ic = 300mA

AN\

244

AN

W

Cv'e

fbb

A Uge
—Usge

Alp
Alg

10> 5
80

75 < 120

70 < 120

s 10
125...185

kHz

pF

myY
mV

%
%

>




TELEFUNKEN
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030165
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-
ImA
2mA
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0,5 mA_]
1
10 20 v
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—Ig = Parameter
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B
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B = f(—Ic)
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Temperaturabhd&ngigkeit des Reststromes

—lceo = f(K)
—Ucs = 30V
Mittelwert

- —-- Obere Streugrenze
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Germaniom  TELEFUNKEN

Transistor

NEF-Transistor

Fiir NF-Endstufen kleiner Leistung. Der Transistor hat eine hohe zuléssige
Collector-Spannung.

Abmessungen

Maf3e in mm

32%
c T
a“

05%

Zubehér
Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507

e -
T
£ 3 L—
77 min. 37,5 Gewicht: max.4g

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 70 \'
Collector-Emitter-Spannung, Rse = 1kQ —Ucer 70 \'
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 50 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 30 \'
Collectorstrom -lc 300 mA
Collectorspitzenstrom —lcm 700 mA
Verlustleistung bei tomb = 45°C Piot 115 mwW
bei tamb = 25°C P'ol 170 mwW
bei fcqse s 45 °C P'ot 530 mW
Sperrschichttemperatur t 85 °C
Lagertemperatur tstg —55..+85 °C
Warmewiderstand Rihu 0,35 °C/mW
Warme-innenwiderstand Rihg 75 °C/W
G
i)
010165 \ v 249
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W TELEFUNKEN l TELEFUNKEN
RS/V-B 2278 R R3/V-B 2280 R
N\, A
05 N
AN
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Pot =1 max \
\\
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20 50 g0°¢ 0 50 8ov
tease. —— —lyy ——>
Zuléssige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f(fcase) Icmax = f(UCE)
”7'% T—— T v
DE _T—.
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8 0,2 NS
= R
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N
z
maal
!
Wt 2 4 S8l 2 4 682 2 4 B8l 2 4 68l 2 4 68 gl
tp —
Zulassige Impulsbelastbarkeit
1
= f)
Rihnc
Y = Parameter




TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, —Ucp = 25V
Collector-Reststrom, —Ucp =70V
Collector-Reststrom, —Ucg =25V, tj = 70°C
Emitter-Reststrom, —Ug =25V

Collector-Séttigungsspannung
—lc =200mA, —Ig = 20 mA
Arbeitspunkt: —Uce =15V, —Ic = 3mA
Basisspannung
Arbeitspunkt: —Uce= 35V, —Ic = 30mA
Basisspannung
Basisstrom
Arbeitspunkt: —Uce = 1V, —l¢c = 150 mA
Basisspannung
Basisstrom
Collector-Basis-Stromverhdltnis
—Uce =35V, —lc= 30mA
—Uce=1V, —lc = 150mA

Collector-Basis-Sperrspannung, —Ic = 50 pA

Collector-Emitter-Sperrspannung
—lc = 2mA, Rge = 1kQ

Collector-Emitter-Sperrspannung
—l¢c = 500 mA

020165

—lcso
—lcso
—lco
—leso

—UcEsat

—Ucso

—Ucer

—Uceo

Min.

30
25

70
70

50

Typ.

12
18
0,4
20
250

130

250
0,6

400
39

50
40

Max.

25
50

50
500

350

500

pA

mA
pA
mY

mY

mY
mA

mY
mA

251
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tomb = 25°C

Stromverstdrkungsfaktor

—Uce =10V, —Ic = 5mA, f = 1kHz

Grenzfrequenz
—Uce =10V, —Ilc=5mA

Collectorkapazitét
—Uce =6V, Ic=0, f =470kHz

Basis-Bahnwiderstand

—Uce=6V, —lc=1mA, f=470kHz

Fir paarweise Lieferung ist:

Basisspannung bei —Uce =15V, —Ic =3 mA

Basisstrom bei —Uce =5V, —lc = 30mA
bei —Ucg =1V, —lc = 150 mA

252

Min.
hee (8) 30 65

fs 45 9

Cob 80
rbb’ 70
AUge <10
Alg <20

Typ.

Max.

150

120

120

kHz

pF

myY
%
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¢t ' —Uge = Parameter
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T
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—Ig = Parameter
"umb = 250C

254



TELEFUNKEN

¢ ERER

¢
—

2 1z '//
10

8 -l

6 —Ugg=5V. =T
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Gormanium TELEFUNKEN [AFY 12]

pnp-Mesa-
Flachentransistor VHE-Transistor

Zur Verwendung in Vorstufen, Misch- und Oszillatorstufen bis 260 MHz.

Abmessungen
Mafle in mm
he 7
cs 5| 95
I
@ TE=
ee T B
53 73 Gewicht: max.0,5g

Normgeh&use dhnlich JEDEC TO 18

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Uceo 25 \'
Collector-Emitter-Spannung ~Uceo 18 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 0,5 v
Collectorstrom —Ic 10 mA
Verlustleistung bei tampb < 45°C Piot 60 mW
Sperrschichttemperatur ti 90 °C
Lagertemperatur tstg —30..+75 °C
Warmewiderstand Rihu 0,75 °C/mW
Warme-Innenwiderstand Rihg 04 °C/mW

010165 <@>
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten

Basisspannung

Basisstrom

Basisspannung

Basisstrom

Basisspannung

Basisstrom

Collector-Basis-Stromverhdltnis
—Uce =12V, —lc=1mA
—~Uce= 6V, —lc=2mA
—Uce= 6V, —lc=5mA

Collector-Reststrom, —Ucg = 12V
Collector-Reststrom, —Ucp = 25V
Emitter-Reststrom, —Ugg =03V

Collector-Basis-Sperrspannung
—lc = 0,1 mA
Collector-Emitter-Sperrspannung

—lc =05mA

Emitter-Basis-Sperrspannung
—lg = 0,1mA

262

Arbeitspunkt: —Uce = 12V, —Ilc = 1mA

Arbeitspunkt: ~Uce =6V, —Ic =2mA

Arbeitspunkt: —Uce =6V, —Ic = 5mA

—lcso
—lcso

—leso

—Ucso

—Uceo

—Ueso

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min.  Typ.
325
20
340
29
360
42
25
70
120
0,5
07
25
18
0,5

Max.

120

10
10

mV

mY

mV

pA
pA




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Min. Typ. Max.
Arbeitspunkt: —Uce = 12V, —Ic = 1 mA

Transit-Frequenz fr 190 230 MHz
Maximale Schwingfrequenz fmax 135 GHz
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B 30 65
Riickwirkungszeitkonstante rbb’ * Cb'c 5 8 ps
Ruckwirkungskapazitét, f = 450 kHz Cre -0,5 pF
Rauschmaf3, f = 200 MHz, Rg = 60 Q F 5 7 dB
Leistungsverstdrkung Vpb n 14 dB

Basisschaltung, f = 200 MHz
—Ucs =12V, —lc = 1mA

602 1nf ¢
1 I
‘\
600 s22%..400F 522, 10pF L] 00
7//fT .

[I] 1049 g
+13V %

Der Kondensator C ist so zu wihlen, dafl der gesamte Resonanzwiderstand den Wert 1,6 kQ hat.

Mef3schaltung fir Leistungsverstérkung

020165 < @ >
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TELEFUNKEN

Vierpol-Parameter

Re yib 31
Cib -9.5

Re yib ~ 0
Crb —0,4

| Yo | 27
Pfb 115

Re yob 0,15
Cob 15

Re yib 36
Cib =95

Re yrb —0,04
Crb —0,64

| Yul 33,5
Pb 42

Re yob 0,09
Cob 14

Re yib 1,5
Cie i

Re yre ~0
Cre —0,65

| Yee | 36
Pfe -12

Re yoe 0,01
Coe 14

Basisschaltung, f = 200 MHz, —Ucg = 12V, —Ic = 1 mA

m$
pF
m$
pF
m$
[o]

m$
pF

Basisschaltung, f = 100 MHz, —Uce =6V, —lc = TmA

m$S
pF
m$
pF
m$S

o]

m$
pF

Emitterschaltung, f = 35 MHz, —Uce = 12V, —lc = 1mA

m$
pF
m$S
pF
m$

(o]

m$
pF

= &
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T r ! TELEFUNKEN
| | [ Pror=60mW. R&/V-B 2467 R
~Ip =80pA \]
0 — =F60uA
mA " N
/ // N,
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‘i
, T T 50uA
—IC 5 '/ ~
TSl o — = (= 40uA
S 4 - |
J0uA 7]
|
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|
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0 d 10 7 07
Ausgangskennlinien
~lYpg —
* —lc = f (—Ucg)
—Ilg = Parameter
tamb = 25°C
; ! TELEFUNKEN
s —U;E =L50,J7V 7‘*‘/400/”‘/ R8/V-B 2488 R
0 i
mA "\ Por =60mW
A )
T h
-~
N
~
Lo BN
P an 1.
y S =
350my
| |
300my
o 250mV
0 J 0 7 200
Ausgangskennlinien
~Upg - o
* —lc = f (—Ucg)
—Uge = Parameter
tamb = 25°C
7AN
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80pA

Strom-Steverkennlinie

f (—18)

TELEFUNKEN]

RS/V-B 2489 R

70

fqmb = 25 °C

—lc
—~Uce =5V

60

—Upe=5V
50

40

I ———

30

20

TELEFUNKEN
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AFY 12

Do §Z = wry
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AV 4 1 va
y m 5
T
01 o
20 40 60 80 00°¢C 0 5 0 12V
tomp ———— LY R—
Temperaturabhéngigkeit des Reststromes Rickwirkungs-Zeitkonstante
~lcgo = f (tamb) b’ - Cb'e = f (—Ucs)
—Ucg = 12V —lc = 05..5mA
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S
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N\
\ ] .
N\
N
o
. \\ \ 0
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' N o T %
o
" i
§\\ -
o
B3 o
§ & 8 S 8
- &
20 TELEFUNKEN
ms RB/V-8 2494 R
[N
0 1mA
0,5mA '\\
s ‘\\ 2mA
N N
— L~ N
400MHz \
-40 A ‘éﬂﬂMHz \- 100tz ™ N F=40MHz A
In yip \
N ~N
B ’><
=Ip=5mA
-80
-100
0 20 40 60 80 00 120ms

Re yip ————

Eingangsleitwert y;ip in Basisschaltung

—Uce = 10V

—lc, f = Parameter
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fr = f(—l¢)

= Parameter
25°C

—Uce

tamb
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0 I TELEFUNKEN
ms _ RG/V-B 2495 R
f=40MHz - \(\
A ,X N,
" 100MHz 7 \ /X\
wy y Ay \,
oomtz = / L\ AN
/ ] 7 AN
SmA 55mA | [2mA 0.5mA N2
Im ypp /
~Ip=1mA {— \
-1 400MHz
: \
$ v
=15
-05 0 05ms
—Uce =5V
Re yro - —l¢, f = Parameter
Rickwéarts-Steilheit y,p in Basisschaltung
0 | i
ms§ _U[E =2V
- "-_------‘~<_
80 — S
“I=5mA 40 MHz R
60 : \ 00MHz T -
~Upe=10V \ h
40 A\
q
Im R/ // \ 200MH7 ] N\ ‘\‘\
@ TN
/1NN DX
,, SN
2mA TmA 01 mA 4001‘1Hz
20 | [ J |
-0 =720 100 80 -60 =40 =20 0 20 40mS§
—Uce = 10V
Reyp —————m mee= —Uce = 2V
—Ic = Parameter

Vorwadrtssteilheit ygp in Basisschaltung

050165
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TELEFUNKEN

Im yoe 1
Im yo

20
ms

0

Im yre

TELEFUNKEN

Eingangsleitwert yie in Emitterschaltung

— ~Ir=05mA yi 5I|77A RG/V-B 2497 R
4 | et vV
= S y. =200 MHz
/' //
. //
/ / pd )4
/ // //
// /// ,//
AT 4
/I 1/ )4
__L > 100 MHz
/ w.
V
BT 40 MH2
01 02 03 04 05 g6 ms
Re Yoe —Uce = 10V
Re Yo —lc, f = Parameter
Ausgangsleitwert yob, Yoe
in Basis- und Emitterschaltung
F =200 MHz &, e
J/ ] S~
Y
X ,/ —
100MHz /’f\| A\ \\
ISVt N,
/, 4/ 40l N N T N gsma
/7 \
11/ 1/nA\\ \
2mA
~I=5mA\_ |\
T
400MHz )
0 20 30 40ms
—Uce = 10V
Re yie » —l¢, f = Parameter
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0 TELEFUNKEN
ms R&/V-B 2499 R
-01
40MHz
-02 /
03 /l
" 100 MHz
-0 / L
o /
Im yre ' I //'
” I/
—07 200MHz
I | (A 2ma [ lsma
—08 #
L=05mA
-09 ~Ue=5V
-1
04 =03 =02 =01 0 071ms

Re yre »

Riickwdrtssteilheit yre in Emitterschaltung

—Uce =5V
~Ilc, f = Parameter
A\
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Im yre

0 T =05 B
s [\ 0z A i T
T~
2N - ></\ \\\ 2mh
AN N
40 \\ ,
40MHz
60 | 2001tz \\
S \\
& /,,s/
4 5mA

700 100MHz
120

-20 0 20 40 60 80 100 120m$

Re Yo —m

Vorwdrtssteilheit yse in Emitterschaltung

—Uce = 10V
—I¢, f = Parameter
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Gormarium TELEFUNKEN

pnp-Drift-

Flachentransistor HF-Transistor

Fiir Vor-, Misch- und HF-Stufen bis zu 100 MHz.

Vorldufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

¥
- LD
95 min.20 -|  Gewicht: max.1g

Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522

Isolierkappe Lager-Nr. 30578

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 25 \')
Collector-Emitter-Spannung mit Ree = 30 kQ —Ucer 18 v
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 07 \'%
Collectorstrom —-lc 50 mA
Basisstrom —Ig 10 mA
Basisstrom +lg 1 mA
Verlustleistung bei tomb = 45°C Piot 60 mW
bei tamb = 25°C Ptot 90 mW
Sperrschichttemperatur ti 85 °C
Lagertemperatur tsig —55..+85 °C
Wdrmewiderstand Rthu < 0,65 °C/mW

010165 <@§>

N 273



TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Arbeitspunkt —~Uce =4V, —Ic = 1mA

Basisspannung —Uge 220 mV

Basisstrom —Is 8 pA

Collector-Restsirom, —Ucg = 6V —IlcBo 25< 8 A

—~Ucs =25V —lcBo 4< 20 pA

—Ucs =25V, tamb=70°C  —IcBo 80 < 500 pA

Emitter-Reststrom, —Ug =0,6V . —lego 3I< 2 pA
Collector-Emitter-Sperrspannung —Ucer = 18 v

mit Rgg = 30kQ, —Ic = 1mA

Dynamische Kenndaten

bei tamb = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc = TmA

Transit-Frequenz fr 50 > 30 MHz

Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B 100 (40...250)

Riickwirkungszeitkonstante rbb’ - Cb'c 25. 10;12 s

Riickwirkungskapazit&t Cre 18< 3 pF

Rauschfaktor, f = 100 MHz, Rg = 60 Q F 7< 10 dB
AN
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Vierpol-Parameter

Basisschaltung, f = 100 MHz, —Ucg =4V, —Ilc =1 mA

333
175

28

mS
m$

pF

uS
nS

pF
m$

nS
m$

pF

Eingangsleitwert Re yib
Im yib
Eingangskapazitat Cib
Rickwadrtssteilheit Re yrb
Im y,p
Rickwirkungskapazitét Crb
Vorwdrtssteilheit Iyl
Pfb
Ausgangsleitwerl Re yob
Im yob
Ausgangskapazitdt Cob
A
020165 <:»>
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e manivm TELEFUNKEN

Flachentransistor HF-Transistor kleiner Leistung
Vorldufige technische Daten
Gleichstrom-MeBwerte
"amb = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc = 10mA
Basisstrom —Ig 150 uA
Basisspannung —Uge 280 mY
Stromverstéirkung = II—‘B:
—Uce =055V, —lc= 4mA B 55 > 25
—Uce =055V, —Ic = 200 mA B 40 > 12
Reststrome
"qmb = 25°C
Collectorreststrom, —Ucp = 6V —lebo 2 < 15 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucpg =35V —lebo 3 20 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucp = 25V —lek 3 30 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Emitterreststrom, —Ugs = 0,6 V —lebo 2 < 25 pA
Collector offen
fumb = 70 °C
Collectorreststrom, —Ucp = 6V —lebo 110 < 550 pA
Emitter offen
Waérme-Innenwiderstand Ritherm < 02 °C/mW
Wirmewiderstand Rtherm £ 05 °C/mW
Wechselstrom-MeBwerte
tqmb = 25°C
Stromverstarkungsfaktor, f = 1kHz hte 120
—Uce =6V, —lc=10mA
Grenzfrequenz fr 60 > 20 MHz
—Uce=6V, —Ic=10mA
Collectorkapazitét Cob 33 5 pF
—Ucs =6V, —lc=0, f=10MHz
Basisbahnwiderstand Bb 15 < 35 Q
AN\
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

bei ~lc = 5mA —Ucko 20 v
bei —Ic = 250 mA —Ucko 10 v
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 \'/
bei kurzgeschlossener Basis-Emitier-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis —~Ucso 40 \
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,6 v
bei offenem Collector
Collectorstrom ~lIc 250 mA
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C, in ruhender Luft Pc.E 120 mW
tamb = 45°C, in ruhender Luft Pc+E 80 mwW
tGehause < 45°C Pc.E 200 mW
Sperrschichttemperatur t 85 °C
Lagerungstemperatur . h —45...+85 °C

max. Abmessungen

CJ_’H*
5“

s LWJ

Gewicht: max. 4 g

o,s"’
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Germanium
pnp-
Fldchentransistor

TELEFUNKEN

HF-Transistor

Fir HF-Stufen bis zu 10 MHz.

Abmessungen
Mafie in mm

g5%

’

Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe Lager-Nr. 30578
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso
Collector-Emitter-Spannung —Uceo
Collector-Emitter-Spannung, mit Rgg < 6 kQ —Ucer
Emitter-Basis-Spannung —Ueso
Collectorstrom —lc
Basisstrom —lg
Verlustleistung
bei tamb = 25°C Piot
bei tqmb = 45°C Piot
Sperrschichttemperatur t
Lagertemperatur tsig
Waérmewiderstand Rihu

©,
-+
795 min.375 Gewicht: max.1,2g

22 \
12 \'
18 v
8 \'
50 mA
5 mA
100 mW
65 mW
85 °C
—55..4+85 °C
s 06 °C/mW

010163
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C ({falls nicht anders angegeben)

Arbeitspunkt —Ucg =6V, —Ic = 0,5mA

Basisspannung —Use 150 mV
Basisstrom —Is 6 nA
Stromverstdrkung —:—2— B 80
—Uce= 055V, —lc=4mA
Collector-Reststrom, —~Ucs = 6V —Icso 1< 35 pA
—Ucs =22V —lcso 1,5< 10 pA
—UcB = 6V, tamb=70°C —IcBo 20 < 120 nA
Emitter-Reststrom, —Ugp = 4V —leBo 06 < 3 A
Collector-Emitter-Sperrspannung, —Ic = 1mA  —Ucro = 12 v

Dynamische Kenndaten
bei tamb = 25°C

Transit-Frequenz, —Ucg =6V, —Ic = 0,5mA fr 16< 6 MHz

Stromverstérkungsfaktor B 80 (30...200)
—Uce=6V, —lc=05mA, f =1kHz

Collectorkapazitat Cv'c 7< 10 pF
—Uce=46V, lg=0, f=470kHz

Basis-Bahnwiderstand rbb’ 120 < 200 Q
—Uce =6V, Ic =05mA, f = 470kHz

280 Y



TELEFUNKEN

Vierpol-Parameter

Emitterschaltung, f = 2MHz, —Uce =6V, —Ilc = 0,5mA

Eingangsleitwert

Eingangskapazitét

Rickwdrtssteilheit
Yorwaértssteilheit
Ausgangsleitwert

Ausgangskapazitat

Re yie

Im yie
Cie

Re yre
lytel
Re yoe

Im yoe
COG

020164

0,6

1,88
150

20
16
100

275
22

m$S
m$
pF
nS
m$S
pS
1S
pF

281
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Germariom  TELEFUNKEN

pnp-
UHF-Mesa-Transistor
Fir die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz.
Abmessungen
Mafie in mm - .
cs 935
S =
@
-3
e T,
53— 173 : Gewicht: max.0,5g
Metallgehé&use &hnlich JEDEC TO 18
Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Grenzdaten
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 20 \'
Collector-Basis-Spannung —Ucso 30 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 05 \"
Collectorstrom —Ic 8 mA
Emitterstrom le 8 mA
Basisstrom —ls 1 mA
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 60 mW
Sperrschichttemperatur t 90 °C
Lagertemperatur tsig —30..+75 °C
Warmewiderstand Rihu 0,75 °ClmW
Waérme-Innenwiderstand Rih 04 °C/mW
W TELEFUNKEN|
g N AR
Reny
N
Frot N\
\\
Zulassige Verlustleistung
I Piot = f("umb)
20 50 100°C
z*amb >
<
4[]
010165 V4 283
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tqmp = 25 °C

Min.
Collector-Reststrom, —Ucg = 20V —lco
Collector-Reststrom, —Ucp = 20V, t; = 60°C —lcso
Emitter-Reststrom, —Upg = 0,5V —leBO
Arbeitspunkt: —Uce = 12V, —lc = 1,5 mA
Basisspannung —Use 320
Basisstrom —Ip
Arbeitspunkt: —Uce =6V, —lc = 2mA
Basisspannung —Uge
Basisstrom —Ig
Arbeitspunkt: —Ucg =6V, —Ic = 5mA
Basisspannung —Use 340
Basisstrom —Is
. Ic
Stromverstérkung oy
B
—Uce = 12V, —lc = 1,5mA B 10
—Uce= 6V, —lc= 2mA
—Uce= 6V, —lc= 5mA B

Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc =05mA —Uceo 25
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ilc=01mA —Ucgo 30

Emitter-Basis-Sperrspannung, —lg=01mA —Ugpo 05

Typ.

0,7

380
25

380
31

405

60

65
90

Max.

30

100

430
150

450

pA
pA

A

mY
nA

mY
A

mY
nA
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tgmb = 25°C

Min.  Typ.
Arbeitspunkt: —Ucg = 12V, —Ic = 1,5mA
Transit-Frequenz, f = 100 MHz fr 250 500
Maximale Schwingfrequenz fmax 2,6
Rickwirkungszeitkonstante, f = 2,5 MHz rbb - Cb'c 3
Rickwirkungskapazitét, f = 450 kHz Cre -03
Rauschmaf, f = 800 MHz, Rg = 60Q F 7
Leistungsverstdrkung Vb 10,2 n
Basisschaltung, f = 800 MHz,

—Ucs = 12V, —Ilc =15mA

Riickwirkungsddmpfung Vobinv. 23

Basisschaltung, f = 800 MHz
—Ucs = 12V, —Ic =1,5mA

Priifling

D

son

Leitungskreis
mit Auskopplung

=4

’ 600
(Empfinger)

é — g

Mef3schaltung

020165

Max.

MHz
GHz
ps
pF
dB

dB

dB
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182

S910€0

200 IElEFUNKEI:
/IA R&/V-B 2503
10
mA
150
— =5V ’]
100 ’
—Ip I I
II 5
50
0 _// 0
0 100 200 300 400 500mvy
~lUgg ———
Eingangskennlinie
—lg = f (—Use)
~Uce = 5V
= 25°C

S =2000A | AR
| | 2207 || 180uA
240uA 160 puA
“ 140 A
12007
|| [
/f 100uA
i e
daa
| y
/]
/ T 60,4A
/|
/
40 A
ZO/IA
L
5 10 75 20V
_Ucf “—‘*—b
Ausgangskennlinien
(Emitterschaltung)
—lc = f(—Uce)
—Ilg = Parameter
tj = 25°C

w0000000900000000000,

NIXNNd4d3113l

9L AdY



88z

10
mA

TELEFUNKEN
R&/V-B 2505R
_UCE=5 14
4=Z,
0 100 200 300 400 500 my

—Uge Lol

Spannungs-Strichsteuerkennlinie
—lc = f(~Uee)
—Uce 5V
ti 25°C

o

m’z [y //
/
/
~Up=5V
5
-1 /
V/ )
/
s LA
g 50 100 75[7/%4
—IB —
Strom-Steuerkennlinie
—lc = f (—lg)
—Uce =5V
ti = 25°C

9L AdVY

NIXNN431131l1



682

§910v0

mj “VELEFUNKEN] T——
‘41,4 8 R&/V-B 2507 | IIIIZ EEV_P-L;';;F': IE = 10mA
i |
4 9mA
, /2aniNG
z / / 8 mA
w0? / / !
8 / —f / / 7mA
s 7 y 4 / |
7 .
4 GmA
/ / / J
/ 5 / — ,
~Igp 2 /7 —I / / smA
1 | Ve / 1
A 0 v Y/ 4 mA
=D ; 7 1/ |
V4 6 f .
" / ( BmA
/ / N
2 / Zm,|4
0° ~ mA
8 y 4
6 /)
[ 50 100 °C -04 —02 /) 5 nv
t/' —_— "‘Uca —_—
Temperaturabhéngigkeit des Reststromes Ausgangskennlinien
—lcgo = f (K) (Basisschaltung)
—Uceo = 20V ~lc = f (—Ucs)
— - —— oberer Streuwert le = Parameter
ti = 25°C

I

NIXNMN4313l

9L AdV



062

30 TELEFUNKEN
R&/V-B
aB

T 20 \\

\
%b opt N\

10

0

,02 2 4 6 8 703 2 MHz

f——
Frequenzabhdngigkeit der Leistungsverstirkung
(Emitterschaltung)

Vebopt = f (f)
—Uce 12V
—Ic = 1,5mA

nmnn

o R
MHz "
600
~Ypp=12V
D

400 /

\

\
\

14
3
200
0 i
0 7 2 3 4 5 6mA
Transit-Frequenz
fr = f(~lc)
—Uce = Parameter
ti = 25°C

9L AdV

NINNN43T73L



TELEFUNKEN

5
aB

0

TELEFUNKEN|
6/Y-B 2510 R

/
/
. /
N vy
70_7 2 4 6 8 700 2 4 6 8 701 2 4 6 8 102 2 4 6 8703MHZ

e

Frequenzabhéngigkeit des Rauschens

050165

F=1(f
—Ucg = 12V
—lc = 1,5mA
Rc = 60 Q
A\
Ep
AV 4
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434

0 TELEFUNKEN
fﬂS R8/V-8 2512R j /00MHZ
1
/
—g II II
/ 200MHz
J &
/
—12 // II
/
y
Imy, /\ l
B y - [400MmHz
B 35mi < II
/
15mA
s N/
NV 600MHz
—I,=05mA
|
—15 |
-3 -62 -q7 0

A’e}’rb —

Rickwartssteilheit yb
(Basisschaltung)

—Ucs = 12V

~Ic, f = Parameter

20
m$

~20
Im y,,

({

R&/V-

TELEFUNKEN

B 2511 R

—Ypg=12V
—I=05mA
[ LgmA
800 MHz 15mA
.,
A / N\ 20mA
p \\ 35mA
4O0MHz
\ &
77
200MHz 100 MHz //
400MHz S
U 4
\\\'—fo—' A
- ~lpg=5V
50 00ms

Eingangsleitwert y;p
(Basisschaltung)
—Ucs, —lc, f = Parameter

Mef3ebene 5 mm unter Geh&useboden

91 AdV

NIXNNd373l



TELEFUNKEN

80 [T TELEFUNKEN
5/V-B2513R
mS
/ N
50 N
/ maMHz\ 200 MHz

Vet
m | ENK
40MHZ7 | )(\

LN

—I,=35mA_20mAT5mA 10mA 05mA

—20
=100 —50 7 20ms

/93}//0 —_—l

Yorwadartssteilheit ysb
(Basisschaltung)

—Ucs = 12V
—Ilc, f = Parameter

Mef3ebene 5 mm unter Gehduseboden
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TELEFUNKEN

1
s LR
800 MHz
L] 7
0..4
T~ / //
U= 12v / k1% 2V
/|
//
5 7
Im vyob /
y 400MHz
oief /
/| /
/ 4
200 MHz
O
100 MHz|
; |
0 02 g4 06 Q8 10 12 14 16mS
Re yop ————p

Ausgangsleitwert yop
(Basisschaltung)
—Ucs, f = Parameter

le = Parameter
Olg = 0,5mA
®Ilg = 3,5mA

MefBebene 5 mm unter Gehéuseboden
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Germanium TELEFUNKEN

pnp-Drift-
Flachentransistor HF-Transistor

Fiir HF-Stufen und ZF-Verstarker bis zu 20 MHz.

Vorldufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

L min.20 -  Gewicht: max. 1 g

Zubehor
Zwischensockel Lager-Nr. 30522

Isolierkappe Lager-Nr. 30578

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 25 \
Collector-Emitter-Spannung mit Rgg = 30 kQ —Ucer 18 v
Emitter-Basis-Spannung —Ueeo 0,7 \'
Collectorstrom —lc 50 mA
Basisstrom —Ig 10 mA
Basisstrom +ls 1 mA
Verlustleistung bei tamp = 45°C Piot 60 mW
bei tamb = 25°C Prot 90 mW
Sperrschichttemperatur ti 85 °C
Lagertemperatur tstg —55...+85 ©°C
Wiérmewiderstand Rihu < 0,65 °C/mW

oores <D

A\ 2 295
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Arbeitspunkt —Uce =46V, —Ic =1 mA

Basisspannung —Usge
Basisstrom —lp
Collector-Reststrom, —Ucs = 6V —lcro

—Ucg =25V —lceo
—UcB = 25V, tamb = 70°C  —lcBo
Emitter-Reststrom, —Ues =046V —leso
Collector-Emitter-Sperrspannung —Ucer

mit Rege = 30kQ, —Ic = 1 mA

Dynamische Kenndaten
bei fqmb = 25 OC

Arbeitspunkt —Uce =6V, —ic = 1mA

250
12

3I< 10
5< 2
80 < 500

I< 2

35> 2
80 > 40
25.10-12

18< 3

my

pA

A
pA

MHz

pF

Transit-Frequenz fr
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B
Rickwirkungszeitkonstante oy’ - Co'c
Riickwirkungskapazitét Cre
/A\\\
Q)
296 A4




TELEFUNKEN

Vierpol-Parameter

Emitterschaltung, f = 10,7 MHz, —Ucg =6V, —Ic =1 mA

Eingangsleitwert

Eingangskapazit&t

Rickwartssteilheit

Riickwirkungskapazitét

VYorwartssteilheit

Ausgangsleitwert

Ausgangskapazitdt

020165

Re Yie

Im yie
Cio

Re Yre
Im Yre
Cre
lytel

Pfe

Re yoe
Im Yoe

COO

285
10,75

160

133
121

18

36
—-18

12,5
229

34

m$S
mS

pF

nS
uS

pF
m$

pS
uS

pF

297
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Germanium
pnp-

Flachentransistor

TELEFUNKEN

HF - Leistungs -Transistor

Vorldufige technische Daten

Gleichstrom-MeBwerte
famb = 25 °C

1. Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic = 10 mA

Basisstrom
Basisspannung

2. Arbeitspunkt —Uce = 0,55V, —lc = 200 mA

Basisstrom
Basisspannung

Reststrome
fqmb = 25°C

Collectorreststrom, —~Ucp = 6V
Emitter offen

Collectorreststrom, —Ucpg = 50V
Emitter offen

Emitterreststrom, —Ugs = 0,6 V
Collector offen
tamb = 70 OC

Collectorreststrom, —Ucg =6V
Emitter offen

Wérme-Innenwiderstand

Wiirmewiderstand

Wechselstrom-MeBwerte
'qmb = 25°C

Grenzfrequenz

—Uce=6V, —lc=4mA
Stromverstérkungsfaktor

—Uce =6V, —lc=4mA, f = 1kHz

Collectorkapazitat
—Ucs =6V, —le=0, f=470kHz

010164

—Ig
—Use

—1Ig
—Use

—lebo
—lebo

—lebo

—lcbo

Ritherm

Rtherm

fr

hfe

Cob

100
300

6
500

1,5

100

40

90

< 12
< 850

< 12

< 30

< 2

< 550

60

A IA

0,2

> 2

A
mV

mA
mV

A

°C/W
°C/mW

MHz

pF

299

724422



TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

bei —lc= 5mA —Uceo 30
bei —Ic = 250 mA —Uceo 15
Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso 50
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —UeBo 0,7
bei offenem Collector
Collectorstrom —Ic 250
Collectorspitzenstrom ~lecsp 500
Basisstrom —ls 20
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C, in ruhender Luft Pc.e 250
tamb = 45°C, in ruhender Luft Pc+E 150
tGehause < 45°C Pc+E 500
Sperrschichttemperatur t 75
Lagerungstemperatur t —45...+75

max. Abmessungen

£ grine /solation
8 gelbe Isolation
C blanker Draht

Collector mit Gehéuse verbunden

Gewicht: max. 12 g

mA
mA
mA

mwW
mW
mwW

°C
°C

Zubehér
Befestigungsflansch Lager-Nr. 30513
Isolierscheibe (Oval) Lager-Nr. 30508
Isolierscheibe (Rund) Lager-Nr. 30514
Befestigungsflansch (Metall) Lager-Nr. 30511
Isolier-Ring Lager-Nr. 30512
74
&>
300 V




BFY 27

silizivm TELEFUNKEN (2N 915)

npn-

Planar-Transistor HF-Transistor
Fiir HF-Verstirker und Oszillatoren sowie fiir nicht iibersteverte Schalter.
Abmessungen

Mafle in mm
) 95%
I = /
s Q)%
£ t ¥
53 le—— min.375 Gewicht: max.0,5g
Normgehd&use JEDEC TO 18
Collector mit Gehéuse verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 70 \';
Collector-Emitter-Spannung Uceo 50 \'
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 \'
Verlustleistung Piot siehe Diagramm
bei tamb = 45°C Piot 320 mwW

Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagertemperatur tsig ~65..+300 ©°C
Wirmewiderstand Rihu 0,49 °C/mW
Wérme-Innenwiderstand Rih 146 °C/W

W

K
1
T N
fe+e g5 N
— N\ Pc.e = f (tamb)
1 N 1 in ruhender Luft
2 thermischer Kurzschluf3
] 100 200 °¢
tamp ——
A\

010165 <E§§>

\V 301



BFY 27 TELEFUNKEN

(2N 915)

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamp = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Min. Max.
Collector-Reststrom, Ucg = 60V Iceo 10 nA
Collector-Reststrom, Ucg = 60V, t; = 150 °C Iceo 30 pA
Collector-Sattigungsspannung UcEsat 1V
Ilc = 10mA, Iz = 1 mA
Basis-Sattigungsspannung UgEsat 09 Vv
Ic = 10mA, Ig = 1mA
Collector-Basis-Stromverhdltnis B 40 160
Uce =5V, Ic = 10mA
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA Ucso 70 v
Collector-Emitter-Sperrspannung Uceo 50 \'
Ic =10mA, t, £03ms, V = 0,02
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Transit-Frequenz, Ucg = 15V, Ic = 10mA fr 250 MHz
Collector-Kapazitét, Ucg = 10V, I =0 Cob 35 pF

/:}
E)
NV 4

302



TELEFUNKEN BFY 27

/4

(2N 915)
20 — Tp=300uAl ||| e
mA T — 2501 A
|
w
75 el 200 uA
4
75014
70
I -
100uA
5
50uA
0 5 10 75 20V
Vg ——— lc = f{Uce)
I8 = Parameter
Ausgangskennlinien tamb = 25°C
7 TELEFUNKEN
R6/V-B 2369 R
A
Ueg =5V
05
I /
0 1
05 06 97 08 99 v
Use > Is = f (Usg)
Ucg = 5V
Eingangskennlinie tamb = 25°C
(/A\
QIENL
020165 ‘@> 303



BFY 27 TELEFUNKEN
(2N 915)
,00 TELEFUNKEN
R&/V-B2370R
" P~
NN
50 \\\
Uee =5V ™
B | CE N
N
g 70 20 30 40 50mA
Pp—— B = f (i
Ucg = 5V
Collector-Basis-Stromverhdltnis tamb = 25°C
400 TELEFUNKEN
R8/V-B2371R
MHz
250 T Yep =15V
vd N l
/,/ ot P ~ ,0;/_
A ] %
300 //// sV —
7 y/ /4
/14
/
250
200 L
g 5 70 5mA
» fr = f (i)
% Uce = Parameter
Transit-Frequenz tamb = 25°C
AN
<&D>
304 AV 4




TELEFUNKEN BFY 27
(2N 915)
18 TELEFUNKEN]
m§ ]ka/ -8 2341 R
16 f=
4) T3 200MH: ]
% - -~
L=2inA % 5mA 10mA
12 LA T T Mz
Z A — A
10 7100 MHz
. L - /
intie g A lel
L
§ Y A~ 7 30 MHz
g L
4
2
0 5 10 15 20 25m$S
Re ypo —————» Uce = 10V
Eingangsleitwert yie (Emitterschaltung) lc, f = Parameter
Mef3ebene 5 mm unter Gehduseboden
I ! TELEFUNKEN;
ms - RS/V:B 2342R
-80 I =10 I& = 4
-70 L f=30MHz
/
5 A 5mA ’
™" 4
=50 N 100 MHz 7
I \ ~ad 7/
e 40 oo A 150MH 4
\ NED_dl) 2
y 4 1 2mATT 7
=30 <N H —
~
=20
-10
0
=20 ) 20 40 60 80 mS
Reyp———" Uce = 10V
f = Parameter

Vorwdirtssteilheit yfe (Emitterschaltung) e,
Meflebene 5 mm unter Gehduseboden

030165
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BFY 27 TELEFUNKEN

(2N 915)

5 J TELEFUNKEN,
ms il R‘5/V-B|2344R
// }f-zoaMHz—

I =2m4 5mA 10mA

/"" y ’750Ml~ll

/
/

Im yoe /4.-%- = =100 MHz
/

! L=
0 05 7 15 2ms
Re yoo ————» Uce = 10V
Ausgangsleitwert yoo (Emitterschaltung) |/ f = Parameter
(5
&
r4d 2\
B2l & - 5
§ ] 5
N 3
3 3 2 <=
A I 2 £EX
= o
SEE . | &, 28
\ § ?‘ ;“; 0 O "? o:
AN 5 g s
£ < = I
. T 2
A s ~ B
nUEIRES T 5
NS | S S
S £
J TN 32
- @ @ ~ @ - Pl S
-

Mef3ebene 5 mm unter Gehduseboden
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Silzium TELEFUNKEN

npn-
Planar-Transistor

Transistor mit hoher Sperrspannung, besonders fir die Ansteverung
von Ziffern-Anzeigerdhren.

Vorléufige technische Daten

Abmessungen
Mafle in mm

w '3
¢ > }5

JOIRN =
6,6 [-— min. 37,5 Gewicht: max. 1,5g

H,S’T-

]

Normgehéuse JEDEC TO 5
Collector mit Geh&use verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Uceo 100 \'
Collector-Emitter-Spannung mit Rge < 1kQ Ucer 90 \"
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 \'
Collectorstrom Ic 50 mA
Verlustleistung
bei tamb = 45°C Ptot 565 mW
bei tcase é 45 °C Ptot 1,35 W
Sperrschichttemperatur t; +175 °C
Lagertemperatur tstg —55..+175 °C
Warmewiderstand Rihu < 230 °C/IW
Warme-Innenwiderstand Rihc < 9 °C/W
4
QJEeN >
010165 \ V4 307
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TELEFUNKEN

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, Ucg = 75V
Collector-Reststrom, Ucg = 75V, tj = 150 °C

Collector-Sattigungsspannung
Ilc =2mA, Ig = 0,2mA

Collector-Basis-Stromverhdltnis
Uce =10V, Ic=2mA

Basisspannung, Uce = 10V, Ic = 2mA
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,5 mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
Ic = TmA, Rge = 1kQ

Emitter-Basis-Spannung, Ig = 0,1 mA

<&p

308

AV 4

lcso
leso

UcEsat

Use
Ucso

Ucer

Ueso

Min.

30

100

90

70 TEEFRRE]
12
10 =
~
Ueer s
50
g
W 2 4 68yl 2 4 6 8k 46 8 46 880
Rge ————»= Ucer = f (Reg)
Ilc = TmA
Zuléssige Collectorspannung tp = 0,1 ms
Y = 0,01
fqmb = 25 OC
Kenndaten

Max.

01 pA

100 pA

09 V

08 V
v
v




TELEFUNKEN

124

TELEFUNKEN
mA ! II ! l ! RS/V-B 2386 R
ol—L Iz =18004 1604
1ol 7
s s 12044
L~ 100uA
6
I Bra N
"
4 60uA \
40uA \
2 ===
0uA j
|
0 50 90V
" Ausgangskennlinien
e Ic = f(Uce)
Is = Parameter
fqmb = 25°C
8 TELEFUNKEN
R3/V-B 2387 R|
mA
6
T ,
U =5V
y /
Ig
/
Z 4
A
00,6‘ a7 08 09 1 11 12v
Eingangskennlinie
Ugr ————Ppp
o ls = f (Uge)
Uce = 5V
tamb = 25°C
AN

020165

309



TELEFUNKEN

80 TELEFUNKEN
R&/V-B 2388 R
80
/ Upe =10V
wl4 ™~
B / N
[ N
[ | ~N
20
0 0 20 30mA
I c ———»

Collector-Basis-Stromverhdiltnis

B = f(lc)
Uce = 10V
tamb = 25°C

A\
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Silizium TELEF““KE“

npn-
Epitaxial-Planar-Transistor

BFY 66
(2N 918)

UHF-Transistor

Abmessungen

Mafe in mm

Vorléufige technische Daten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Verlustleistung
bei tamb < 25°C
bei tease < 25°C
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand

Waérme-Innenwiderstand

N 959
¢ L <y /
s Q) %
£ } ¥
53l«—— min375
Collector mit Gehé&use verbunden
Grenzdaten

Ucso
Uceo
Ueso

Piot

Ptot

"sig

Rthu
Rinc

Fiir UHF-Verstdrker und Oszillatoren sowie fiir nicht iibersteuerte schnelle Schalter.

Gewicht: max.0,5g
Normgehd&use JEDEC TO 18

30
15

200

300

200
—65... +300

0,88
585

<

mW
mW
°C

°C/mW
°C/W

010165 EE >

3N

/7



(2N 918)

BFY 66 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min, Max.
Collector-Reststrom, Ucg = 15V Icso 10 nA
Collector-Reststrom, Ucs = 15V, t; = 150 °C Icso 1 pA
Collector-Séttigungsspannung UcEsat 04 V
Ilc=10mA, Ig = 1 mA
Basis-Sattigungsspannung UEsat 1 Vv
Ic=10mA, Ig = 1TmA
Collector-Basis-Stromverhéltnis B 20
Ucke=1V, Ic=3mA
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 1pA Uceo 30
Collector-Emitter-Sperrspannung Uceo 15 A
lc=3mA, t, £03ms, V =0,02
Emitter-Basis-Sperrspannung, Ig = 10 pA Ueso 3 \"2
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Transit-Frequenz, Uce = 10V, Ic = 4 mA fr 600 MHz
Collectorkapazitat Cob 17 pF
Ucs =10V, lg=0, f=1MHz
Collectorkapazitét Cob 30 pF
Ucg= 0V, lg=0, f=1MHz
Eingangskapazitét Cib 2,0
Uce =0,5Y, =0, f = 1MHz
Rauschmaf} F 6 dB
Uce=46V, Ilc=1mA, f=60MHz, Rg=400Q
Leistungsverstdrkung
in Emitterschaltung neutralisiert Vpe 15 dB
Uce = 12V, Ic = 6 mA, f = 200 MHz
Ausgangsleistung in Basisschaltung n, 30 mW
Ucs = 15V, Ic = 8 mA, f = 500 MHz
A\
<>
312 \¥ 4




Typen fir industrielle
Anwendung

Schalt-Transistoren }

Uz






ASY 24

Germanium TE l. E F u “ K E “ ASY 248

pnp-

Flachentransistor Schalttransistor
Abmessungen

Mafle in mm

5%

v

/

Q
*

®
rn@m

er

Zubehor

Befestigungsschelle  Lager-Nr. 30 504
Zwischensockel Lager-Nr. 30522
Isolierkappe Lager-Nr. 30578

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

bei —lc= 5mA —Uceo
bei —lc = 250 mA —Uceo

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucxk
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector
Collectorspitzenstrom —lecsp
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C in ruhender Luft Pc.E
tamb = 45°C in ruhender Luft Pc+E
Sperrschichttemperatur f
Lagerungstemperatur h
AN

)
I
1

ASY24 ASY24B

25
12
30
50
0,7
250

100

65

85

—45...+85

m//l.37,5—->J Gewicht: max.1,2g

20
10

25

35

0,6

250

<

mA

mwW
mW

°C
°C

010165

315
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ASY 24 TELEFUNKEN

1

316

Rtherm

V=—f2
T

I

f (tp)

Zulassige Impulsbelastbarkeit

Parameter

ASY 24B
mW TELEFUNKEN mA TELEFUNKEN
700 RS6/V-B2281 R R&/V-B 2282R
N 200
N \ \ssrz
\
Repy - ASY 24 B \
Peot Cmax 199
\\\ \‘\ -
0 N N
20 50 30°c 0 10 20 kA%
tamp ——— —lUyg ——
Zulassige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f('umb) —lcmax = f(UCE)
3 TELEFUNKEN]
W LT[ T [
°c
w2 Y=001 T L]
8 F——p07 b HH
P - ] — HH
~ tp
4 F—qu05 \\ N T~
| A — ~.~\
2 —o1 R V\
1 1 [ T \‘b
R therm 103 02
l;
4 Ty
~
2 L
1°
05 2 b G8grb 2 4 68403 2 4 6847 2 4 6 8gp
h—




TELEFUNKEN ASY 24

ASY 248B
Gleichstrom-MeBwerte
. Ic
Stromverstdrkung = s
tamb = 25°C
—Uce =055V, —lc= 4mA B 90 > 40
—Uce =055V, —Ic = 200 mA B 65 > 20
Reststrome, tamb = 25°C
Collectorreststrom, —Ucp = 6 V —lebo 2 < 10 uA
Emitter offen
ASY 24  Collectorreststrom, —Ucg = 50 V —lebo 3 < 15 pA
Emitter offen
ASY 24 B Collectorreststrom, —Ucp = 35V —lebo 3 < 15 A
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucg = 30 V —lek 3 < 25 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Emitterreststrom, —Ugs = 0,7 V —lebo 1,5 < 20 A
Collector offen
fqmb = 70 °C
Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lebo 110 < 550 pA
Emitter offen
Collector-Séttigungsspannung —Ucesat 180 < 250 mV
—I1g = 20mA, —Ic = 200 mA
Basis-Sdttigungsspannung —Usesat 570 < 700 mV
—Ig = 20 mA, —lc = 200 mA
Waérmewiderstand Riherm £ 06 °C/mW
A

N
020165 <@?)

7 317
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ASY 24 TELEFUNKEN

ASY 248B

Wechselstrom-MeBwerte, toms, = 25°C

Grenzfrequenz fr 2 > 12 MHz
—Ucs =025V, —lc=4mA

Collectorkapazitét Cob 33 < 5 pF
—Ucs =6V, —lc=0, f=10 MHz

Emitterkapazitét CEs 5 < 70 pF

—Ues =0, f = 2MHz 50 mVen

Schaltzeiten

Stromkonstante Einspeisung
—Uce =1V, ~lc =250 mA, Rgen = 1 kQ

Anstiegzeit te 1,1 < 25 us
Abfallzeit t 13 < 3 us
Ropn=1kQ2 ’

UOszillograph
Impuls— 200
Generator 500 %
Il
' | |
+ —_—

Spannungskonstante Einspeisung
—Uce =1V, —lc =250mA, Rgen =2Q

Anstiegzeit tr 075 < 1,5 us
Abfallzeit ¥ 009 < 02 us
[2.7¢} ¢
dszi
Impuls - 20 Iszillograph
Generator Foon =202

318



ermanivm TELEFUNKEN
Flachentransistor Schalttransistor
Abmessungen
Mafle in mm
% 95%

c }— LN /

@ E
8 o
N

£ L1
66 min. 375

010165 Ew

Die Basis ist mit dem Gehduse verbunden.

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung —Ucso
Collector-Emitter-Spannung —Uce
Collector-Emitter-Spannung, —Ic = 5mA —Uceo
Emitter-Basis-Spannung —Ueso
Collectorstrom ~lc
Collectorspitzenstrom —lem
Basisstrom —lg
Basisspitzenstrom —lgm
Emitterstrom Ie
Emitterspitzenstrom lem
Verlustleistung

bei tamb = 45°C Piot

bei tamb = 25°C Ptot

bei tease < 55°C Piot
Sperrschichttemperatur t
Lagertemperatur tstg
Waérmewiderstand Rihu
Waérme-Innenwiderstand Rihc

Gewicht: max.1,5¢g
Metallgehéuse ~ TO 5

30
25
15
20
200
300
30
300
230
300

100
150
150

—65...+100

04
0,2

IA 1A

mW
mW
mwW

°C

°C/mW
°ClmW

319

77777/



TELEFUNKEN

320

150 0
o [N e o RAyagy
\ W)
100 AN \ (6 200
\
12 T N I
max
tot 50 thl \\ \\ 00
\
N\
-~
0 1
20 50 100°¢ 0 10 20 kA%
tl' ——— —”[f —_
Zulassige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Prot = f (t;) —lcmax = f (Uce)
tot i - — -~ Kurzzeitige Uberschreitungen des
Rih = Parameter erlaubten Bereiches sind zulassig,
sofern die Energie 200 uWs nicht
Uberschreitet und +Uge=0,2...2V ist
n R
v
T~
20
\
~Ugep
10 }
-y
(7
Foe |'
+
[}
w2 b S8z 2 4 683 2 4 G 2 4 685
Rop ———— —Ucer = f (Ree)
dic
Zuléssige Collectorspannung dUce 400 3
Thermische Stabilitét mu gewdhrleistet sein ti = 25°C




TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Collector-Reststrom, —Ucp = 5V —IcBo s 3 nA
Collector-Reststrom —Ilcev < 35 uA
—Uce=25V, +Upe = 0,2V, tamb = 60°C
Basis-Reststrom, +Igev < 35 uA
~Uce=20V, +Uge =5V, tamb = 60°C
Emitter-Reststrom, —Ugp = 5V —IleBO < 3 A
Emitter-Fluf3spannung, Uk < 02 \"
—UcB =25V, tamb = 60°C
Collector-Sattigungsspannung
—lc =10mA, —Ig = 0,33 mA —UcCEsat < 02 \"
—Ilc =50mA, —1g =20 mA —UCEsat <025 \"
Basis-Sattigungsspannung
—lc=10mA, —lg =04 mA —UBEsat 02..0,37 Y
"'C = 50 mA, ‘—|B = 2,4 mA _UBEsaI g 0,55 v
Arbeitspunkt Ucg =0, [ = 10mA
Basisstrom —lg < 325 A
Arbeitspunkt Ucg = 0, e = 20 mA
Basisstrom —Is 250...650 nA
Arbeitspunkt Ucg = 0, lIe = 100 mA
Basisspannung —Use < 0,65 \'
Basisstrom —lg <475 mA
Arbeitspunkt Ucg = 0, Ig = 200 mA
Basisspannung —Use =13 v
Basisstrom —ls <125 mA
Collector-Basis-Stromverhdltnis
Ueg =0 lg= 10mA B = 30
Ucg =0, le= 20mA B 30...80
Ucg =0, I = 100 mA B = 21
Ucg = 0, Ie = 200 mA B = 16
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 5mA  —Uceo = 15 v
Collector-Basis-Sperrspannung, —Uceo = 30 \'4
~=Ic = 40 pA, tomb = 60°C
Emitter-Basis-Sperrspannung,
~lgg = 0,1 mA, tamb = 60°C —Ueso = 2 \'
AN\

120165 <@>
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei fqmb = 25°C

Transit-Frequenz, —Uce =5V, —lc = 3mA fr = 4
Collectorkapazitét, —Ucg =5V, Ie=0 Ch'e £ 16
Emitterkapazitét, —Ugg =5V, Ic =0 Cb'e £ 13
Einschalt-Zeitkonstante fir T < 22
Stromkonstante Einspeisung
—Uce =075V, —icm = 50mA
Einschalt-Zeitkonstante fir T < 02
Spannungskonstante Einspeisung
—Uce = 0,75V, —icm = 1 mA
Ubersteuerungs-Zeitkonstante Ts < 14
Ic=0, —lg = 1mA
Collector-Basis-Stromverhdltnis beim Schalten Bs 15> 10
innerhalb des Obersteverungsbereiches fir
Stromsprung Alc = 50 mA, —Uce £ 03V
gemessen 0,1 us nach Anlegen des Stromsprunges
Schaltzeiten, tamb = 25°C
in der nachstehenden Schaltung gemessen
Verzdgerungszeit td < 9
Anstiegszeit tr < 490
Speicherzeit ts <135
Abfallzeit tf < 730
16 kQ * <
. 140 llgz/ilogmph
‘mpuls — F i =8pF
Generator o l?; Z10MN
+ —10V

Die Speicherzeit s steigt bis tamb = 60°C linear auf den 1,5fachen Wert an.
Die Abfalizeit t5 steigt bis taqmb = 60°C linear auf den 1,25fachen Wert an.

322
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TELEFUNKEN

200 on FUNKEN
~lp=6mA de 5 ma 1 Eﬂ?swﬂ
T 0 m 1
mA e e 4 mA
S 3 mA
150
[ 2mA
100 —
A
1mA —
50
0,5 mA
L
g 5 10 5V
Ausgangskennlinien
~lpp ————
—lc = f (—Ucg
—Ilg = Parameter
ti = 25°C
s TELEFUNKEN
,”A RS/V-B2271 R
7
s /
5
- ch =0V
3
~I, /
’ 7
2 A /
1
!
,
0 97 02 93 04 95 06 97 q8v
U Eingangskennlinie
8t —lg = f (—Uge)
—Ucp = 0V
ti = 25°C
7AN
030165 <> 323
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TELEFUNKEN

RRRRR V4 Y
Z 77
4
i,
2 /
g ,‘/
i y i ya
‘ i
Vi
¢ S/
2 / /
~Upp=5V
100 Vi
6 y ] Il
5 V4
/
¢ /
: //
B /|
" 8 y i ll'
6
7/
4
,/
. //
1072 /
-50 0 50 100°¢
ff ———»

Temperaturabhdngigkeit des Reststromes

~lceo = f {t)
—Ucs = 5V
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Germanium TELEFUNKEN
Flachentransistor Schalttransistor
Abmessungen

MafBle in mm

¢

F Q)

Die Basis ist mit dem Gehduse verbunden.

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung

Collector-Emitter-Spannung

’

Collector-Emitter-Spannung, —lc = 5mA

Emitter-Basis-Spannung
Collectorstrom
Collectorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Emitterstrom

Emitterspitzenstrom

Verlustleistung
bei tamb = 45°C
bei tamb < 25°C
bei tegse < 55°C

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand

Wadrme-Innenwiderstand

010165

E‘
66 min. 37,5

—Ucso
—Uce
—Uceo

—Ueso

lem

Piot
Piot
Piot

ts?g

Rihu

Rih

Gewicht: max.1,5¢g
Metallgehduse ~ TO 5

25
20
15
20
200
300
30
300
230
300

100
150
150

—65...+100

0,4
0,2

A A

< < < <

mA
mA
mA
mA
mA

mW
mW
mW

°C

°C/mW
°C/mW

325
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TELEFUNKEN

Prot

300
B IS N i ]
the
100 NG A\ 200
R \ \
) \ ~Iemox
50 T\ 100
N\
NG ul
0 0
20 50 90 °c 0 5 0 5 b/ 14
f— - —lUpg —
Zyverldssige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f(t;) K _!(Emax =bf (Uce)
Rw = Parameter - ——= Kurzzeitige Uberschreitungen des
th erlaubten Bereiches sind zuldssig,
sofern die Energie 200 uWs nicht
Uberschreitet und +Uge=0,2...2Vist
21’5 LN
20
i N
N
5 NC
N
N
~Ueer N
m .
) (114
5 (3 |
+
0
2 4 68 4 6 2 2 4 68
: 10? ‘w0’ A n'e

kHE >

Zulassige Collectorspannung

—Ucer = f (Reg)

dlc
dUcs = 400 uS

f = 25°C

326
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Collector-Reststrom, —Ucg = 5V —Icso < 3 pA

—Ucs =20V, +Upe = 0,2V, tamb = 60°C —lcev < 35 pA
Basis-Reststrom,

—Uce=20V, +Uge =5V, tamb = 60°C + ey < 35 pA
Emitter-Reststrom, —Ug =5V —leso < 3 nA
Emitter-Fluspannung,

—Ucs =20V, tamb = 60°C Usen < 02 V'
Collector-Séttigungsspannung

—lc=10mA, —Ig = 0,2 mA —UcEsat < 02 \')

—lc =50mA, —Ig = 1,25mA —UcEsat < 0,25 v
Basis-Sattigungsspannung

—lc = 10mA, —Ip = 0,25 mA —UsEsat 0,15...0,32 v

—lc =50mA, —Ig = 1,55 mA ~UBEsat <045 \
Arbeitspunkt Ucg =0, [ = 10mA

Basisstrom —Ig < 195 pA
Arbeitspunkt Ucg = 0, e = 20mA

Basisstrom —lg 130...395 nA
Arbeitspunkt Ucg = 0, Ig = 100 mA

Basisspannung —Uge < 0,55 v

Basisstrom —ls <325 mA
Arbeitspunkt Ucg = 0, g = 200 mA

Basisspannung —Uge s 14 v

Basissirom —Ilg s 95 mA
Collector-Basis-Stromverhéltnis

U =0, le= 10mA B = 51

Ues =0, lge= 20mA B 50...155

Ucs =0, I = 100 mA B = 30

Ucs = 0, I = 200 mA B s 2
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 5mA  —Uceo = 15 \%
Collector-Basis-Sperrspannung,

—lc = 40 pA, tamb = 60°C —Ucso = 25 v
Emitter-Basis-Sperrspannung,

—leg = 0,1 mA, tamb = 60°C —Ueso = 20 \'

A\
020165 EE'IE
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TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tamb = 25°C
Transit-Frequenz, —Uce =5V, —lc = 3mA fr = 6 MHz
Collectorkapazitét, —Ucg =5V, [ =0 Cb'e < 16 pF
Emitterkapazitat, —Us =5V, Ic =0 Cb'e £ 13 pF
Einschalt-Zeitkonstante fiir T < 22 us
Stromkonstante Einspeisung
—Uce =075V, —icm = 50 mA
Einschalt-Zeitkonstante fir T < 02 us
Spannungskonstante Einspeisung
—Uce =075V, —icm = TmA
Ubersteverungs-Zeitkonstante Ts < 14 us
lc=0, —lg=1mA
Collector-Basis-Stromverhdltnis beim Schalten Bs 25= 10
innerhalb des Ubersteverungsbereiches
fiir Stromsprung Alc = 50 mA, —Uce £03V
gemessen 0,1 ps nach Anlegen des Stromsprunges
Schaltzeiten, tamb = 25°C
in der nachstehenden Schaltung gemessen
Yerzdgerungszeit td =75 ns
Anstiegszeit tr =< 350 ns
Speicherzeit ts <155 us
Abfallzeit t < 620 ns
16 k2 *
E]jk 0 Oszillograph
Impuls — 10 nf [S8pF
Generator I‘—‘ | R =10M0
|
“+ —10V
Die Speicherzeit t; steigt bis tamb = 60°C linear auf den 1,5fachen Wert an.
Die Abfallzeit t5 steigt bis tamb = 60°C linear auf den 1,25fachen Wert an.

A\
<
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TELEFUNKEN!
R5/V-B2276R

—Uy=0V

04

1

g6

Tl ———

Eingangskennlinie

—Ig = f (—Ugg)
—Uce = 0V
ti = 25°C

g8V

200 7

_1' = 4/77/4 TglEFUNKEN
B R&/V-B 2275R]
mA ///r 35mA [
v ~-30mA
LT
e
d b 25mA
Ve 20mA
I/ /V
pd
P 15mA
/ﬂ
P
100
I 4 - 10mA
iiale
]
.
— 95 mA
™ — 1]
T
0.25mA
0
0 5 0 5y

U >

Ausgangskennlinien

—lc = f {—Ucg
—Ig = Parameter
ti = 25°C

A
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TELEFUNKEN

107 preroe
ﬂA R5/V-B 2272 14

\~. L

Ng\

‘ S 1/
2 /]
/””w=5 4

\.
<
L=
'
X
»

N
™
o

=50 a 50 100°C
ff ——»

Temperaturabhéngigkeit des Reststromes

—lceo = f (1)
—Ucs = 5V

330 Y



Carmanivm TELEFUNKEN
Transistor Schalttransistor
Abmessungen

Mafle in mm

+ Q)

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Collector-Emitter-Spannung, Ic = 5mA

Emitter-Basis-Spannung
Collectorstrom
Collectorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Emitterstrom

Emitterspitzenstrom

Verlustleistung

tamb = 45 °C

tamb < 25°C

tcase < 50°C
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand

Warme-innenwiderstand

@5"’{*

E‘
6,6 min. 37,5

Basis mit Geh&use verbunden

Uceo 30
Uce 25
Uceo 15
Ueso 20
Ic 100
lem 200
I 25
1.7} 200
—Ig 125
—IEm 200
Ptot 75
Piot 125
Prot 125
ti 75
tsig —55...+75
Rihu <04
Rin <02

010165

Gewicht: max.1,5¢g
Metdallgehé&use &hnlich JEDEC TO 5

< < < <

mA
mA
mA
mA
mA

mwW
mW
mwW

°C

°C
°ClmW
°C/mW

331
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, Ucg = 5V Icso < 3 nA
Collector-Reststrom Icev s 35 pA

Uce =20V, —Uge = 0,2V, tamp = 60°C
Emitter-Reststrom, Ugg = 5V leBoO < 3 uA
Basis-Reststrom —Igev < 35 nA

Uce =20V, —Uge =5V, tamb = 60°C
Collector-Sattigungsspannung

lc = 10mA, Ig = 0,33 mA UcEsat < 02 v

lc =50mA, Ig =20 mA UcCEsat <025 \'
Basis-Sé&ttigungsspannung

lc =10mA, Ig = 0,4 mA UBEsat 0,2..0,37 A

Ic =50mA, Ig =24mA UgEsat <055 \
Arbeitspunkt: Ucg =0, —Ilg = 10mA

Basisstrom I < 325 pA
Arbeitspunkt: Ucg =0, —lg = 20 mA

Basisstrom Is 250...645 nA
Arbeitspunkt: Ucg = 0, —Ig = 100 mA

Basisspannung Uske < 0,65 v

Basisstrom Is <475 mA
Collector-Basis-Stromverhdltnis

Ues=0, —le= 10mA B = 30

U =0, —le= 20mA B 30...80

Ucg = 0, —Ig = 100 mA B = 21
Collector-Basis-Sperrspannung

Ic = 100 wA, tamb = 60°C Uceo = 30
Collector-Emitter-Sperrspannung, Ic = 5mA Uceo = 15
Emitter-Basis-Sperrspannung

le = 0,1 mA, tamb = 60°C Ueso = 20 \Y

74
<<
332 7




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Transitfrequenz, Uce = 5V, Ic = 3mA
Collectorkapazitét, Ucg = 5V, I =0
Emitterkapazitdt, Ugg =5V, Ic=0

Einschalt-Zeitkonstante
fur Stromkonstante Einspeisurig
Uce = 0,75V, icm = 50 mA

Einschalt-Zeitkonstante
fir Spannungskonstante Einspeisung
Uce =075V, icm = TmA

Ubersteuerungs-Zeitkonstante

Ilc=0,Ig=1mA

020165

fr
Cv'e
Cb'e

AN IV

A

IA

IA

16
13
2,2

02

14

MHz
pF
pF

us

us

us
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Germaniom  TELEFUNKEN

Flachentransistor

Schalttransistor

Abmessungen
Mafe in mm

8 0
&
: ! i
66 min. 375 Gewicht: max.1,5g

Metallgehé&use &hnlich JEDEC TO 5
Basis mit Gehéuse verbunden

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 25 \
Collector-Emitter-Spannung Uce 20 \'
Collector-Emitter-Spannung, Ic = 5mA Uceo 15 \'
Emitter-Basis-Spannung Ueso 20 \'
Collectorstrom Ic 100 mA
Collectorspitzenstrom lem 200 mA
Basisstrom Is 25 mA
Basisspitzenstrom IBm 200 mA
Emitterstrom —Ig 125 mA
Emitterspitzenstrom —lem 200 mA

Verlustleistung

tamb = 45°C Prot 75 mW
tamb < 25°C Ptot 125 mW
tease < 50 °C Ptot 125 mW
Sperrschichttemperatur t 75 °C
Lagertemperatur tstg —55..+75 °C
Waéarmewiderstand Rihu <04 °C/mW
Wadarme-lnnenwiderstand Rihg < 0,2 °C/mW
i
N
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, Ucg = 5V lecso < 3

A

Collector-Reststrom Icevy 35

Uce =20V, —Uge = 0,2V, tamb = 60°C

Emitter-Reststrom, Ugg = 5V [3:%e) £ 3
Basis-Reststrom ~lgevy < 35
Uce =20V, —Uge =5V, tamb = 60°C
Collector-Sattigungsspannung
lc=10mA, Ig = 02mA UcEsat <02
Ilc = 50 mA, Ig = 1,25 mA UcEsat <0,25
Basis-Séttigungsspannung
Ilc = 10mA, Ig = 0,25 mA UBEsat 0,15..0,32
Ic = 50mA, Ig = 1,55 mA UEsat =045
Arbeitspunkt: Ucg =0, —lg = 10mA
Basisstrom Ig < 195
Arbeitspunkt: Ucg = 0, —lg = 20mA
Basisstrom Ig 130...395
Arbeitspunkt: Ucg = 0, —Ig = 100 mA
Basisspannung Use <055
Basisstrom I <325
Collector-Basis-Stromverhdltnis
Ueg =0, —le= 10mA B = 51
Ucs =0, —le= 20mA B 50...155
Ucg = 0, —Ig = 100 mA B = 30
Collector-Basis-Sperrspannung Ucso 2 25
Ic = 100 pA, tamb = 60°C
Collector-Emitter-Sperrspannung, lc = 5mA Uceo = 15
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso = 20

IE = 0,] mA, tamb = 60 °C

nA

uA

mA

336




TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Transitfrequenz
Uce=5V, Ic =3mA

Collectorkapazitét
Ues=5Y,lg=0

Emitterkapazitét
Usp =5V, Ic=0

Einschalt-Zeitkonstante
fir Stromkonstante Einspeisung
Uce =075V, icm = 50 mA

Einschalt-Zeitkonstante
fir Spannungskonstante Einspeisung
Uce =075V, icm = 1 mA

Ubersteuverungs-Zeitkonstante
Ic=0, Ig=1mA

020165

fr

Cv'c

Co'e

s

\%

IA

A

A

A

IA

16

2,2

0,2

14

MHz

pF

pF

us

ps
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Germanium TELEFUNKEN
Flachentransistor Schalttransistor

Abmessungen
Mafle in mm

@

‘10~ min. 375 Gewicht: max. 4g
Zubehor

Befestigungsschelle Lager-Nr. 30507

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

bel —lc= 5mA —Ucko 25 v
bei —lc = 250 mA —Uceo 12 v
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 30 v
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,7 v
bei offenem Collector
Spannung zwischen Collector und Basis —Uceo 50 \'
bei offenem Emitter
Collectorspitzenstrom —lesp 250 mA
Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tamb = 25°C in ruhender Luft Pc+E 120 mW
tamb = 45°C in ruhender Luft Pc+E 80 mW
tGehause < 45°C Pc+E 200 mW
Sperrschichitemperatur t; 85 °C
Lagerungstemperatur h —45...+85 °C

010165 ﬁ'ﬁ

\ ¥ 339

7777



TELEFUNKEN

o N R ma T
m N— 200
N\
N Rrhg \\
100 _
Prot \\ Temax 100 \
N
0 N¢\
20 50 9P0°c 0 10 20 30V
tCGSB—‘__> —UCE —
Zuléssige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f(fcase) —lcmax = f(_UCE)
3 T
aw [_v=001 LT 1T T
o 0,02 1.
10? |—g,u5 =N :I o I H
8 ’ L
6§ —01 S o 1]
4 | TN T~
— e N
2 BN
i RS
Fi therm 105 ]
5 Sung
4
2
10°
0% 2 4 68454 2 4 68997 2 4 6842 2 & 6 89p7%
ty———
Zuléssige Impulsbelastbarkeit
1
= = f (}
Ritherm ( p)
V = tTp = Parameter
74N
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TELEFUNKEN

Gleichstrom-MeBwerte
. lc
Stromverstdarkung =T
'qmb = 25 °C
—Uce =055V, —lc= 4mA B 90 > 40
—Uce =055V, —Ic = 200 mA B 65 > 20
Reststrome, tamb = 25°C
Collectorreststrom, —Ucp = 6 V —lebo 2 < 10 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucg = 50 V ~lebo 3 < 15 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucp = 30 V —lek 3 < 25 nA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Emitterreststrom, —Ugg = 0,7 V —lebo 15 < 20 A

Collector offen

Reststrome, tamb = 70°C
Collectorreststrom, —Ucg = 6V —lebo 110 < 550 nA

Emitter offen

Collector-Séittigungsspannung ~Ucesat 180 < 250 mV
—lg =20 mA, —lc = 200 mA

Basis-Séttigungsspannung —Ugesat 570 < 700 mV
~lg =20 mA, —lc =200 mA

IA

Wiérme-Innenwiderstand Ritherm 0,2 °ClmW

Wérmewiderstand Rtherm

IA

0,5 °C/mw

020165 <@>

YV 341

V4



TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Grenzfrequenz fr 2 > 12 MHz
~Ucs =025V, —Ilc =4 mA

Collectorkapazitét Cob 33 < 5 pF
—~Ucs =6V, —Ilc=0, f=10 MHz

Emitterkapazitét CEs 50 < 70 pF

Schaltzeiten

Stromkonstante Einspeisung
—Uce =1V, —lc = 250 mA, Rgen = 1 kQ

Anstiegzeit tr 11 < 25 us
Abfallzeit t 13 <3 us
ksen=l/fa s 4

Oszillograph
Impuls—
g%r;tor 500 + a0
1l
L]
+ -
Mef3-Schaltung
Spannungskonstante Einspeisung
—Uce =1V, —lc = 250mA, Rgen =2Q
Anstiegzeit te 075 < 15 us
Abfallzeit 1 009 < 02 us
J2.1¢) ¢
Oszillograph
Impuls — 20
E,Zggritor Foen =202
11
L]
+ —_—
Mef3-Schaltung

A\
<ED
\ ¥ %
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Germanivm TELEFUNKEN
‘I;I&’:henfrqnsistor Leistungs-Schalttransistor

Abmessungen
Mafle in mm

wl 7%

/

3
_
J 85 lv,siqs

Gewicht: max.22 g

fe———— 30

fe————— 405 ————

Normgehduse JEDEC TO 3
Zubehér
Isolierscheibe Lager-Nr. 30509
Isolierbuchse Lager-Nr. 30581
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 90 \'J
Collector-Emitter-Spannung, —Ic = 0,5 A —Uceo 65 A
Collector-Emitter-Spannung, —Ic = 10A —Uceo 45 \'
Emitter-Basis-Spannung —Uego 25 v
Collectorstrom —lc [ A
Collectorspitzenstrom —lcm 10 A
Basisstrom —ls 15 A
Verlustleistung bei tcgse = 45°C Ptot 30 w
Sperrschichttemperatur ti 90 °C
Lagertemperatur tstg —55.+75 °C
Wérme-Innenwiderstand Rihc <15 °C
010165 E“‘

\V 4 343
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TELE

i,ﬁ N b y \ T
\ A\
¥ \
AL 5 \
Prot \ ~I
" A\
\
\
0 50 100 °¢ 0 2 40 60
tegse —— Uy —— >
Zulassige Verlustleistung Erlaubter Arbeitsbereich
Piot = f (tcase) —lc = f (—Ucg)
tcase < 45°C
3
W LT [ 1 Tt
o
0,02 T—
107 i
005 V=001 i ) a i
Ll wemlll/}] \\\
. _ﬁ\~ » -_ l:y
| 0,2 T T
Il ]
2
Reng 190 —
8
6
4
2
0!
Wt 2 b 683 2 4 b 8gp=2 2 4 S8l 2 L 6 8yl
Zuléssige Impulsbelastbarkeit
1
TRe f (tp)
tp
V = T = Parameter

v
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TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)
Collector-Reststrom, —Ucgp = 6V —lcso 50 pA
~Ucg =75V —IcBo 025 < 1,5 mA
—Ucs =75V, tamb=85°C —IcBo 6< 15 mA
Emitter-Reststrom, —Ugg = 24V ~leso 0,15 < 1 mA
—Ueg =24V, tamb=85°C —IeBoO 5< 10 mA
Collector-Sattigungsspannung —UcEsat 025 < 05 \')
—lg=06A, —lc=6A
Basis-Sattigungsspannung —UBEsat <10 \'
—IB=0,6A, —lc=6A
Stromverstérkung B 33> 2
—Uce=15Y, —Ilc=5A
Basisspannung —UBe 07 < 1,0 v
—Uce=1,5Y, —Ic=5A
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc =0,5A —Uceo = 65 \
Collector-Emitter-Sperrspannung, —l¢c = 10A —Uceo = 45 \"
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc = 5mA —Uces > 80 \"
Collector-Basis-Sperrspannung, —Ic= 5mA —Ucso = 9 v
A\

020164 <@>
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AUY 28

TELEFUNKEN

Dynamische Kenndaten
bei tqmb = 25°C

Transit-Frequenz, —Uce =3V, —lc=1A
Grenzfrequenz, —Uce=3V, —lc=1A

Ausgangskapazitat
—Ucs =6V, lg=0, f =470kHz

Basis-Bahnwiderstand
—Ucg =6V, —lc = 1mA, f = 470kHz

Schaltzeiten

fr 250
fs 55
Cob 300
rbb 7

Fir den Collectorsirom —Ic = 5 A, Ubersteverungsfaktor i = 2

und bei dem Ausrdumstrom Ig, = 100 mA:

Anstiegszeit
Speicherzeit

Abfallzeit

346

tr <2
ts 5<10
ts 10<15

kHz
kHz

pF

us

us




TELEFUNKEN

70 Freronwen I I ,
A R&/V-B 2361 R |
—15=4ot|)m4-
/ — — 30(1'/11»4'
/ 25({/»;1_
/r 200mA .
5 750mA -
_]C V
700ImA
/ I
/ 50/1;A _
25mA __
0 95 10 15v
p Ausgangskennlinien
CE —lc = f (—Ucg)
—lg = Parameter
tqmb = 25 OC
P = tvom 7 s00mn L 2somn T,
—T el 200mA
/// —’/
I
L | - 750}»/1 i
Iy
5 — 700mA
—Ic [y
 a—
50mA ]
25mA 7
i
T
0m:4
g 10 20 30 40 50 60 70 sov
Ausgangskennlinien
—lpp =
Vee ~Ic = f (~Uce)
—Ilg = Parameter
tamb = 25°C
030165 "ﬁ
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AUY 28|

TELEFUNKEN

o

500
mA

400

300

200

700

70

60

50

40

30

20

10

TELEFUNKEN

R&/V-B 2363 R

ey ---

—Uee =15V

= f (—Uee)
1,5V
= 25°C

|
)
|

—Ugg —— P

|
-
a
3§
T m
(!

Eingangskennlinie

TELEFUNKEN
R&/V-B 2364 R

—Uee=15V N

qo1

Q1 7 104
B = f(—Ig)
—Uce 1,5V
tamb 25°C

~lp ——

Collector-Basis-Stromverhdaltnis

(T

348
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TELEFUNKEN

20 TELEFuNKEN
”’A R&/V-B 2365R
V4
70 4
7
"
/
/
7
T
/
T o)/ /
Vv ’//
r/ —Ueg=173V
b
_16‘30 Vs /
7
w.a
d /
” /
7 1/
) 4
/ |
g1 —4
g 50 700 °C

f -
Temperaturabhdéngigkeit des Reststromes
—lcso = f (K
—Ucs = 75V

040165
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AUZ 11

Germanivm TELEFUNKEN AUZ 11D

pnp-

Fléchentransistor Leistungs-Schalttransistor
Vorldufige technische Daten
Gleichstrom-MeBwerte
Stromverstdrkung
tqmb = 25°C
—Uce=1V, —lc=05A B 60 > 30
—Uce=1V, —=lc=1 A B 25 > 18
Reststrome
tqmb = 25 OC
Collectorreststrom, —Ucp = 50V —lebo 20 <150 nA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Ucg = 50V —lek 20 < 200 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Emitterreststrom, —Ugg = 0,7 V —lebo 15 < 50 uA
Collector offen
fqmb = 70°C
Collectorreststrom, —Ucp = 50V —lebo < 3 mA
Emitter offen
Collector-Sdttigungsspannung
tamb = 25°C, —lg=0,1 A, —=lc=1A —UcEsat 03 < 08 \"
Wiérme-Innenwiderstand Ritherm =75 °C/w
o
010164 < i\fﬁ 9
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AUZ 11 TELEFUNKEN
AUZ 11D
Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C AUZ11 AUZ1ID
Grenzfrequenz
—Uce=6V, —lc=01A fr 35> 3 25> 2 MHz
—Uce=1V, —-lc=1 A fr 15>12 11 >09 MHz
Collectorkapazitat
—Ucs =15V, [e =0, f = 470 kHz Cob 35 < 60 35 < 60 pF
Schaltzeiten
Stromkonstante Einspeisung AUZ11 AUZ11D
—Uce=2V, —lc=05A, Rgen =1 kQ
Anstiegzeit tr 7<14 10<2 pus
Abfallzeit f 5<10 10 < 20 ps
ﬁ59”=7/r() 4
imoul Oszillograph
uis —
E,en/l;eratar 500 o
|
1 ml l
+ — Mef3-Schaltung
Spannungskonstante Einspeisung AUZ11 AUZ11D
—Uce=2V,Ic=05A, Rgen =20
Anstiegzeit tr 4< 8 7<14 us
Abfalizeit t 08 <16 12<24 us
480N
Oszillograph
Impuls -
l:{glegr;tar Rgen=2101 fen
]
+ - Mef3-Schaltung
A\
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TELEFUNKEN AUZ 11
AUZ11D
Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter, —Ucer 50 v
Ree = 1kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceo 20 \
bei offener Basis, —lc = 1 A

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 50 v
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,7 v
bei offenem Collector

Collectorstrom —lc 1 A

Collectorspitzenstrom ~lcsp 1,5 A
fcv < 2 ms

Basisstrom —Is 100 mA

Basisspitzenstrom —lgsp 200 mA
tav <2 ms

Emitterstrom le 11 A

Collector- + Emitter-Yerlustleistung Pc+E 6 w
tGehguse = 30°C

Sperrschichttemperatur ti 75 °cC

Lagerungstemperatur t —45...+75 °C

Zubehér Abmessungen

Befestigungsflansch
Lager-Nr. 30513 [ — E griine Isolation

Isolierscheibe (Oval) B gelve Isolation

" C blanker Draht

Lager-Nr. 30 508

Isolierscheibe (Rund) Jﬁ
Lager-Nr. 30514 ‘

Befestigungsflansch (Metall) g5 3
Lager-Nr. 30511

Isofier-Ring Collector mit Gehéuse verbunden

Lager-Nr. 30512

020164

Gewicht: max.12g
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AUZ 11 TELEFUNKEN
AUZ11D
Ro/Y-8 1812 R|
—V=0,01 IZ—T HH
- 0,02 . b e AR
| 005~ k
01 [Tt
1 —0,7
Ritherm
-
Pl
0% 2 4 68 1% 2 4 58197 2 4 681972 2 ‘L 6847
tp ————»
1
= f(t
Ritherm ( p)
to
V = - = Parameter
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Silizium TE l E F U " K E “ (2N 708)

npn-
Epitaxial-Planar-Transistor

BSY 19

HF- und Schalttransistor

Fiir schnelle Schalter und HF-Verstirker.

Abmessungen
Mafle in mm
c
[ -
s Q%
£ t
53

Grenzdaten

Collector mit Gehéuse verbunden

e——— min.375 Gewicht: max.0,5g

Normgehduse JEDEC TO 18

010165

Collector-Basis-Spannung Ucso 40 \'
Collector-Emitter-Spannung mit Rge £ 10 Q Ucer 20 \"
Collector-Emitter-Spannung Uceo 15 \'}
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 \')
Collectorstrom Ic 200 mA
Verlustleistung Piot siehe Diagramm
bei fqmb = 45 OC Ptot 320 mW

Sperrschichttemperatur ti 200 °C
Lagertemperatur tstg —65...+300 °C
Waérmewiderstand Rihu 0,48 °C/mW
Wérme-Innenwiderstand Rihc 145 °C/W

w

2
! N
™
T \‘
fe+e g5 N
— ] N\ Pc.e = f (tamb)
‘\\\ \ 1 in ruhender Luft
— 2 thermischer Kurzschluf3
0 100 200
tamp ——
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(2N 708)

BSY19 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, Ucg = 20V
Collector-Reststrom, Ucg = 20V, tj = 150°C

Collector-Reststrom,

Uce=20V, Uge = 0,25V, tamb = 125°C
Emitter-Reststrom, Ugg = 4V
Collector-Séttigungsspannung

lc=10mA, Is= TmA

Ic = 7mA, Ig =0,7 mA, tqmb=—55...+125°C
Basis-Sé&ttigungsspannung

lc=10mA, I = TmA

Ic= 7mA, Ig = 0,7 mA, tamb = —55°C
Collector-Basis-Stromverhdéltnis

Uce =1V, Ic =05mA

Uce=1V,lc= 10mA, 1, <03 ms, V =10,02

Uce =1V, Ic = 10 mA, tgmb = —55°C
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 1A
Collector-Emitter-Sperrspannung

lc =30mA, Ree = 10Q, t, < 0,3 ms, V = 0,02
Collector-Emitter-Sperrspannung

lc =30mA, tp £03ms, V=0,02
Emitter-Basis-Sperrspannung, g = 10 pA

lcso
Icso

Icev

leBo

UcEsat
UCEsat

UBEsat
UBEsat

Ucso

Ucer

Uceo

Ueso

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min.

0,72

15
30
15

40
20

15

Max.

25
15
10

0,1

0.4
0,4

08
09

120
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TELEFUNKEN BSY 19
(2N 708)
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C Min. Max.
Transit-Frequenz, Ucg = 10V, Ic = 10 mA fr 300 MHz
Collectorkapazitat, Ucg = 10V, Ic =0 Cob 6 pF
Basis-Bahnwiderstand bb’ 5 Q
Uce = 10V, Ic = 10 mA, f = 300 MHz
Schaltzeiten
Einschaltzeit ton < 40 ns
bei Ig; = 3mA, Ig, = T mA, Ic = 10mA
Ausschaltzeit toff < 70 ns
bei Ig; = 3mA, Ig, = 1 mA, Ic = 10mA
by =~4v Gy=+17V

| N

+21y uy

L
>y

=-20v

)

"l
0%

tor

Impuls —
Generator

t,<lns

— toif

Uz

270 Oszillograph

Uy

[e]
+ -
Jv

MefBschaltung fir die Ein- und Ausschaltzeit

020165
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BSY 19 TELEFUNKEN

(2N 708)

Speicher-Zeitkonstante Ts < 25
bei Ic = 10mA, Ig; = lg, = 10mA

+6V Impuls bei A

ug =10V 0+‘__’_ o

10%

ot

ur

Impuls —
Generator

t,<Ins

Mef3-Schaltung fiir Speicher-Zeitkonstante
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BSY 21

Silizium TE I-E F “ " KE “ (2N 914)
npn-
Epitaxial-Planar-Transistor Schalttransistor
Fiir schnelle Schalter. Der Transistor ist von sehr kleinen Stromen
bis zu max. 500 mA einsetzbar.
Abmessungen
Mafle in mm % 95%
4 [P /
| S
s )%
. t ¥
53 le—— min.375——| Gewicht: max.0,5¢g
Normgehduse JEDEC TO 18
Collector mit Gehd&use verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 40 \'
Collector-Emitter-Spannung mit Rge £ 10Q Ucer 20 \
Collector-Emitter-Spannung Uceo 15 v
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 v
Collectorstrom lc 500 mA
Verlustleistung Piot siehe Diagramm
bei tamb = 45°C Piot 320 w
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagertemperatur tstg —65...+300 ©°C
Wérmewiderstand Rihu 0,48 °C/mW
Warme-Innenwiderstand RihG 145 °CIW
w
H
! Ny
T N
fe+e g5 N
! N Pc+e = f (famb)
NG 1 in ruhender Luft
— N
’ 2 thermischer Kurzschluf
) 100 200
tapp ——
4>
QRED
010165 . V4 359
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BSY 21
(2N 914)

TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Collector-Reststrom, Ucg = 20V
Collector-Reststrom, Ucg = 20V, tj = 150 °C
Collector-Emitter-Reststrom

Uce =20V, Uge =025V, tj = 125°C
Emitter-Reststrom, Ugg = 4V
Collector-Sattigungsspannung

Ic =200 mA, Ig = 20 mA

lc = 1..20mA, Ic = 10.1I, tamb=—55...+125°C
Basis-Sattigungsspannung

lc=10mA, Ig = TmA
Collector-Basis-Stromverhdlinis

Uce=1V, Ic =10mA, t, £03ms, V = 0,02

Uce= 1YV, Ic = 10 mA, tamb = —55°C,

tp £03ms, V =0,02

Uce =5V, Ic = 500mA, t, <03 ms, V = 0,02

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 1 pA

Collector-Emitter-Sperrspannung
lc =30mA, Ree = 10Q, t, £0,3ms, V = 0,02

Collector-Emitter-Sperrspannung
Ic =30mA, t, £0,3ms, V = 0,02
Emitter-Basis-Sperrspannung, lg = 10 uA

Icso
lcso
lcev

leso
UcEsat

UcEsat

UBEsat

Uceo
Ucer

Uceo

Ueso

Min.

07

30

12
15

40
20

15

Max.

25

10
0,1
07

0,25
08

120

nA
uA
pA
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TELEFUNKEN BSY 21

(2N 914)

Dynamische Kenndaten '

bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C Min. Max.

Transit-Frequenz, Uce = 10V, Ic = 20 mA fr 300 MHz

Ausgangskapazitat, Ucg = 10V, [ =0 Cob 6 pF

Eingangskapazitét, Ugg =05V, Ic =0 Cib 9 pF
Schaltzeiten Max.

Einschaltzeit ton 40 ns

bei Ic = 200 mA, Ig; = Ig; = 40 mA
Ausschaltzeit toff 40 ns

bei Ic = 200 mA, Ig; = lp; = 40 mA

Mef3-Schaltung
o fur Ein- und Ausschaltzeit

Max.

Speicher-Zeitkonstante Ts 20 ns
bei Ic = I; = lg, = 20mA

+7y +5v

Mef3-Schaltung
o fur Speicher-Zeitkonstante

020165 <@g>

AV 4 361
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60 |
mA I ' Ro/v-B 197 R
Iy=1mA 08 mA
50 | ’_//‘
g5mA—
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——""-"
s I
il === 0,6 mA—]
I s |
——
2 Ausgangskennlinien
0 02mi_ lc = f (Uce)
Is = Parameter
tqmb = 25 °C
0 T2 3 & 5§ 6 .7 & § my
lyy ——
§
[TTT T
m L=009mA
s A FammA
4 T
= L '\ 0.05mA
- — il 0,046 mA
S | J 0,03 mA
0,02 mA
I il 4/ 1';nA
- [~omA . .
2 = » 7 \ Ausgangskennlinien
BT AN le = f (Ucg)
[ 1 P \ Iz = Parameter
—11 ) tamb = 25°C
0 5 10 1 1] 5V
Ypg————
&
m EERRNRRRRED
Iy=5nA_10mA 20mA|0mA 4omA
i 50 mA
w -
" /
L aranary
Y
2 i ) / Spannungs-Steverkennlinien
i / / Ic = f (Usg)
A1/ 1/ g = Parameter
0 { / / fgmb = 25°C
06 07 08 09 1 1 2y
UYgg ———>
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TELEFUNKEN BSY 21

(2N 914)
740 TELEFUNKEN]
Ro/V-B1973R
120
tamb=725 0[
(ot ‘ Iy
100 = 100
P2 \
a0 > — N
B =750
60 = \\
-1 NN
W e N
- ,H—" —55 OC o] e N
T T
b1 —~ 1
N
/)
o1 02 G4 06081 2 & 6 810 20 40 6080700 mA
L— B = f (i)
tamb = Parameter
Collector-Basis-Stromverhdlinis Uce =1V
7 TELEFUNKEN|
pf R6/V-8 1972 R|
6 =y
i
5 [ —
P
4 iy
\\
Iy N
b 3
2
1
0 .
g1 02 04 06081 2 4 b6 810 20 40 60 80100V
Upy——— Cob = f (Ucs)
fgmb = 25 OC
Collector-Kapazitét f = 350 kHz
le=0
74
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BSY 21 TELEFUNKEN

Basis-Séttigungsspannung

(2N 914)
AN e
/ A
06 -
L=100mA" | 5
05 ]
—
i
04 = ot 50 mA ~T"|
Ueesar - 1 20mA_|_—r—7H
0 ’: b —-’
1 — E/ —1mA B
02 T | e T
e e I
- Tt
01
0 10 20 30 40 50
> Ucesat = f (Ic/ls)
If/l’ Ilc = Parameter
Collector-Séttigungsspannung tamb = 25°C
12
v ]7 L L Rory B 1965 B
| i
M =moma
) R
N~
50 mA ~_ ]
09 ~ ;
Uﬂfsat T T~—— \‘\'\ W
08 20 mA T i
' 70 mA
017 7 mA
0.6 1
g 10 20 30 40 50
Ugesat = f (Ic/lB)
L|% Ilc = Parameter
tamb = 25°C

N
<
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TELEFUNKEN

BSY 21
(2N 914)

Irso
Tegg

5
0 TELEFUNKEN T

nA R6/V-B 1975 }
I |/
0* y
/
10° —
Iegg
10° # ,l
r- a
/ /
'4
107 // A
/ X
0° y L
/I d
,/
07 —
107

—60-40-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 °C

bamy ————®>

Temperaturabhéngigkeit der Reststrome

f (famb)
20V
4V

lceo, leBO
Ucs
Ues

040164
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BSY 21 TELEFUNKEN
(2N 914)
~ R NERNREPSARNEN
m T T
I[=50MA ’/’ 200mA
50 — =
L " e
w0 A | A L]
7’ -
puliP e
7
30 /
fon 'l/ y Vs
w LA
974
yaVa
10
0 5 10 15 20 2%
— ton = f (Ic/lB1)
/], on 1
t/m Ilc = Parameter
Einschaltzeit tamb = 25°C
50 TELEFUNKEN
hs R6/V-81971 Rl
50
| 1,=200mA
N
“ \\7/00mA
a0 |
t,’r ‘)
N
20 H+50mA e~
N \N\\~‘N~_
\\\ e —
10
0 5 10 15 20 25
tof = f (Ic/ly)
I [Igg—— of 1
’t/ b1 lc = Parameter
Ausschaltzeit tamb = 25°C
7
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BSY 44

Silizium TE I-E F u “ K E “ (2N1613)

npn-

Planar-Transistor HE- und Schalttransistor

Fiir schnelle Schalter und HF-Verstérker.

Abmessungen
Mafle in mm

66 min. 37,5 Gewicht: max. 1,59

Normgehd&use JEDEC TO 5

Collector mit Gehduse verbunden

Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucgso 75 \'
Collector-Emitter-Spannung mit Ree < 10Q Ucker 50 \'%
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 \'
Verlustleistung Prot siehe Diagramm
bei tamb = 45°C Ptot 0,7 w
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagertemperatur tstg ~65..+300 °C
Warmewiderstand Rihu 0,22 °C/mW
Waérme-Innenwiderstand RihG 59 °C/mW
3
W N
N 2
N
2 N
N\,
N
Pove
P N
\’ \\
B — N Pc.e = f (tamb)
i S \\ 1 in ruhender Luft
— 2 thermischer Kurzschluf3
] 100 200°C
I

010165 <E§>
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(2N 1613)

BSY 44 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, Ucg = 60V
Collector-Reststrom, Ucg = 60V, tamb = 150 °C

Collector-Sattigungsspannung
Ic = 150 mA, Ig = 15mA

Basis-Sattigungsspannung
Ic =150mA, Ig = 15mA

Collector-Basis-Stromverhéltnis
Uce = 10V, Ic = 0,1 mA
Uce =10V, Ic = 10mA
Uce = 10V, Ic = 150 mA, tp, <03 ms, V=0,02
Uce = 10V, Ic = 500 mA, t, < 0,3 ms, V=0,02
Uce = 10V, Ic = 10mA, tgmb = —55°C

Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
Ic = 100 mA, Rge = 10Q, t, <0,3ms, V = 0,02

Emitter-Basis-Spannung, Ig = 0,1 mA

Iceo
Iceo

Ucksat

UBEsat

w W w ww

Ucso

Ucer

Ueso

bei Umgebungstemperatur tamb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Min.  Typ.

0,9

03

07

0,95

20 50

35 105

40 95
20

20 45
75
50
7

Max.

10
10

1,5

13

120

nA

nA
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TELEFUNKEN BSY 44
(2N 1613)
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz, Uce = 10V, Ic = 50 mA fr 60 MHz
Collectorkapazitét Cob 14 25 pF

Ucg =10V, lg=0, f = 1 MHz
Rauschmaf} F 12 dB

Uce = 10V, Ic = 0,3mA

f=1kHz £ 50Hz, Rg = 510Q
Stromverstarkungsfaktor
Uce= 5Y,Ic=1mA, f=1kHz hie (B) 30 100
Uce= 10V, Ic =5mA, f=1kHz hie () 35 112 150
Eingangswiderstand hip 6 Q
Ucg =10V, Ic = 5mA, f = 1kHz
Spannungsriickwirkung hrb 1,3-104
Ucs =10V, Ic = 5mA, f = 1kHz
Ausgangsleitwert hob 0,23 uS
Ucs= 10V, Ic = 5mA, f = 1kHz

G
QYEUNL
020165
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TELEFUNKEN BSY 44

(2N 1613)
o 1y=90 md _LE 70 mi—| 1o
1 7 50 mA
- — 40 mA
400 —7 - 30 mA
A o | = |20mA
e o o T
A LA el |
300 /] ol 70mA
yy 4 // ~ 1
A A7 | A A
I » A ]
200 444 -
v
/. P i
J/i A
100 [ /.80
v
g 1 2 3 4 5v
Upg ———> Ausgangskennlinien
lc = f(Uce)
ls = Parameter
tamb = 25°C
00 i e
mA 8" \ i}
1 L 06mA
L~ Pl
|
1 T e L
—
n o //// 0,4/7’»4
— -
T A 03 mA
50
I[ ___-__-—-'-""—— /V
||+ 0.2mA
g1 /
— ] 01mA
L+ i
//
L/
0 10 20 30 40 s0v
Uge > Ausgangskennlinien
lc = f (Uce)
ls = Parameter
'amb = 25°C
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BSY 44 TELEFUNKEN
(2N 1613)
50 TELEFUNKEN|
mA R&/V-B 1951 R
40 14
J
]
20
Ut£=5V
20— f
] /
10
/
.
—
0 05 1 15 v
Uge > Eingangskennlinie
Is = f (Ugg)
Uce =5V
famb = 25 °C
5
or fl R
40
7 N
£
30 ——
- U[£=5V
I /- 1
20
7/
10 —
P L]
0 95 1 15 2v
Upg ———> Eingangskennlinie
lg = f (Usg)
Uce =5V
fqmb = ]00°C
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TELEFUNKEN BSY 44
(2N 1613)
500 i T TELEFUNKEN
I =220 mA= =140 mA by 1953 R
i wni S
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79’ — — <\60m‘,4 :
A g T “m
7
/, gl ] t
300 ’ > - 20mA }
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100 A4
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Ilc = f (Ucg)
Is = Parameter
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ls = Parameter
tamb = 100°C
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TELEFUNKEN BSY 44
(2N1613)
ll R 8195 R
J
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e
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Upg ———>> Eingangskennlinie
I8 = f (Uge)
Uce = 5V
tamb = —55°C
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e
4 § & 10 20 40 60 80 100V
Upy ——— Ausgangskapazitét
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BSY 44 TELEFUNKEN

(2N 1613)
" bams = 7502 I
poswnnt
// ! l \\
o +100 °C N
4 150 _ .
N
I ‘\
| a <
| +259 N
8 100 .
T P
e
0 ol —55°%
= —
—
0

001 002 00807 02 04067 2 4 6870 20 4060100 200 mA

Collector-Basis-Stromverhdiltnis
B = f(lc)
Uce = 10V
tamb = Parameter

376



TELEFUNKEN BSY 44
(2N1613)
115 TELEFUNKEN
l R&/V-B 2347 R
ll
7
/
; /
CE sat /
05 v
—T
0
1 0 100 1000 mA
I > Ucksat = f (Ic)
Ic 10
Stromabhéngigkeit der Collector-Séttigungsspannung Is
fqmb = 25 °C
15 I l TELEFUNKEN]
V I | | R6/V-B 1961 R
I=150mA_«"
L J
I
Ig=75mA
1 o
'I/
" @
UCEsat -~
/,
05
I[=50mA
guummenn
| 1" I,=-5mA
0
=60 —40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C
lamp ———> Ucesat = f (tamb)
Temperaturabhdngigkeit der Collector-Sattigungsspannung IIC = Parameter
B
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BSY 44 TELEFUNKEN
(2N 1613)
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TELEFUNKEN

BSY 44
(2N 1613)

h—Parameter ————»

70 TELEFUNKEN [

R&/V-B 1962 R
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4’
|

By
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~

h
fe
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0,8 {-hr

06

04

02

0,1

1 2 4 & & 10 20

Spannungsabhdéngigkeit der h-Parameter

h.. = f (Ucs)
Ilc = 5mA
f = 1kHz

tamb = 25°C
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Silizium
npn-
Planar-Transistor

TELEFUNKEN

HF- und Schalttransistor

BSY 45
(2 N 1893)

Abmessungen
MaBle in mm

¢
9
I3

Fiir schnelle Schalter

49

-

-/

f’_f

‘—J 66 te—— min. 375

85%

010165

Gewicht: max. 1,59

Normgehé&use JEDEC TO 5
Collector mit Geh&use verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 120 \
Collector-Emitter-Spannung mit Rge £ 10Q Ucer 100 v
Collector-Emitter-Spannung Uceo 80 \'
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 v
Verlustleistung Piot siehe Diagramm
bei fqmb = 45 OC P]of 0,7 W
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagertemperatur tstg —65..+300 °C
Warmewiderstand Rthu 0,22 °C/mW
Waérme-Innenwiderstand Rihg 59 °CIW
)
w NG
N 2
2 N
h N
Prye
1
1 \\
‘\“ N Pc.e = f (tamb)
N 1 in ruhender Luft
~N 2 thermischer Kurzschluf3
0 100 200°¢
tomp ——P

AN
<&
AV 4
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BSY 45 TELEFUNKEN

(2 N 1893)

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tomb = 25 °C (falls nicht anders angegeben)

Min. Max.

Collector-Reststrom, Ucg = 90V Iceo 10 nA
Collector-Reststrom, Ucg = 90V, tamb = 150 °C lceo 15 uA
Emitter-Reststrom, Ugp = 5V leso 10 nA
Collector-Séttigungsspannung

Ilc = 150 mA, Ig = 15mA UCEsat 5 VvV

Ic= 50mA, Ig= 5mA UcEsat 12V
Basis-Sattigungsspannung

Ic =150mA, Ig = 15mA UBEsat 13 Vv

Ic = 50 mA, IB = 5 mA UBEsq[ 0,9 V
Collector-Basis-Stromverhdéltnis

Uce= 10V, Ic = 0,1 mA B 20

Uce=10V, Ic = 10mA, t, £0,3ms, V=0,02 B 35

Uce = 10V, Ic =150 mA, t, £0,3ms, V=0,02 B 40 120

Uce =10V, Ic = 10mA, tgqmb = —55°C B 20

tp £0,3ms, V=0,02
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA Uceo 120 v
Collector-Emitter-Sperrspannung Ucer 100 \'

Ic = 100 mA, Rge = 10Q, t, 0,3 ms, V=0,02
Collector-Emitter-Sperrspannung Uceo 80 \'

Ic =30mA, t, £0,3ms, V=0,02
Emitter-Basis-Spannung, I = 0,1 mA Ueso 7 v

382 A\ 4



TELEFUNKEN BSY 45
(2 N 1893)
Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Min. Typ. Max.
Transit-Frequenz fr 50 MHz
Uce =10V, Ic = 50 mA
Collectorkapazitét Cob 15 pF
Ucg =10V, lg=0, f =1MHz
Eingangskapazitat Cib 85 pF
—Up =05V, Ic=0
Stromverstarkungsfaktor
Uce= 5V, Ic=1mA, f=1kHz hie (B) 30 100
Uce =10V, Ic =5mA, f=1kHz hie (B) 45
Eingangswiderstand
Uk = 5V, Ic=1mA, f=1kHz hib 20 30 Q
U =10V, Ic = 5mA, f = 1kHz hib 4 8 Q
Spannungsriickwirkung
U= 5V, Ic=1mA, f=1kHz hrb 1,25-10+
Uce =10V, Ic=5mA, f = 1 kHz hrb 1,5 104
Ausgangsleitwert
Uce = 5V, Ilc=1mA, f=1kHz hob 05 uS
Ucg =10V, Ic =5mA, f=1kHz hob 05 uS
@
A
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BSY 46
Silizium TELEFUNKEN (2N 2193)
npn-
Epitaxial-Planar-Transistor HF- und Schalttransistor
Vorléufige technische Daten
Abmessungen
Mafle in mm
o z
a5
c _li\ '
SN —
8 ©
&
£ t f
66 min. 37,5 Gewicht: max. 1,5¢g
Normgehd&use JEDEC TO 5
Collector mit Gehduse verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 80 \
Collector-Emitter-Spannung Uceo 50 \'
Emitter-Basis-Spannung Ucso 8 \"
Collectorstrom Ic 1 A
Verlustleistung Piot siehe Diagramm
bei "amb = 45 OC Ptot 007 w
Sperrschichttemperatur f 200 °C
Lagertemperatur tsig —65..+300 °C
Warmewiderstand Rihu 0,22 °C/mW
Wérme-Innenwiderstand Rihg 62,5 °C/W
K
TS
N
G
EE==
N
2
Peee NC
: ~
—— N Pc.ie = f (tamb)
T~ N 1 inruhender Luft
- 2 thermischer Kurzschluf3
[ e 260°C
tamp ——
AN\

010165 <@>
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BSY 46 TELEFUNKEN

(2N 2193)

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tqmp = 25°C Min. Typ. Max.

Collector-Reststrom, Ucg = 60V Iceo 0,8 10 nA
Collector-Reststrom, Ucg = 60V, tamb = 150 °C lceo 05 25 pA
Emitter-Reststrom, Ugs = 5V leBO 5 nA
Collector-Sattigungsspannung UcEsat 015 035 V

Ic =150 mA, Ig = 15mA

Basis-Sdttigungsspannung UBEsat 13 Vv
Ic =150 mA, Ig = 15mA

Collector-Basis-Stromverhéltnis

Uce=10V, Ic= 0,1mA B 15 40
Ucke=10V, Ic= 10mA B 30 100
Uce=10V, Ic= 150mA, t, £03ms, V=002 B 40 75 120
Uce =10V, Ic = 500mA, t,£03ms, V=002 B 20 42
Uce =10V, Ic =1000 mA, t, <03 ms, V=002 B 15 22
Uce =10V, Ic = 10mA, tomp = —55°C B 20 45
Collector-Basis-Sperrspannung, ic = 0,1 mA Ucso 80 \
Collector-Emitter-Sperrspannung Uceo 50 v
Ilc =25mA, t, <03 ms, V=0,02
Emitter-Basis-Spannung, lg = 0,1 mA Ueso 8 v

A\
ED
YV
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TELEFUNKEN BSY 46
(2N 2193)
Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C Min.  Typ. Mox.

Transit-Frequenz fr 50 MHz
Uce = 10V, Ic = 50 mA

Collectorkapazitét Cob 20 pF
Ucg =10V, l[g=0, f = 1 MHz

Stromverstarkungsfakior hte (B) 94
Uce =10V, Ic =5mA, f =1kHz

Eingangswiderstand hip 6 Q
Uce =10V, Ic = 5mA, f=1kHz

Spannungsriickwirkung heb 0,87 .10+
Ucg =10V, Ic=5mA, f = T1kHz

Ausgangsleitwert hob 0,17 uS
Ucg =10V, Ic =5mA, f = 1kHz

Schaltzeiten
gemessen in nachstehender Schaltung
Anstiegszeit tr 70 ns
Speicherzeit ts 150 ns
Abfallzeit t 50 ns

020165
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B U
SY 46 TELEFUNKEN
(2N 2193)
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Is = Parameter
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BSY 46 TELEFUNKEN
(2N 2193)
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TELEFUNKEN BSY 46
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BSY 70
Silizium TELEFUNKEN (2N 706)
np.n- . . Schalltransistor
Epitaxial-Planar-Transistor fir sehr schnelle Schalter
Abmessu.ngen o 059
Mafle in mm ¢ /
|
e @ % I ,
e Tt |
53 L_A min.375 1 Gewicht: max.0,5¢g
Normgehéuse JEDEC TO 18
Der Collector ist mit dem Gehé&use verbunden
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 25 \%
Collector-Emitter-Spannung mit Rge < 10 Q —Ucer 20 \'
Emitter-Basis-Spannung —Ugso 3 \
Verlustleistung
bei tamb = 45°C Piot 260 mW
bei tamb < 25°C Ptot 300 mW
bei tcase < 25°C Piot i w
bei f:qse = 100°C Pi‘oi 500 mW
Sperrschichttemperatur ti 175 °C
Lagertemperatur tstg —65...+300 °C
Warmewiderstand Rihu = 05 °C/mW
Warme-lnnenwiderstand RihG <025 °C/mW
G
010165 KEN

X 397
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BSY 70 TELEFUNKEN

(2 N 706)

Statische Kenndaten
bei fgmb = 25°C

Collector-Reststrom, Ucg = 15V Iceo < 05 A
Ucg = 15V, tamb=150°C lceo < 30 uA
Collector-Sattigungsspannung UcEsat < 06 v
Ic =10mA, Ig = 1T mA
Basis-Sattigungsspannung UsEsat < 09 A
lc =10mA, Ig = TmA
Collector-Basis-Stromverhdltnis B = 20
Uce=1V, Ic = 10mA
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA Ucso > 25 \'
Collector-Emitter-Sperrspannung Ucer = 2 \
Ilc=10mA, Ree < 10Q
Emitter-Basis-Sperrspannung, Ig = 0,1 mA Ueeo = 3 v
Dynamische Kenndaten
bei tamb = 25°C
Transit-Frequenz, Uce = 15V, lg = 10 mA fr = 200 MHz
Collectorkapazitat, Ucg = 10V, Ic =0 Cob < 6 pF
Speicherzeitkonstante s < 60 ns

bei Ic = 10mA, g, = Ig; = 10mA,
Ucc =10V, RL = 1kQ

398 X7



BSY 71

Silizium TELEFUNKEN (2N 1711)

npn-
Planar-Transistor Schalttransistor
Fiir schnelle Schalter und HF-Verstirker mit hohem Collector-Basis-Stromverhdlinis
iber einen groBen Strombereich.
Abmessungen = 052
Mafle in mm JQ‘ /
SN =
8 v,
@©
c J |7
6,6 la—— min. 375 Gewicht: max. 1,5¢g
Normgehduse JEDEC TO 5
Der Collector ist mit dem Gehé&use verbunden,
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung Ucso 75 \'
Collector-Emitter-Spannung mit Rge < 10Q Ucker 50 v
Collector-Emitter-Spannung Uceo 28 v
Emitter-Basis-Spannung Ueeo 7 v
Verlustleistung Piot siche Diagramm
bei tamb = 45°C Prot 07 w
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Lagertemperatur ¢ tstg —65..+300 ©°C
Warmewiderstand Rihu 0,22 °C/mW
Waérme-Innenwiderstand RihG 59 °C/W
M AN
N2
\
? ~
N
N\,
fe+e
1
N\,
‘\" N Pc+e = f (tamb)
e N\ 1 in ruhender Luft
N 2 thermischer Kurzschlu3
~)
0 100 200°¢
tamp ——
di>
QJEUN[>
010165 ¥4 399
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(2N 1711)

BSY 71 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, Ucg = 60V
Collector-Reststrom, Ucg = 60V, tamb = 150 °C
Emitter-Reststrom, Ugs = 5V

Collector-S&ttigungsspannung
Ic = 150 mA, Ig = 15mA

Basis-Sattigungsspannung
lc = 150 mA, Ig = 15mA

Collector-Basis-Stromverhdaltnis
Uce = 10V, Ic = 0,01 mA
Uce=10V, Ic = 0,1 mA
Uce = 10V, Ic = 10mA, t, <03 ms, V=0,02

Uce = 10V, Ic = 150mA, t, 0,3 ms, V=0,02
Uce = 10V, Ic = 500mA, 1, <03 ms, V=0,02
Uce= 10V, Ic= 10mA, taqmb = —55°C

to £03ms, V = 0,02
Collector-Basis-Sperrspannung, Ic = 0,1 mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
lc = 100 mA, Rge = 10Q, t, £ 03 ms, V=0,02

Collector-Emitter-Sperrspannung
Ic = 30mA, t, <03 ms, V=0,02

Emitter-Basis-Spannung, [ = 0,1 mA

Min.
Iceo
Icso
leso
UCEsu!
UBEsat
B 20
B 35
B 75
B 100
B 40
B 35
Uceo 75
Ucer 50
Ucco 28
Ueso 7

bei Umgebungstemperatur tamb == 25°C (falls nicht anders angegeben)

Typ.
0,9

0,3

07

0,95

160

80

Max.
10

10
5

1,5

13

300

nA
pA

nA

400 AV 4




TELEFUNKEN BSY 71

(2N1711)

Dynamische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz fr 70 MHz
Uce =10V, Ic = 50 mA

Collectorkapazitét Cob 14 25 pF
Ucg=10V, lg=0, f =1 MHz

Eingangskapazit&t Cib 80 pF
—Ue=05VY,Ic=0

Rauschmaf} F 8 dB
Uce =10V, Ic = 0,3mA
f =1kHz £ 50 Hz, Rg = 510Q

Stromverstdrkungsfaktor

Uce= 5V,Ic=1mA, f=1kHz hte (B) 50 200

Uce =10V, Ic = 5mA, f = 1kHz hie (B) 70 150 300
Eingangswiderstand

Ues= 5V, Ic=1mA, f=1kHz hib 24 34 Q

Ucg = 10V, Ic =5mA, f = 1kHz hib 4 6,0 8 @

Spannungsriickwirkung

U= 5VY,lc=1mA, f=1kHz hrb 5104
Uce =10V, Ic =5mA, f =TkHz heb 23 5-10¢
Ausgangsleitwert
Ues= 5V, Ic=1mA, f=1kHz hob 0,1 05 S
Uce =10V, Ic = 5mA, f = 1kHz hob 01 032 10 uS
A\

020165 <@>
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BSY 71 TELEFUNKEN
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BSY 71 TELEFUNKEN
(2N 708)
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Silizium
npn-
Planar-Transistor

BSY 91

TELEFUNKEN 35X 25

HF- und Schalittransistor

Abmessungen
MaBle in mm

Transistor mit niedriger Sperrspannung fiir schnelle Schalter und HF-Verstarker.

BSY 9
66 min. 37,5
icht: .1
Collector mit Gehduse verbunden ﬁ::!:;eh;:: JE'ls): CT05
% 47
c 3
QL__ /
Bsx2s ° @ ©
53 le—— m/h.SZS
Gewicht: max.0,5¢g
] it Geha
Collector mit Gehduse verbunden Normgehéuse JEDEC TO 18
Grenzdaten BSY 91 BSX 25
Collector-Basis-Spannung Ucso 40 40 \'
Collector-Emitter-Spannung Uceo 25 25 \')
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5 \'
Collectorstrom Ic 300 300 mA
Verlustleistung bei tomb = 45°C Piot 700 320 mW
bei tamb = 25°C Ptot 800 360 mW
bei tease < 25°C Ptot 2,2 175 w

Sperrschichitemperatur t 200 200 °C
Lagertemperatur tstg —65...+200 —65...4+200 °C
Wdarmewiderstand Rihu 0,22 0,48 °C/mW
Warme-Innenwiderstand Rih 80 100 °c/w

010165

Y 409
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BSX 25

BSY 91 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, Ucg = 30V
Collector-Reststrom, Ucg = 30V, t; = 150°C

Collector-Séttigungsspannung
lc =20 mA, Ig = 0,67 mA

Basis-S&ttigungsspannung
Ic = 20 mA, Ig = 0,67 mA

Collector-Basis-Stromverhdltnis
Uce =10V, Ic = 5mA

Collector-Basis-Sperrspannung
Ic =0,1mA
Collector-Emitter-Sperrspannung

Ic =30mA, tp=03ms, V=10,02

Emitter-Basis-Sperrspannung
le=0,1mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Transit-Frequenz
Uce = 10V, Ic = 50 mA

Ausgangskapazitat
Us =10V, lg=0, f=1MHz

Rauschmaf3
Uce = 10V, Ic = 0,3mA
f = 1kHz, Rg = 510Q

410 V4

leso
Iceo

UcEsat

UBEsal

Ucso

Uceo

Ueso

fr

Cob

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min,

30

40

25

50

Max.
50

50

1

25

15

MHz

pF

dB
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Silizium TELEFUNKEN

npn-

Planar-Transistor

BSY 92

BSY 93

HF=- und Schaittransistor

Abmessungen s 052

Maf3e in mm ¢ }— _l':‘: /

%
Bsysz Z >
£ ] !—f
66 min. 37,5 —

Collector mit Gehduse verbunden

Transistor mit mittlerer Sperrspannung fiir schnelle Schalter und HF-Verstéarker.

Gewicht: max. 1,59

Normgehduse JEDEC TO 5

95%

l

7

oY
5y

BSY93 Z @ %
. } f
min. 375 ——»

-

Collector mit Gehduse verbunden

Gewicht: max.0,5g

Normgehduse JEDEC TO 18

Grenzdaten BSY 92 BSY 93
Collector-Basis-Spannung Uceo 60 60
Collector-Emitter-Spannung Uceo 40 40
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 5
Collectorstrom Ic 300 300
Verlustleistung bei tamb = 45°C Piot 700 320

bei tamb = 25°C Ptot 800 360

bei tcase < 25°C Piot 2,2 1,75
Sperrschichitemperatur ti 200 200
Lagertemperatur tstg —65...+200 —65... +200
Waérmewiderstand Rihu 0,22 0,48
Waérme-Innenwiderstand Rihg 80 100

010165
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mA
mwW
mW
°C
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°C/mW
°C/W
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BSY 93

BSY 92 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, Ucg = 50V
Collector-Reststrom, Ucg = 50V, t;j = 150 °C

Collector-Séttigungsspannung
Ic = 10mA, Ig = 0,33 mA
lc=50mA, lg= 5mA

Basis-Sattigungsspannung
lc=50mA, Ig =5mA

Collector-Basis-Stromverhdlinis
Uce =2V, Ic = 10mA
Uce =2V, Ic = 10mA, tgmb = —20°C

Collector-Basis-Sperrspannung
le =0,1mA

Collector-Emitter-Sperrspannung
Ic = 30mA, t, £0,3ms, V=0,02

Emitter-Basis-Sperrspannung, lg = 0,1 mA

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Transit-Frequenz
Uce = 10V, lc = 50 mA

Ausgangskapazitat
Ucs =10V, Ic =0, f =1MHz

Rauschmaf}
Uce = 10V, Ic = 0,3mA,
f = 1kHz, Rg = 510Q

414 AV 4

lcso

lcso

UcEsat

Ucesat

UsEsat

Ucso

Uceo

Ueso

fr

Cob

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C (falls nicht anders angegeben)

Min. Max.

20

20

0,4

1.5

1,2
60
35
60
40
5
50

25

15

nA

uA

MHz

pF

dB




TELEFUNKEN BSY 92
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Transistoren, die nicht mehr in der Fertigung sind }
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Germanium
pnp-
Flachentransistor

TELEFUNKEN

AC 105
AC 106

NF-Transistor

Fiir NF-Endstufen mittlerer Leistung.

Abmessungen

Mafle in mm

Grenzdaten

Collector-Basis-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Collector-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Collectorstrom

Verlustleistung
bei tKohlfahne = 45°C

Sperrschichttemperatur

Waéarmewiderstand

010165

Mmoo

23

Gewicht: max.2,5¢g

40
4)

10

400

75

75

> < < < <

°C

°C/w

roter Punkt
7
40
—Uceo
—Uces
—Ucro
—Ueso
—lc
Prot
ti
Rin
A\
B
AV 4

419
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AC 105

AC 106

TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tqmb = 25°C

AC105

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V —Icso 8

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V —Iceo 250
Arbeitspunkt: —Uce =6V, —Ic= 3mA

Basisspannung —Uge 150
Arbeitspunkt: —Uce =1V, —Ilc = 40mA

Basisspannung —Uge 240

Basisstrom —Ug 1,2

Arbeitspunkt: —Uce =1V, —Ic = 400 mA

Basisspannung

Basisstrom

—IgE 480 < 600
—Is 12 < 16

AC106

250

140

240
0.8

480 < 600
7< 10

pA

nA

mV

mVY
mA

mY
mA

420




Germanium TE I.E F u “ KE “ AF 101
pnp- . Vor-u. Mischstufe 2 MHz
Flachentransistor ZF-Versttirker 470 kHz
Gleichstrom-MeBwerte, tqmp = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —Ic=05mA
Basisstrom —lg nmn < 35 HA
Basisspannung —Usge 160 mV
Reststréme
Collectorreststrom, —Ucg =6 V —lebo 1 < 7 uA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck =6 V —lek 4 < 25 nA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Ucg =6 V —lceo 40 < 260 nA
Basis offen
Emitterreststrom, —Ugg = 6 V —lebo 05 < 2 A

Collector offen

Woechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Ucgbzw.—Uce =6V, —Ic = 0,5 mA

a-Grenzfrequenz fo 1) 14 MHz
Stromverstdrkungsfaktor, f = 1 kHz B 50
Rauschzahl, foe = 1 MHz F2) 7 <10 dB

Vierpolparameter, f = 1kHz, Emitterschaltung, —Uce = 6V, —Ic = 0,5 mA

Eingangsleitwert Yie 0,335 0,134..1,43 mS
Ausgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,16 0,05..05 S

Vorwdértssteilheit Yfe 17,5 15..19 mA/vV

Ausgangsleitwert Yoe 11,1 7..30 ]

Eingang kurzgeschlossen

1} fo ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstérkungsfaktor in Basisschaltung o auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.
?) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit U, , = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-R&hren-
mitteilung fir die Industrie 57 07 23.)

010162 < i?i >
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tams = 25°C, —Uce =6V, —lc = 0,5 mA

Emitterschaltung, f = 470 kHz

Eingangsleitwert  yie = gie + jocCie

Ausgang kurzgeschlossen

Eingangswiderstand
Ausgang kurzgeschlossen

Eingangskapazitét
Riicksteilheit —Yre = Gre + jwcre
Rickwirkungswiderstand
Rickwirkungskapazitat

Vorwérissteilheit  yfe = | yte | - ei®fe

Ausgangsleitwert yoe = Goe T jwCoe
Eingang kurzgeschlossen

Ausgangswiderstand
Eingang kurzgeschlossen

Ausgangskapazitat

Eingang kurzgeschlossen
Basis-Bahnwiderstand

Bi-Frequenz

Jie

wWCje

Jie

Cie

Ore

WCre

1

Ore

Cre
|ytel
Pfe

Goe

wCoe

Coe

'Bb

f813)

0,4

0,44

150
1,45
235

07

16,5
=75
143
61,5

70

21

100

028..1,4
0,15...0,88
07..35

50 ... 300
077 ...3,34
16..29
03..13
55..10
14..19
83..33
44..88
30..120
15...30
< 170
> 35

mS
m$S

kQ

pF
usS
uS
MQ
pF

mA/vV

usS
uS

kQ

pF

Q

MHz

3) f, -Grenzfrequenz ist die Belriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors in

B1
Emitterschaltung 8 gleich 1 geworden ist.
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TELEFUNKEN

Emitterschaltung, f = 2 MHz

Eingangsleitwert  yie = gie + jCie

Ausgang kurzgeschlossen

Eingangswiderstand
Ausgang kurzgeschlossen

Eingangskapazitat
Ricksteilheit —Yre = Qre + j0Cre
Rickwirkungswiderstand
Rickwirkungskapazitat

Vorwaérissteilheit yfe = | yre | - eiP’e

Ausgangsleitwert yoe = Qoe + j0Coe
Eingang kurzgeschlossen
Avusgangswiderstand

Ausgangskapazitat
Ausgang kurzgeschlossen

Basis-Bahnwiderstand

By-Frequenz

Qie

wWCie

| yte
Pfe

Yoe

®Coe

Qoe

Coe

fBb

fﬁl 4)

1,25
175

08

140

94

7,5
16
—26
711
239
14

19

120

1"

Wechselstrom-MeBwerte, tom, = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA

Die fiir HF- und Mischstufen besonders geeigneten AF 101
sind mit einem weifien Punkt gekennzeichnet.

0,5..285
05..38
035..2
40...300
8,35..50
56...126
2..120
4,5..10
12..18,5
33..143
163...315
7..25
13..25
< 200
> 55

m$S
mS

kQ

pF
)
uS
kQ
pF

mA/V

us
ns
kQ

pF

Q

MHz

4 fm-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstérkungsfaktors in

Emitterschaltung B gleich 1 geworden ist.
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —UcBo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur tj

Kennzeichen

12

20

20

30

75

mW

°C

Die fir HF- und Mischstufen besonders geeigneten AF 101 sind mit einem weiflen

Punkt gekennzeichnet.

Die fir ZF-Verstirker besonders geeigneten AF 101 sind mit Farbpunkten nach den

Werten fir den Eingangswiderstand —1— gekennzeichnet.

Qie
orange LI 07 ..1,25 kQ
Jie
blau 1 - 1252 ke
Jie
violett - 2 .35 ke
Jie
max. Abmessungen
Farbpunkt
Farbpunkt fir Colfector
«
w
3 —8
75—t 40 -

Gewicht: max. 1 g
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Germanium TELEFUNKEN

pnp-
Fléchentransistor ZF-Verstérker
Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —ic =05mA
Basisstrom —lg é pA
Basisspannung —Uge 230 myY
Reststréme
Collectorreststrom, —Ucp = 6 V —lebo 25 < 30 nA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 4 17
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Uce = 6 V —lcer 5 < 200 nA
Ree = 30 kQ
Emitterreststrom, —Ugg = 0,6 V —lebo 1 < 2 A

Collector offen

Woechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, ~Ic = 0,5 mA

Stromverstérkungsfaktor, f = 1 kHz B 60
Bi-Frequenz fa1') 2 > 12 MHz
Collectorkapazitét cc 22 < 36 pF

Vierpolparameter, Emitterschaltung f = 1 kHz, —Uce =6V, —Ic = 0,5mA

Eingangsleitwert Yie 032 0,166...1 m$
Ausgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,07 0,03...0,12 T

Yorwadrtssteilheit Yie 19 17,5..19,5 mA/Y

Ausgangsleitwert Yoe 1,42 083...10 uS

Eingang kurzgeschlossen

D fBl-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstirkungsfaktors 8 in
Emitterschaltung gleich 1 geworden ist.

010164

425

A



TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA
Emitterschaltung, f = 107 MHz
Eingangsleitwert Yie = Gie T+ j0Cie Qie 1,66 0,55..5 m$
Avusgang kurzgeschlossen )
®Cie 875 4..135 m$S
Eingangswiderstand g—l— 600 200...1800 Q
i1e
Eingangskapazitat Cie 130 60...200 pF
Rad(s'eilheit "Yrg = grg + i(DCrQ ng 7,7 3,333 n-20 lls
WCre 134 80...200 p.s
Rockwirkungswiderstand g‘_ 130 50..300 kQ
re
Rickwirkungskapazit&t Cre 22 1,2..35 pF
Vorwarissteilheit Yie = | Yie |- €i®fe | yfe| 18 16..19 mA/JV
Pfe "‘]0 °
Ausgangsleitwert Yoe = Joe + jwCoe Joe 42 1,67 ...12,5 ns
Eingang kurzgeschlossen
WCoe ]68 ]20 ees 270 U.S
Ausgangswiderstand gl— 240 80...600 kQ
oe
Ausgangskapazitéat Coe 25 18..4 pF
Basis-Bahnwiderstand Bb [ <35 Q
AN
<>
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tam, = 25°C, —Uce =6V, —lc = 0,5 mA

Emitterschaltung, f = 470 kHz

Eingangsleitwert

Ausgang kurzgeschlossen

Eingangswiderstand

Eingangskapazitat

ROcksteilheit

ROckwirkungswiderstand

Rickwirkungskapazitat
Vorwartssteilheit
Ausgangsleitwert

Eingang kurzgeschlossen

Ausgangswiderstand

Ausgangskapazitat

Basis-Bahnwiderstand

020164

Yie = Qie + imcie Qie

—Yre = Gre T j0Cre Ore

Yie = | yte |- eiPfe  |ye|

Yoe = Goe + j0Coe Joe

Coe

Bb

032 0,116..1 mS
042 0,176...074 mS
31 1.6 kQ
140 60..250 pF
<1 us
65  35..104 uS
> 1 MQ
22 12..35 pF
185  17..19 mA/V

143 083..333 us
74 53..118 us
700 300..1200 kQ

25 18..4 pF

15 < 35 Q

427
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucer

bei Rge = 30kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck

bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo

bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso

bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E

tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti

max. Abmessungen

rorer Punkrt
/ red point
Q
0
-
75 20 —»

Gewicht: max. 1g

428

ZAN

12

25

25

0,8

30

75

mW

°C




OC 602

Germanium TE LE F “ " K E “ 82283

pnp-

Flachentransistor NE-Transistor
Fiir NF-Anfangsstufen.
Abmessungen
Mafle in mm
Farbpunkt
1) _C
" 8
~ £ )
75 —»t 40 Gewicht: max. 1 g
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso 2 Vv
Collector-Emitter-Spannung —Uces 2 Vv
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 12V
Emitter-Basis-Spannung —Ueeo 10 V
Collectorstrom —lc 50 mA
Verlustleistung Ptot 50 mw
bei tamp = 45°C
Sperrschichttemperatur ti 75 °C
Warmewiderstand Rihu 06 °C/mW
il
Qe >
olones v 429

2722247



OC 604

Sests TELEFUNKEN

Statische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C 0C 602

Collector-Reststrom, —Ucg =6V —lceo 5<10
Collector-Reststrom, —Uces = 6V  —lIces 15 < 50

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamp = 25°C

Stromverstarkungsfaktor hse (8) rot 20...30

gekennzeichnet mit Farbpunkt orange  30...40
an der Collectorseite gelb 40...50

griin

blau

violett

weif
Grenzfrequenz, fa 25

—Uce=1V, —lc=2mA

Rauschmaf F

—Uce =46V, -lc=02mA, f=1kHzt350Hz
fir p < 50 Rg = 400 Q
firp > 50 Rg = 800 Q

Kleinsignal-Parameter
Emitterschaltung, —Uce =1V, —Ic = 2mA, f=1kHz

Eingangswiderstand hie 0,75
Spannungsriickwirkung hre 55
Stromverstérkungsfaktor hte 40
Ausgangsleitwert hoe 75
Eingangsleitwert Yie 1,35
Rickwartssteilheit Yre 0,53
Vorwartssteilheit Yie 52
Ausgangsleitwert Yoe 41
AN

OC 603
5< 10
20 < 100
20.. 30
30... 40
40... 50
50... 60
60... 75
75..100
> 100
22
3<6
0,9

6,0

50

86

1,1

0,5

52

46

OC 604
5< 10
20 < 100

50... 60
60... 75
75...100
> 100

18,5

1,2
6,5-104
65

100

0.8

0,48

52

53

A
pA

kHz

dB

kQ

us
m$
uS
m$
uS

430 \V 4




OC 602 spez.

Germanium TELEF Il NKEN OC 604 spez.

pnp-

Fldchentransistor End- und Schalittransistor
Fiir Endstufen kleiner Leistung und fiir Schalter-Anwendungen.
Abmessungen
Mafle in mm
32
1
)
>
4 ¥
QL
------ 1
S
’ )
26
1 _roteprPunkt «red point P4
y = <
har) \f
H 2 | 40 ] i
! = ' Gewicht: max.2,5¢g
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Uceo 40 Vv
Collector-Emitter-Spannung, Rge = 100 Q —Ucer 28 V
Collector-Emitter-Spannung —Uceo 15V
Emitter-Basis-Spannung —Ueso 10 V
Collectorstrom —lc 500 mA
Verlustleistung Piot 175 mW
bei tKshifahne = 45°C
Sperrschichitemperatur ti 75 °C
Waérmewiderstand Rth 0,175 °C/mW
AN
<&
010165 7 431

24



OcCé02spez.l  TELEFUNKEN

OC 604 spez.

t

Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
OC 602spez. OC 604spez.

Collector-Reststrom, —Ucg =6V —Icso 7< 15 6 < 15
Collector-Reststrom, —Ucgs =6V —Ices 12< 50 15< 60
Collector-Reststrom, —Ucg =6V —Iceo 0I5< 1 03K 15

Arbeitspunkt: —Uce =6V, —Ilc =2mA
Basisspannung —Uge 160 150
Basisstrom —Ig 10 50

Arbeitspunkt: —Uce =0,5V, —Ic = 100 mA
Basisspannung —Use 330 < 400 320 < 400
Basisstrom ~lg 3 < 52 2< 25

Collector-Restspannung

—lc= 20mA, Ucg =0 —Uckrest 230 < 270 220 < 250
—lc =100mA, Ucg =0 —UcCErest 330 < 400 320 < 400
—lc = 250 mA, Ucg =0 —UcErest 450 < 650 420 < 600

Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Stromverstérkungsfaktor B 25 45
~Uce =6V, —lc=1mA

432 N



Germanium TELEFUNKEN

OC 612

OC 613

HF-Transistor

Gewicht: max.1g

17
17
10
10

30

75

pnp-
Flachentransistor
Fiir HF-Verstdrker, Oszillatoren und Mischer bis 4 MHz.
Abmessungen
Mafle in mm
Ffarbpunkt
Q /C
TS (B
5 40 —=
Grenzdaten
Collector-Basis-Spannung —Ucso
Collector-Emitter-Spannung —Uces
Collector-Emitter-Spannung —Uceo
Emitter-Basis-Spannung —Ueso
Verlustleistung Ptot
bei tqmb = 45 OC
Sperrschichttemperatur ti
Warmewiderstand Rihu
&
010165 < 9

433

w000000000000000005.



OCé613

OC 612 TELEFUNKEN

Statische Kenndaten

Collector-Reststrom, —Ucg = 6V
Collector-Reststrom, —Ucgs = 6V

Emitter-Reststrom, —Ugpp =6V

Basisspannung

Basisstrom

Dynamische Kenndaten

Stromverstdarkungsfaktor

Grenzfrequenz
—Ucg =6V, —Ic =05mA

Vierpol-Parameter in Emitterschaltung
~Uce=6VY, —lc=0,5mA
Eingangsleitwert
Eingangskapazitét
Rickwadrtssteilheit
Rickwirkungskapazitét

Yorwadrissteilheit

Ausgangsleitwert
Ausgangskapazitat

434

bei Umgebungstemperatur tgmp = 25 °C

—lecso
—lces

—leso

Arbeitspunkt: —Uce = 6V, —Ic = 0,5mA

—Usge
—IB

bei Umgebungstemperatur tgmb = 25°C

hte (B)
—Uce=6V, —lc=05mA, f=1kHz

fa

Re yie
Cie
Re yre

| yte |
Pfe

Re yoe
Coe

OC 612
25<10

7<25

18 <12

150

60

6> 3

470 kHz
07
550

14
16,5

17

30

OCé613
25<10

10 < 30

1.8 <12

150

90

10> 7

2 MHz
17

200

40

12

14

—45
140

28

uA

uA

mVY

MHz

m$
pF
uS
pF
m$

uS
pF




Germanivm TELEFUNKEN

pnp-
Flachentransistor

KW-=Vor- u. Mischstufe

Gleichstrom-MeBwerte, tomb = 25°C

Arbeitspunkt —Uce=6V, —Ic =05mA

Basisstrom —ls 3 uA
Basisspannung —Usge 210 mV
Reststréme

Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 25 < 30 pA
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uckx = 6 V —lek 4 nA
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Ucg =6 V —lcer 7 < 200 A
Ree = 30 kQ

Emitterreststrom, —Ugs = 0,6 V —lebo 1 < 2 A

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte tomb = 25°C, —Ucs bzw. —Uce = 6V, —Ic = 0,5 mA

By-Frequenz e ") 28 > 15 MHz
Stromverstrkungsfaktor, f = 1 kHz B 120

Rauschzahl F2) 8 < 10 dB
Collectorkapazit&t cc 23 < 37 pF

Vierpolparameter, Emitterschaltung f = 1kHz, —Ucg = 6V, —Ic = 0,5 mA

Eingangsleitwert Yie 0,16 0,1..1 m$
Ausgang kurzgeschlossen

RO cksteilheit Yre 0,97 0,03...0,12 nsS

Yorwdértssteilheit Yie 19 17,5..19,5 mA/V

Ausgangsleitwert Yoe 1,11 072..5 uS

Eingang kurzgeschlossen

M f .‘-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors B in
Emitterschaltung gleich 1 geworden ist.

?) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung f, = 25 MHz und Leistungsanpassung zwischen Transistor-
Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-R&hrenmitteilung
fir die Industrie 5803 39, 58 04 40.)

010163 <@>
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TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce = 6V, —ic = 0,5 mA

Emitterschaltung, f = 25 MHz

Eingangsleitwert
Ausgang kurzgeschlossen

Yie = Gie T jwCie Jie

wCie
Ei widerstand 1
ngangswiderstan gie
Eingangskapazitét Cie
Riicksieilheit —Yre = Gre + i(DCfg Gre
WCre
R . 1
Riickwirkungswiderstand —
Ore
Rickwirkungskapazitat Cre

Vorwadartssteilheit Yie = | Yte |- eiPfe | yte |

59
n

170

70

40
0,345
25

2,2

410
50
2,6

15

3,33..
63..

100...

40...

167..
0,235..
10..

15..

15...

é7..
280...
10...

18..

10

19

120

.100

.0,565

3,6

19

100

630

150

35

m$S

m$

pF
usS
m$
kQ
pF

mA/JvY

nS
uS
kQ

pF

Pfe
Avusgangsleitwert Yoe = Qoe + j0Coe Joe
Eingang kurzgeschlossen
®Coe
. 1

Ausgangswiderstand Goe
Ausgangskapazitat Coe
Basiswiderstand r8b

A\

<D
436 A\ V4




TELEFUNKEN oc 614

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucer 12 v
bei Rge = 30kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 v
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso 25 v
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,8 v
bei offenem Collector

Collector-+Emitter-Verlustleistung, Pc.e 30 mW
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t 75 °C

max. Abmessungen

rofer Punkt

s

8
e
) 20

Gewicht: max. 1 g

55°

020163 <@§>
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Germanium TELEFUNKEN

Fléchentransistor UKW-Vor- u. Mischstufe
Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C
Arbeitspunkt —Uce =6V, —ic =1 mA
Basisstrom -l 7 uA
Basisspannung —Uge 230 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V ~lebo 3 < 30 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 4 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Uce =6 V —lcer 5 <200 A
bei Rge = 30 kQ
Emitterreststrom, —Ugs = 0,6 V —lebo 1 < 2 pA

Collector offen

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Ucg bzw. —Ucg = 6V, —lc = 0,5 mA

Bi-Frequenz fa 1) 5 > 15
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz B 160

Rauschzahl, fo = 100 MHz F2) 7 < 10
Collectorkapazitat cc 2 < 39

Vierpolparameter, Emitterschaltung, —Uce = 6 V, —lc = 0,5 mA, f =1 kHz

Eingangsleitwert Yie 012 0,083..0,5
Avusgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yre 0,07 0,03...0,12

Vorwaértssteilheit Yie 19 17,5..19,5

Ausgangsleitwert Yoe 1 0,66...5

Eingang kurzgeschlossen

MHz

dB
pF

m$

uS
mA/vV
uS

1) fﬁ,‘ ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstirkungsfaktors in Emitterschaltung 8

gleich 1 geworden ist.

2) Gemessen in einer Mischstufe in Emitterschaltung mit U, , = 250 mV und Leistungsanpassung zwischen
Transistor-Eingangswiderstand und Generator-Innenwiderstand. (Siehe auch TELEFUNKEN-R&hren-

mitteilung fir die Industrie 57 07 23.)

010164

439

ks



TELEFUNKEN

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Ucg =6V, —Ic = 1 mA

Basisschaltung, f = 95 MHz

Eingangsleitwert Yib = gib + jwcib gib 28,8 16,7 ...59 m$S
Ausgang kurzgeschlossen
wcpb —535 0..—18 m$S
Eingangswiderstand ;T, U7 17..60 Q
Eingangskapazit&t Cib -9 0..—30 pF
Ricksteilheit ~Y¥rb = grb + jwcrb gb —0322 -0,22..-067 m$S
0Crb 0,48 0,36..0,72 m$
Rickwirkungswiderstand ng -31 —15..—45 kQ
r
Rickwirkungskapazitat Crb 08 06..1,2 pF
Vorwértssteilheit yib = | yib| - ei®® | ym] 22 17..28 mA/V
ofb 80 60...100 °
Ausgangsleitwert Yob = gob t jwCob Job 0,303 0,22...0,67 m$S
Eingang kurzgeschlossen .
wCob 1,43 1,19...2,08 mS
Ausgangswiderstand ng 33 15..4,5 kQ
-]
Ausgangskapazitat Cob 24 2..35 pF
Basiswiderstand IBb 15 < 30 Q
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TELEFUNKEN

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucer 12 v
bei Rpe = 30 kQ

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 v
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —UcBo 25 \"
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,8 v
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.+E 30 mW
tamb = 45°C, in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen

roter Punkr
/ red point

le—75 20

Gewicht: max.1g
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TELEFUNKEN

OC 615V fir UKW-Vorstufen

Die fir UKW-Vorstufen geeigneten Tran-  Fir die nachstehenden
sistoren OC 615 V werden in der unten

angegebenen Mef3schaltung bei einem Ge- Betriebswerte

nerator-Widerstand Rgen = 35Q (Rausch- Betriebsspannung Ub 6

anpassung) auf ausreichende Leistungsver-  Collectorstrom —lc ca. 1,4

stdrkung Eingangsfrequenz fe 100

Gy = PPout _ ( Uout )2 ‘. ';Gen ergeben sich folgende

Gen UGen out MeBwerte

ausgemessen. Leistungsverstarkung Gv 14,5 > 13

Rauschzahl F < 9
ac &15 v Rout =21 4Q

00 pF

'qb‘en

% Drossel
sn

1,=100 MHz Ry Yout
Y =
5{” 300 pF l
N o
P4 e et * ot 0 —
L }
Up
o4

"
mA
MHz

dB

Rp ist so gewdhlt, daf3 der GesamtauBBenwiderstand fiir den Transistor Rout = 2,1 kQ betréigt.
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TELEFUNKEN

OC 615 M fiir UKW-Mischstufen

Die fir UKW-Mischstufen geeigneten Tran- Fir die nachstehenden
sistoren OC 615 M werden in der unten .
angegebenen Mef3schaltung bei einer Be- Betriebswerte
triebsspannung Up = 6 V auf ausreichende Betriebsspannung  Up 6V
Mischverstarkung ausgemessen, Collectorstrom =lc  ca. 09 mA
Eingangsfrequenz  f, 100 MHz
Gm = Pour ( Uout )2 4. Rcen Zwischenfrequenz  ZF 10,7 MHz
PGen UGen Rout
ergeben sich folgende
Bei Up = 4V und den Eingangsfrequenzen
fo = 87 MHz und fo = 100 MHz wird die MeBwerte
Schwingsicherheit kontrolliert. Mischverstdrkung Gm 9>7 dB
Frequenzabweichung des Oszillators
Ferner erfolgt eine Messung der Frequenz- bei AUp = 2V Afo < 250 kHz
konstanz des Oszillators bei Anderung (Up = 6..4V)

vonUp = 6V auf U, = 4V.

300 pF ac 615 M
40
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